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Bezeichnungsschema

Typenschliissel

Der ,européische“ Typenschlissel nach Pro Electron verwendet zur Typenkennung 2
Buchstaben (Material- und Anwendungsklasse) und weitere 3 oder mehr fortlaufende Re-
gistrierkennzeichen.

Der erste Buchstabe beschreibt das Halbleitermaterial:

Germanium (oder Bandabstand von 0,6 —1 eV)

Silizium (oder Bandabstand von 1—1,3 eV)

llI-V-Material, z. B. Gallium-Arsenid (oder Bandabstand von mehr als 1,3 eV)
Material mit Bandabstand von weniger als 0,6 eV, z. B. Indium-Antimonid
Halbleiterverbindungen fur Photo- und Hall-Effektanwendung

DOOW>

Der zweite Buchstabe beschreibt den Anwendungsbereich:

Signal-Diode, kleine Leistung

Kapazitatsdiode

NF-Kleinsignaltransistor, R,,c > 15 K/W

NF-Leistungstransistor, A,,,c <15 K/W

Tunneldiode

HF-Kleinsignaltransistor, Ry,,c > 15 K/W

Rauelementekombination, Array, Multichip

Hall-Feldsonde

HF-Leistungstransistor, R,,,c <15 K/W

Optokoppler

Strahlungsempfanger, z.B. Photoelement

Strahlungssender, z.B. Lumineszenzdiode

Schaltelement kleiner Leistung mit Thyristorcharakter, Ry,,c > 15 K/W
Schalttransistor kleiner Leistung, Ry,,c > 15 K/W

Schaltelement hoher Leistung mit Thyristorcharakter, Ry,,c <15 K/W
Schalttransistor hoher Leistung, Ry,c <15 K/W
Frequenzvervielfacherdiode

Leistungsgleichrichterdiode

Spannungsbegrenzerdiode, Z-Diode, Referenzelement

N<X<X<-HOIOUZrImOMmMoOO®>

Die laufende Registriernummer besteht bei Bauelementen, die fur Gerate der ,Unterhal-
tungselektronik entwickelt wurden, aus 3 Ziffern (z.B. BF 970), bei Bauelementen, die
vorzugsweise in Geraten der ,professionellen* Elektronik eingesetzt werden, aus einem
Buchstaben und 2 Ziffern (z. B. BXY 43).

Ein Zusatzbuchstabe zur Registriernummer wird zur Definition einer mechanischen oder
elektrischen Variante verwendet.

Andere Typenkennungen sind nach JEDEC-Schema oder hausinterner Nomenklatur mog-
lich.



Bezeichnungsschema

Typenstempel

Sofern das Bauelement gentigend Platz bietet, wird die volle Typenbezeichnung, der Her-
stelldatumcode (Jahr — Monat nach DIN 41314.1 oder Jahr, Woche nach DIN 41314.2
bzw. EIA) und das Herstellerzeichen (§ bzw. S) aufgedruckt, anderenfalls werden Kurz-
zeichen, wie im Datenblatt angegeben, verwendet. Farbkodierungen, im Datenblatt ver-
merkt, dienen Typen- und Gruppenunterscheidungen.

Bestellnummer

Sie ist im Datenblatt fir Standardtypen angegeben. Auf besonderen Liefervertragen ba-
sierende Sonderausflhrungen erhalten eigene Bestellnummern.
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Gehause-Vergleichsliste

Typen- und Bestelinummern-Verzeichnis




Typenauswahlregister

Typeniibersicht

Schalter-PIN-Dioden

Kenndaten (7, = 25°C)

Vamax C: (f=1MHz) r¢ (fF=100 MHz)
Typ Ve I Gehause Seite
\' pF \Y Q mA
BA 243 35 <2 15 <1 10 DO 35 30
BA 243 S 35 <15 5 <07 10 DO 35 32
BA 244 35 <2 15 <0,5 10 DO 35 30
BA 244 S 35 <15 5 <0,5 10 DO 35 32
BA 282 35 <1,2 3 <0,5 10 DO 35 34
BA 283 35 <1 3 <0,9 10 DO 35 34
BA 284 35 <A1 20 <0,6 10 DO 35 36
Vv BA 389 30 0,55 10 5 10 DO 35 38
Vv BA 682 35 <1,2 3 <5 10 SOD 80 41
Vv BA 683 35 <1 3 <0,9 10 SOD 80 41
V BA 885 50 0,3 10 5 10 SOT 23 44
Abstimmdicder
Cr (f=1MHz) Cr/Crs re
Typ Vi Va1 Vo Gehéause Seite
pF \ — V;V Q
vBB 112 440...520 1 >18 1;8,5 1,4 TO 92 46
BB 204 grin | 34...39 3 255...28 3;30 0,2 TO 92 49
BB 204 blau | 37...42 3 255...28 3;30 0,2 TO 92 49
BB 304 42...475 2 1,65...1,75 2;8 0,2 TO 92 52
vBB 314 44,75 2 2,2 2;8 0,25 TO 92 55
BB 409 45...56 25 5...6,5 3;25 0,3 DO 35 57
BB 505 B 1,85...2,25 28 7,7...94 1;28 0,62 DO 35 60
BB 505 G 18...24 28 (75...95 1;28 0,8 DO 35 60
vBB515B 1,85...2,25 28 8...95 1;28 0,55 Mini-plast 63
vBB 515G 18...24 28 75...95 1;28 0,75 Mini-plast 63
BB 609 A 25...8 28 12...15 1,28 0,7 DO 35 65
BB 609 B 28...32 28 12...15 1;28 0,7 DO 35 65
vBB 610 3,75 28 >19 1,28 1.4 DO 35 67
VBB 619 A 25...3 28 >12 1;28 0,65 Mini-plast 69
vBB619B 28...32 28 >12 1;28 0,65 Mini-plast 69
v BB 620 3,75 28 >19 1;28 1,3 Mini-plast 71
v BB 801 1 28 9 1;28 1 SOT 23 73
v BB 804 42...475 2 1,7 2;8 0,25 SOT 23 75
vBB 814 44,75 2 2,2 2;8 0,25 SOT 23 78

V¥ Neuaufnahmen
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Typenauswahlregister

Bipolar-HF-Transistoren

Typ Grenzdaten Kenndaten (T, =25 °C)
PNP-P Veeo| Ic | Prot || Pre F fr Gehause Seite
NPN-N Ic Vee f
\ mA |mW || — mA |V dB MHz MHz
BF 199 N |25 25 500 || 85 (>38) 7 10 550 TO 92 82
BF 240 N | 40 25 | 250 || 65...220 1 10 17 0,1 400 TO 92 86
BF 241 N | 40 25 | 250 || 35...125 1 10 1,7 0,1 400 TO 92 86
BF 254 N |20 30 250 |l 65...220 1 10 1.2 1 260 TO 92 89
BF 255 N |20 30 |250 || 35...130 1 10 |38 100 220 TO 92 89
BF 414 P |30 25 300 || 80 (>30) 4 10 3 100 560 TO 92 92
BF 450 P |40 25 | 250 | 65...220 1 10 |2 0,1 375 TO 92 94
BF 451 P |40 25 |250 || 35...125 1 10 3 100 325 TO 92 94
BF 506 P |35 30 |300 || >25 3 10 |3 200 550 TO 92 99
VBF 517 N |15 25 |280 || 25...250 5 10 |5 800 2000 SOT 23 101
BF 550 P [ 40 25 280 || 50...250 1 10 3.4 100 350 SOT 23 104
BF 554 N [ 20 30 (280 || 60...250 1 10 3 100 250 SOT 23 109
BF 569 P |35 30 (280 || 50(>20) |3 10 |45 800 950 SOT 23 113
BF 579 P |20 30 (280 | >20 10 10 |4 800 1600 SOT 28 116
BF 599 N |25 25 |280 | 70(>38) |7 10 550 SOT 28 119
BFB606A P |30 25 |[300 || >30 1 10 700 TO 92 123
BF 660 P |30 25 |280 || >30 3 10 700 SOT 23 125
BF 763 N |15 25 | 500 || 25...250 5 10 |5 800 2000 TO 92 128
VBF770A N |12 50 [280 || 90(>40) (30 |5 2 800 5500 SOT 23 130
VBF 775 N |12 30 (280 || 40...250 |5 6 21 800 4500 SOT 23 133
BF 799 N [ 20 35 |[280 || 40...250 | 20 10 |8 100 1100 SOT 23 136
BF 959 N |20 100 | 500 | 40...250 20 10 (3 200 1100 TO 92 139
BF 970 P |35 30 [160 || 50(>25) |3 10 45 800 950 T-plast 187
BF979S P |25 50 |160 || >20 10 | 10 35 800 1600 T-plast 189
MOS-Feld-Effekt-Tetroden
Typ Grenzdaten Kenndaten (75 =25 °C)
Vbs Ip Piot Jts Gp F Gehause Seite
N-Kanal Vbs Iy f
\ mA mw mS dB dB \" mA MHz
BF 960 20 30 200 12 16,5 2,8 15 7 800 X-plast 142
BF 961 20 30 200 17 23 1.8 15 10 200 X-plast 152
BF 963 20 50 200 25 25 1,5 15 10 200 X-piast 62
BF 964 S 20 30 200 18 25 1,0 15 10 200 X-plast 168
v BF 965 20 30 200 18 25 1,0 15 10 200 X-plast 174
VBF 966 S 20 30 200 18 18 1,8 15 10 800 X-plast 180
Vv BF 989 20 30 200 12 16,5 28 15 7 800 SOT 143 191
v BF 993 20 50 200 25 25 15 15 10 200 SOT 143 201
VBF 994 S 20 30 200 18 25 1,0 15 10 200 SOT 143 208
¥ BF 995 20 30 200 17 23 1.8 15 10 200 SOT 143 214
VBF 996 S 20 30 200 18 18 1.8 15 10 800 SOT 143 224
BF 997 20 30 200 18 25 1,0 15 10 200 SOT 143 232

¥ Neuaufnahmen
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Typenauswahiregister

Anwendungsiibersicht

Tuner ZF-Verstarker
Anwendung | Vorstufe Mischer Oszillator Trennverstarker
VHF BA 243/S BA 243/S BA 243/S
BA 244/S BA 244/S BA 244/S
BA 282 BA 282 BA 282
BA 283 BA 283 BA 283
BA 284 BA 284 BA 284
BA 389 BA 389 BA 389
BA 682 BA 682 BA 682
BA 683 BA 683 BA 683
BB 409 BB 409 BB 409
BB 505 G BB 505 G BB 505 G
BB 515G BB 515G BB 515G
BF 961 BF 506 BF 506 BF 199
BF 995 BF 961 BF 606 A BF 517
BF 995 BF 660 BF 599
S BF 959
w
& | VHF BB609A/B | BB609A/B | BB 609 A/B
@ | (CATV/ BB 610 BB 610 BB 610
£ | Hyperband) |BB619A/B |BB619A/B |BB619A/B
BB 620 BB 620 BB 620
BF 964 S BF 506 BF 506
BF 965 BF 964 S BF 517
BF 994 S BF 965 BF 606 A
BF 997 BF 994 S BF 660
BF 997 BF 763
UHF BB 505 B BB 505 B BB 505 B
BB515B BB 515B BB515B
BF 569
BF 970
BF 960 BF 579 BF 569
BF 966 S BF 775 BF 970
BF 989 BF 9798
BF 996 S
Indoor BA 389
g Unit BA 885
é BB 801 BB 801 BB 801
BF 775 BF 775 BF 775 BF 770 A

Fortsetzung: nachste Seite
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Typenauswahliregister

Fortsetzung
Tuner ZF-Verstarker
Anwendung | Vorstufe Mischer Oszillator Trennverstarker
Mw BB 112 BB 112 BB 112
UKW BB 204 BB 204 BB 204
- BB 304 BB 304 BB 304
.g BB 314 BB 314 BB 314
5 BB 804 BB 804 BB 804
< BB 814 BB 814 BB 814
[
% BF 255 BF 241 BF 241 BF 240
5 BF 414 BF 255 BF 255 BF 241
o BF 961 BF 451 BF 451 BF 254
BF 963 BF 995 BF 255
BF 993 BF 450
BF 995 BF 451

15




Typenauswahiregister

Gehéause-Vergleichsliste

Gehause | Konventionelie Montage Oberflichenmontage-SMD
Anwendung TO 92 T-plast X-plast | DO 35 SOT 28 SOT 143 | SOD 80 Mini-plast
1. Schalter-PIN-
Dioden
e VHF-Band- BA 243/S
umschaltung BA 244/S
BA 282 BA 682
BA 283 BA 683
BA 284
o HF-Regelwiderstand, BA 389 BA 885
TV-SAT-Polarisations-
umschaltung
2. Abstimmdioden
o LW, MW, KW BB 112
o UKW BB 204
BB 304 BB 804
o UKW mit erweitertem BB 314 BB 814
Frequenzbereich
e VHF BB409
BB609A/B BB619A/B
o VHF (Hyperband) BB 610 BB 620
® UHF/VHF BB 505B/G| BB 515B/G
o UHF/TV-SAT BB 801
3. Bipolar-
Transistoren
o TV-ZF-Endstufen BF 199 BF 599
e MW, UKW BF 254 BF 554
BF 255
BF 414 BF 660
o ZF-Stufe (MW, UKW) BF 450 BF 550
BF 451
BF 240
BF 241
o VHF-Oszillator BF 506 BF 660
BF 606 A BF 660
o HF-Trennverstarker/ BF 763 BF 517
Oszillator
o OFW-Treiber BF 959 BF 799
o UHF-Mischer/ BF 970 BF 569
Oszillator BF 979 S BF 579
e TV-SAT BF 775
BF 770 A
4. MOS-FET-
Tetroden
e UHF-Vorstufe BF 960 BF 989
BF 966 S BF 996 S
o VHF-UKW- BF 961 BF 995
Vorstufe/Mischer BF 963 BF 993
BF 964 S BF 994 S
BF 965 BF 997
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Typenauswahiregister

Typen- und Bestellnummern-Verzeichnis

(alphanumerisch)

Typ Bestellnummer Seite | Typ Bestellnummer Seite
BA 243 Q62702-A521 30 BF 254 Q62702-F201 89
BA 243 S Q62702-A607 32 BF 255 Q62702-F329 89
BA 244 Q62702-A421 30 BF 414 Q62702-F517 92
BA 244 S Q62702-A618 32 BF 450 Q62702-F312 94
BA 282 Q62702-A428 34 BF 451 Q62702-F313 94
BA 283 Q62702-A429 34 02 99
BA 284 Q62702-A632 36 2 101
BA 389 Q62702-A732 38 104
5 e 7o 41 109
41 113
2 44 116
BB 112 Q62702-B240 46 BE ¢ ) ; 119
BB 204 blau Q62702-B58-X6 49 BF 606 A Q62702-F535 123
BB 204 grin Q62702-B57-X5 49 BF Q 125
BB 304 Q62702-B84 52 128
BB 314 Q62702-B397 55 130
BB 409 Q62702-B112 57 - ! 133
BB 505 B Q62702-B37 60 62702-F788 136
BB 505 G Q62702-B270 60 Q62702-F640 139
BE 39 63 Q62702-F499 142
BE 399 63 Q62702-F518 152
BB 609 A Q62702-B196 65 Q62702-F904 162
BB 609 B Q62702-B197 65 Q62702-F446 168
BB 610 Q62702-B400 67 Q62702-F660 174
a Q627 ‘ 69 Q62702-F438 180
69 Q62702-F650 187
71 BF 979 S Q62702-F610 189
73 € 2 191
75 201
3 B40: 78 208
BF 199 Q62702-F355 82 214
BF 240 Q62702-F302 86 224
BF 241 Q62702-F303 86 232

SMD Surface Mounted Devices
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Erlduterung zu Datenblattwerten
Angaben zur Qualitat




Erlauterung zu Datenblattwerten

Grenzdaten

Die angegebenen Grenzdaten sind eigenstédndige Absolutwerte der Bauelement-Belast-
barkeit, bei deren Uberschreitung eine Zerstérung des Bauelementes oder eine nachhal-
tige Beeintrachtigung seiner Daten bzw. Funktion zu erwarten ist. Bei Bauelementepri-
fungen, etwa der Durchbruchspannungen, wie auch in der Anwendung, muB deswegen
mit entsprechenden Sicherungen das Uberschreiten der Grenzdaten zuverlassig verhin-
dert werden.

Kenndaten

Typische Kenndaten charakterisieren den Bauelementetyp unter definierten Betriebsbe-
dingungen in Zahlen und Diagrammen, sie sind nicht als Daten jedes einzelnen Exemplars
aufzufassen. Die aus wichtigen Qualitats- oder Anwendungserfordernissen angegebenen
Minimal- und Maximalwerte bezeichnen den tatsachlichen Streubereich der Kenndaten, in
Diagrammen eingetragene Streukurven in der Regel den Uberwiegend zu erwartenden
Streubereich. Die elektrischen Kenndaten sind fallweise nach Gleichstromdaten (,statisch”)
und Wechselstromdaten (,dynamisch®) gruppiert.

Als eng mit der Belastbarkeit gekoppelter Kennwert ist der
Wiarmewiderstand als oberer Streuwert unmittelbar nach den Grenzdaten angeordnet.

Gehausedaten sind durch Verweis auf Normenblatter oder bemaBte Zeichnung definiert,
die Verpackungsform wird als nicht bauelement-typische Angabe nur in Sonderféllen im
Datenblatt genannt (etwa als Bestellnummern-Variante).
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Angaben zur Qualitat

Lieferqualitat

Die Lieferqualitat wird in diesem Datenbuch durch technische Merkmale wie Grenzdaten
und Streugrenzen der Kenndaten beschrieben.

Annehmbare Qualitatslage (AQL)

Zur Beurteilung der annehmbaren Qualitatslage von Lieferlosen werden bei stichproben-
weisen Uberprifungen der qualitativen Merkmale (Attribute) AQL-Werte zugrunde gelegt.
Als Grundlage fir die Attributprifung dienen die Einfach-Stichprobenplane fir normale
Prifung, Hauptprifniveau Il nach DIN 40080 (oder IEC 410, MIL-STD-105D).

Fehlerarten, Fehlerklassen

Ein Fehler liegt vor, wenn ein Bauelementmerkmal nicht den Datenblattangaben ent-
spricht. Die Fehler werden nach Art und AusmaB klassifiziert.

Fehler-Art

o Fehler an Gehausen und Zuleitungen
o Fehler in elektrischen Eigenschaften

Fehler-AusmaB
e Ein Fehler liegt vor, wenn ein Merkmalswert den spezifizierten Bereich Uberschreitet.

e Ein Totalfehler beschreibt den Zustand eines Bauelements, der jede funktionsgemaBe
Verwendung ausschlieBt.

AQL-Tabelle

Fehler-Art AQL
Totalfehler (mechanisch und elektrisch) 0,1
Summe Fehler statischer (Gleichstrom-)Daten 0,4
Fehler dynamischer (Wechselstrom-)Daten 1,5
Summe Fehler in Gehausen und Zuleitungen 04

AQL-Werte beschreiben nicht die tatsachliche Qualitat der einzelnen Lieferlose, sondern
bestimmen bei Anwendung der Stichprobenpléane die Annahme oder Rickweisung.

Der prozentuale durchschnittliche Fehleranteil von Auslieferungen liegt im allgemeinen
unter den AQL-Werten.
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Verpackung

Jede Verpackungseinheit regularer Lieferungen tragt Aufdrucke mit Informationen Uber
Hersteller, Typ, Anzahl, Herstelldatum und -ort, Loszugehdrigkeit, ESD-Empfindlichkeit,
Paarung usw. Diese fiir den Inhalt verbindlichen Angaben kennzeichnen im Klartext insbe-
sondere Typen, deren Bauformen keine ausfihrliche Bestempelung zulassen und sind zur
Ruckmeldung wichtig, sollten einmal Reklamationen nétig sein.

Schittgut ist die allgemeine ungerichtete Verpackungsform (,bulk packaging®), die eine
ungehinderte Einzelentnahme ermdglicht, bei automatischer Geratebestickung aber rich-
tungsorientierende Zufuhrstationen erfordert. Sie gilt, insbesondere bei T-plast- und
X-plast-Bauelementen, als normale Verpackungsform. Gurtung ist in standardisierten Ver-
sionen bei TO 92- und SMD-Gehéausen vorgesehen, bei Dioden mit axialen AnschluBdrah-
ten (DO 35) ist sie normale Verpackungsart.

Die folgende Zusammenstellung gibt einen Uberblick Uber die derzeitigen Gurtformen. Zu
Einzelheiten Uber MaBtoleranzen oder Variationen der Orientierung erbitten wir lhre An-
frage.

Gurtung: TO 92-Gehéuse
(Gurtung von Bauteilen mit ,radialen Anschlissen®)

Die Bauteile sind einseitig fixiert. Grundsatzlich ist in der Gurtablaufrichtung die Lage der
Flachseite des Gehauses, damit der Anschlisse-Orientierung, zu beachten (s. Skizzen).
Die GurtmaBe entsprechen DIN IEC-Normen-Vorschlagen. Die Drahtanschlisse sind re-
gelméBig auf das in-line-RastermaB 200 mil, entsprechend 5 mm (der &uBeren An-
schlusse), gekropft. Der Gurt wird mit 1500 Stck. auf Rollen (achteckiger UmriB) mit Pa-
pierzwischenlage und Wellpappeabdeckung geliefert; Faltverpackung (,ammo-pack®) ist
mit 1000 Stck./Karton — Zusatzkennung E6325 zur Typenbezeichnung — lieferbar.

Zusatzkennung zur Typenbezeichnung

Typenkennzeichnung
E6288  E6269 Rastermaf 508 .
7 T

<18+
?
=§ 121 & — p,
<' ! /QL- —11 Abrollung W/

von oben
gesehen S5max.

Regelmdfliges Achteck

Tl

24



Verpackung

Gurtung: DO 35-Gehéause
(Gurtung von Bauteilen mit ,axialen Anschlissen*)

Standardlieferform ist der auf achteckige Pappe-Kunststoffrollen gewickelte doppelt ge-
fuhrte Gurt gemaB DIN IEC 52.133, EIA RS 481 mit einer maximalen Fullmenge von 15 000
Stck. je Rolle.

Die Faltverpackung des Gurtes im Karton wird nur fur kleine Mustermengen oder nach
besonderer Vereinbarung verwendet; ebenso bedarf die Beifligung einer Schutzpapier-
bahn zwischen den Gurtlagen einer vertraglichen Regelung.

Die Dioden sind polaritatsorientiert gegurtet; das farbige (in der Regel rote) Klebeband
weist zur Kathodenseite, das weiBe Klebeband zur Anode.

Die Trennung von — unter Datenblattbedingungen nicht mischbaren Paarungsgruppen
(etwa bei gleichlaufsortierten Kapazitatsdioden) erfolgt durch 6 Leerstellen. Die Aufrol-
lung wird mit einer Lage Wellpappe fixiert.

Typenkennzeichnung
rot,Kathode weil}, Anode /‘(
- -

5
310
i $30 [
I rot
' ﬁ |
/ weifl
] | ol |8 Abrollung von
|| L oben gesehen
83max.
65

RegelmdBiges Achteck
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Verpackung

Gurtung: SMD-Gehéuse (SOT 23, SOT 143, SOD 80, Mini-plast)

Die Bauteile sind in Vertiefungen des 8-mm-Metall- oder Kunststoffpragebandes rich-
tungsorientiert verdrehsicher eingelegt und mit einer abziehbaren Abdeckfolie fixiert. Der
Mittelpunkt des Bauelement-Faches ist gelocht. Das Band wird mit 3000 (bei SOD 80 mit
2500) Bauelementen bei einem Rollendurchmesser von 18 cm bzw. mit 10000 (bei
SOD 80 mit 7500) Bauelementen bei einem Rollendurchmesser von 33 cm aufgespult. Die
Rollen sind in paBgerechte Kunststoffschachteln eingelegt.

Die Verpackung entspricht der Norm DIN IEC 286-3.

Bauelementorientierung Typenkennzeichnung
[
= o geprﬁgfes/
SOT 23 =] Trdgerband [ Deckfolie
= L —
gp ¢—_E / 180
SOT 143 d b ¢__[ (330)
S0D 80 @7-Kufhode [ Q ‘
C | Abroiiung Y- 0 n\\)
ot | [ | vanoven N1
Lot — gesehen (&
t Abrollung
Leerfach| | 175 von oben “11‘
; gesehen
35 8mm - Film-Spule
F-——-—B’——
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Verarbeitungshinweise

EGB, Elektrostatisch Geféahrdete Bauelemente

ESD (Elektro Static Discharge)-empfindliche Bauelemente werden in ,antistatischer Ver-
packung geliefert. Das aufgedruckte Warnschild verweist auf die Notwendigkeit von
SchutzmaBnahmen gegen unkontrollierte Uberlastung der Bauelemente durch elektrische
Entladungen, beginnend beim Offnen der Packung.

Wiarmeableitung

Die im Betrieb entstehende Verlustwarme des aktiven Halbleitergebietes muB8 durch ge-
eignetes Schaltungslayout abgefliihrt werden: Fir die hier beschriebenen Kiein-
signaltypen Ubernimmt die Schaltungsplatine maBgeblich die Warmeabfuhr und -vertei-
lung.

Die in den Datenblattern angegebenen Maximalwerte des Warmewiderstandes R,,;, wer-
den bei T-plast, X-plast, TO 92 und Diodenbauformen gegen ruhende Umgebungsiuft bei
nur geringer Warmeableitung durch die Anschliisse bestimmt und gelten ohne weiteres
fur die Ublichen Einbauarten.

Der R,, der SMD-Bauteile, z.B. SOT 23, SOT 143, wird auf Keramik-Testsubstraten
(s. Bild) ebenfalls gegen Luft gemessen; hier ist fir den Einbau in Leiterplatten der dann
um ca. 90 K/W héhere Warmewiderstand zu berucksichtigen.

AL.O;-Testsubstrat, Metallisierung Warmewiderstand SOT 23, SOT 143
W
7%,//,/,,,,/4 600
% %/’2 % % Rinsa
1 /
T _
% Z Z//Q %/ 400
SOT 23 e
Keramik-Abmessungen: 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm ]
300 | == Leiterplatte
——— Keramiksubstrat
200

0 2 A 6 8 mm?
— Kollektorfldche
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Verarbeitungshinweise

Mechanische Beanspruchung

Bei Zurichtung und Einbau ist auf Freiheit der Teile von mechanischen Spannungen zu
achten; geféhrdet ist vor allem die Verankerung der Anschliisse im Gehéuse, deren Lok-
kerung Bauelementeausfall erwarten 1a8t.

o Abbiegen der Anschliisse erfordert mechanische Entlastung zwischen Biegestelle und
Gehéuse. Direkt am Gehéause ansetzende Biegung senkrecht zur Bandebene (bei
schonender Durchfuhrung) ist bei T- und X-plast zulassig.

e Bandférmige Anschlisse (z.B. bei T-plast) sollen nicht in Bandebene gebogen werden.

o Wiederholte Biegung an der gleichen Stelle ist unzuléssig.

Einbau

Bei der L6tung ist auf verspannungsfreie Fixierung des Bauelementes vor dem Létvor-
gang zu achten. Die fir Schwall-L6tung von SMD-Bauteilen verwendeten Kleber missen
sich chemisch und elektrisch neutral verhalten.

Die Bauteile durfen beim Lotvorgang nicht unzulassig hohen Temperatur-Zeit-Belastun-
gen ausgesetzt werden, die folgenden Tabellen geben entsprechende Hinweise.

Zulassige Loétbeanspruchung DO 35

Freie AnschluBlange 1,5 25 5 mm
Lottemperatur 245 °C 4 6 13 s
Loéttemperatur 260 °C 3,5 4 10 s
Kolbeniétung 300 °C 3 35 8 s

Zuléassige Loétbeanspruchung T-plast, X-plast, TO 92

Freie AnschluBlange 0,5 1,5 5 mm
Lottemperatur 245 °C 4 5 10 s
Lottemperatur 260 °C 3 5 5 s
Kolbenlétung 300 °C 25 3 5 s

Zuléassige Lotbeanspruchung SMD-Bauteile

Schwall-Létung 260 °C, 8 sec
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Silizium-Schalterdioden

BA 243
BA 244

® Zur Verwendung als Bereichs-

umschalter in TV-Tunern

Kathode ®0,54

DO 35 DHD

1,6

[=—r28,9 38 28,9
Typ BA 243 BA 244
Best.-Nr. Q62702-A521 Q62702-A421
Farbe gelb
Grenzdaten
Sperrspannung Va 35 \Y
DurchlaBstrom I 100 mA
T,.< 60°C
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Teq | —55...4+150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Ry a | =400 | K/IW
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BA 243
BA 244

Kenndaten (7, = 25°C)

min

typ

max

DurchlaBspannung
I. = 100 mA

Sperrstrom

Vo =15V
Diodenkapazitat

Vo =15V, f=1MHz

FluBwiderstand

I. = 10 mA, f= 100 MHz
BA 243

BA 244

Sperrwiderstand
Vea=1V, f= 100 MHz

Serieninduktivitat

Ve
Iy
Cr

s

1/g,

1,3

0,5
0,4

100

25

50

nA
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Silizium-Schalterdioden

BA 243 S
BA 244 S

o Fur elektronische
Bandumschaltung in TV-Tunern

e Niedriger differentieller FluBwider-
stand und keine Diodenkapazitat

DO 35 DHD
Kathode 0,54

.ﬁi
=—o128,9 38 28,9

Typ BA 243 S BA 244 S

Best.-Nr. Q62702-A607 Q62702-A618

Farbe gelb

Grenzdaten

Sperrspannung Vi 35 Y
DurchlaBstrom I 100 mA
To< 60°C

Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Teg | —55...+150 |°c
Wiarmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rinia | =400 | K/W
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BA 243 S
BA 244 S

Kenndaten (7, = 25°C)

min | typ max
DurchlaBspannung Ve — — 1 \%
I. = 100 mA
Sperrstrom I — —_ 50 nA
Ve =15V
Diodenkapazitat, f = 1 MHz C
Va=15V — |13 | = |eF
5V — — 1,5 pF
1V — 1,85 | — pF
FluBwiderstand, f = 100 MHz re
BA243S: I = 10mA — — 0,7 Q
2mA — - 2 Q
BA244S: I. = 10mA — — 0,5 Q
2 mA — 1 — Q
Sperrwiderstand 1/g, _ 100 — kQ
Ve =1V, f= 100 MHz
Serieninduktivitat Ls — 2,5 —_— nH
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Silizium-Schalterdioden

BA 282
BA 283

® Fur elektronische Bandumschaltung
in TV-Tunern

o Niedrige Diodenkapagzitat
bei kleiner Sperrspannung

® Kleine Durchschaltverluste

Typ BA 282 BA 283

DO 35 DHD
Kathode ®0,54

=—28,9 38 28,9—= ﬁ}i

Best.-Nr. Q62702-A428 Q62702-A429

Farbe gelb

Grenzdaten

Sperrspannung Vi
DurchlaBstrom I
T.< 60°C

Sperrschichttemperatur T,
Lagertemperatur Tog

Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinoa
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BA 282

BA 283
Kenndaten (7, = 25 °C)
min | typ max
DurchlaBspannung Ve — — 1 \Y
I. = 100 mA
Sperrstrom I - — 50 nA
Ve=20V
Diodenkapazitat, f = 1 MHz Cr
BA282: V=1V — - 1,5 pF
3V — — 1,2 pF
BA283: V, =1V — — 15 | pF
3V — — 1 pF
FluBwiderstand, f = 100 MHz i
BA282: I. = 3mA - — 0,7 Q
10 mA — — 0,5 Q
BA283: . = 3mA — — 1,2 Q
10 mA - — 0,9 Q
Sperrwiderstand 1/g, — 100 — kQ
Ve =1V, f= 100 MHz
Serieninduktivitat Ls — 2,5 — nH
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Silizium-PIN-Schalterdiode BA 284

o Geeignet als Hochfrequenzschalter DO 35 DHD
Uber 10 MHz; insbesondere zur Kathode 60,54
Bandumschaltung in TV-Tunern /

e Hohe Sperrdampfung Jem—

o Niedrige Durchschaltverluste

Typ BA 284
Best.-Nr. Q62702-A632
Farbe gelb

Grenzdaten

Sperrspannung Vi
DurchlaBstrom I
To= 60°C

Sperrschichttemperatur T
Lagertemperatur

Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinsa
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BA 284

Kenndaten (7, = 25°C)

min | typ max
DurchlaBspannung Ve — — 1 \
I. = 100 mA
Sperrstrom I - — 50 nA
Ve =20V
Diodenkapazitat, f = 1 MHz Cr
Vo= 1V — 1 — pF
20V — 0,8 1 pF
FluBwiderstand, f = 100 MHz i
I. = 3mA — 0,75 | — Q
10 mA — 045 |06 Q
Sperrwiderstand, V; = 1V 1/g,
f = 1MHz 1 — - MQ
100 MHz — 100 - kQ
Serieninduktivitat Ls — 2,5 — nH
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Silizium-PIN-Diode

BA 389

Vorlaufige Daten

e Stromgesteuerter HF-Widerstand
far Schalt- und Regelanwendung

e Nutzbarer Frequenzbereich
1 MHz...1 GHz

Typ BA 389
Best.-Nr. Q62702-A732
Farbe gelb

Grenzdaten

Sperrspannung
DurchlaBstrom
Sperrschichttemperatur

|l amavéamamarati e
Lageinemperaiui

Wiarmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung

38
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DO 35 DHD

Kathode 0,54

=—28,9—=138 28,9
30 Vv
50 mA
150 °C
| —65..+150 |°C
| <400 | K/W



BA 389

Kenndaten (7, = 25°C)

min | typ max
DurchlaBspannung Ve — — 1 \
I. = 50 mA
Sperrstrom I — - 50 nA
Ve =30V
Diodenkapazitat Cr
Ve=10V,f= 1MHz — 055 | — pF
oV, 100 MHz — 035 |05 pF

FluBwiderstand, f = 100 MHz s
I. =15mA — 25 40 Q

10 mA — 5 75 Q
Sperrleitwert [ — 70 — usS
Va=0V, f= 100 MHz
Serieninduktivitat Ls — 2,5 — nH
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BA 389

DurchlaBkennlinie Iz = (V) Sperrleitwert g, = f(Vg)
mA usS
100 100
g
I, P
/
80
K /
7
/ &
! N
’l’ 40 A
VA N
/ I~
01 1/ \55.,‘
s 20
y 4
/
/
0,01 / 0
0.4 0,6 0,8 10V 0 10 20 30v
— VF —_— VR
DurchlaBwiderstand r¢ = £ (I) Diodenkapazitdt C = f(Vp)
f = 100 MHz
Q pF
1000 10
r G 09
08
100 - L]
0,6
N ~ f=1MHz
0,5
N 04
10 ~—] f=100MHz
0,3
0,2
01
1 0
01 1 10 100mA 0 10 20 30v
— I — K
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BA 682

Silizium-PIN-Dioden BA 683
Vorlaufige Daten SOD 80
e Fur VHF-Bandumschalter Kathode

in TV-Tunern

o Niedrige Durchschaltverluste

e Hohe Sperrdampfung

e Glas-Miniaturgehause
far Oberflachenmontage (SMD)

Typ" | BA 682 | BA 683
Best.-Nr. | Gurt: Q62702-A723 | Gurt: Q62702-A145

Grenzdaten

Sperrspannung Vi 35 Y
DurchlaBstrom I: 50 mA
Betriebstemperatur Top 100 °C
Lagertemperatur Teo | —55...+150 °C

Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung BRinin | =400 | K/IW

" Die Typenbezeichnung ist auf der Verpackung aufgestempelt.
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BA 682

BA 683
Kenndaten (7, = 25°C)
min | typ max
DurchlaBspannung Ve — — 1 \"
I. = 50 mA
Sperrstrom I — — 50 nA
Ve =20V
Diodenkapazitat, f = 1 MHz C;
BA682: Vy; =1V — — 1,5 pF
3V — — 1,2 pF
BA683: Va =1V — — 15 pF
3V - — 1,0 pF
FluBwiderstand, f = 100 MHz re
BA682: I. = 3mA — — 0,7 Q
10 mA - — 0,5 Q
BA683: I = 3mA — — 1,2 Q
10 mA - — 0,9 Q
Sperrwiderstand 1/g, — 100 — kQ
Ve =1V, Ff=100MHz
Serieninduktivitat Ls — 2 — nH
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BA 682

BA 683
Durchlaf3strom Iz = f(Vf) Diodenkapazitat Cy = f(VR)
Tpo=25°C f=1MHz
mA pF
10° 7 15
Va
7
r 7 o
10 £ 10
ya N
5 T —t——
/I
/
100 £ 05
va
5
107 0
05 06 07 08 09 10V 0 10 20 V

R

FluBwiderstand r; = f(I)
f = 100 MHz

Q
2

pq

05 N

Vi

02

01
03 05 1 2 5 1 30 mA

 —
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Silizium-PIN-Diode

BA 885

Vorléaufige Daten

e Stromgesteuerter HF-Widerstand

o Nutzbarer Frequenzbereich:
1MHz..2 GHz 7

® Besonders geeignet als Polarisations-
schalter in TV-SAT-Tunern

o Kunststoff-Miniaturgehause
flr Oberflachenmontage (SMD)

nicht

beschaltet —

[
Typ BA 885
Best.-Nr. Schuttgut: Q62702-A742 | Gurt: Q62702-A608
Stempel PA
Grenzdaten
Sperrspannung Vi 50
DurchlaB8strom I 50
Betriebstemperatur Top 100
Lagertemperatur Tog —65...+150
Wiérmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung R | =450

") Bei Montage auf AL,Os-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm.
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BA 885

Kenndaten (7, = 25°C)

min | typ max
DurchlaBspannung Ve — — 1.1 \
I. = 50 mA
Sperrstrom I — — 50 nA
Vs =30V
Diodenkapazitat Cr
Ve=10V,f= 1MHz 0,3 — pF
oV, 100 MHz 0,23 |05 pF
FluBwiderstand, f = 100 MHz I
I. = 1,5mA — 22 40 Q
10 mA — 5 7 Q
Sperrleitwert 9 — 70 — us
Vs = 0, f= 100 MHz
Diodenkapazitat C; = f(VR) FluBwiderstand r¢ = f(I)
f = 1 MHz/100 MHz f = 100 MHz
pF Q
10 103
CT l} 5
08 N
N
10?
06
5
N\
04
N o AV
- 1r|1Hzﬁ
. N ] 5 N
b2 f= 100MHz
10°
0 10 20 30V 107 5 10° 5 10’ 5 102mA

45




Silizium-Abstimmdiode

BB 112

® Zur Frequenzabstimmung
von AM-Empfangern

o Spezifizierter Durchstimm-
bereichvon 1..85V

Typ [BB112

Best-Nr. | Q62702-B240

Grenzdaten

Sperrspannung
DurchlaBstrom

To< 60°C
Betriebstemperatur

46

TO 92
N
{520 = e
3, Ltotd 3
El |
{ !
P L
-+ 3
| |0 1,+005 ("‘—_— 0,4:+095
k-1 A ;
— -
Raster 2,54

A |12 Y]
I 50 mA
T —55..+ 85 °C
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BB 112

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max

Sperrstrom I

Vo= 10V — — 50 nA
10V, T, =60°C — — 200 | nA

Wechselstromdaten

Diodenkapazitat, f = 1 MHz C:

Ve=1V 440 | 470 520 | pF
85V 165 | — 29 pF

Kapazitatsverhaltnis CcH1 18 — — _

Va=1V/85V C:85

Serienwiderstand rs — 1,4 — Q

Ve=1V,f=05MHz

Gutefaktor Q —_— 480 — —

Ve =1V, f=05MHz

Temperaturkoeffizient der Diodenkapazitat TC. — 500 - ppm/K

Va=1V,f=1MHz

Kapazitatsgleichlauf in Bestlickungsséatzen ACy — — 3 %

Ve=1...85V o
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BB 112

Diodenkapazitat C; = f(VR)

pF
600

pd
4

500 N

400 \

|
LA

300

200

LT

100

<O
w
w
e
=}
=
<

Kapazitatshub
Cy/Criy = F(VR)

]
] d

05 \

A

03 1 3 v
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Kapazitatshub
C1/Crret = f(VR)
30
G
CTref \\
\\ \\
NN
N \
\\ \
20 N\
— GO
L Cray \\\ Crasv
15 \o
AVAY
\ \
A\ \
10 A\
\
\
5
N
0
0,3 i 3 10V

Temperaturkoeffizient der
Sperrschichtkapazitat
TCc = (V)

10_-1.
K
10

TC,




Silizium-Zweifach-Abstimmdiode BB 204

o Fir FM-Tuner TO 92

e Monolithische Konstruktion mit
gemeinsamer Kathode gewahrleistet
Gleichlauf beider Teildioden

f

[
+
N

o

~

o GleichmaBiger Verlauf nach
quadratischem Gesetz

e Fir verzerrungsfreie Gegentakt-
schaltung in HiFi-Tunern

o Kapazitats-Gruppierung bei 3V,
30V fur Gerate mit hoher
Versorgungsspannung

fe— 15,54 - 5,2_0'2

+
Raster 2x 127

Typ BB 204
Best.-Nr. | Q62702-B58-X6 | Q62702-B57-X5

Farbe blau grin

Grenzdaten je Diode

Sperrspannung Vi 30 \Y
Spitzensperrspannung Viam 32 Y
DurchlaBstrom I 50 mA
T, <60°C

Lagertemperatur Tatq —55...+100 °C
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BB 204

Kenndaten je Diode (7, = 25 °C)

Gleichstromdaten min | typ max

Durchbruchspannung Vigr) 32 — — Y

I = 10 pA

Sperrstrom Iy

Ve =30V — - 20 nA
30V, 7,=60°C —_ — 02 |[uA

Wechselstromdaten

Diodenkapazitat, f = 1 MHz C:

Ve = 3V, grin 34 — 39 pF

3V, blau 37 — 42 pF

Ve = 30V, grin — 13,7 | — pF
30V, blau — 144 | — pF

Kapazitatsverhaltnis, f = 1 MHz C:3 255 (27 2,8 —

Ve =3V,30V C:30

Serienwiderstand r — 0,2 0,4 Q

C; = 38 pF, f = 100 MHz

Gutefaktor Q 100 | 200 — —

C; = 38 pF, f = 100 MHz

Temperaturkoeffizient der Diodenkapazitat TC. - 300 - ppm/K

Ve =3V, f=1MHz

50



BB 204

Diodenkapazitat C; = f (Vg) Kapazitatshub Cr./Ct = f(Vp)
je Diode, f = 1 MHz je Diode; Vet = 1V, 2V, 3V, f=1MHz
pF
80 5
[T ref
G 10 [T
L
N
s N G T
AN b
50 3 pd P
A 1
/' I~ ‘/
40 /| A
/|
2 A | N
30 pd ,/, Grov] Gy ]
N A G1+T G
od T T
N P4
20 AN 7/ o
'/
S 7/4
10
0 0
03 1 3 10 30V 0 10 20 30V
_— - VR —_— - VR

Temperaturkoeffizient der
Diodenkapazitat 7Cc = f(VR)
je Diode, f = 1 MHz

1
K

10_3L._L_,'"_' 1T TH I

i
|
1
l
1+

TG,

1075
10° 10! 102 v
—p
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Silizium-Zweifach-Abstimmdiode BB 304

e Fir FM-Tuner TO 92

e Monolithische Konstruktion mit
gemeinsamer Kathode gewahrleistet
Gleichlauf beider Teildioden

b2,
o GleichmaBiger Kapazitatsverlauf nach t’ + —
quadratischem Gesetz g 4
"2}
o Fur verzerrungsfreie Gegentakt- T
schaltung in HiFi-Tunern L
«
e Kapazitatsgruppierung bei 2V, 8 V fur £ |losr00s
Gerate mit niedriger Versorgungs- + -

spannung

Raster 2x 1,27

o In farbcodierten Paarungsgruppen
sortiert lieferbar (s. nachste Seite)

Grenzdaten je Diode

Sperrspannung I’ 30 Y
Spitzensperrspannung Vam 32 Y
DurchlaBstrom I 50 mA
T.< 60°C

Lagertemperatur Taq —55...4+100 °C
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BB 304

Kenndaten je Diode (7, = 25 °C)

min | typ max

Sperrstrom I
Va =30V — — 20 nA
30V, T,=60°C —_ — 0,2 LA
Diodenkapazitat Cr 42 — 475 | pF
Ve =2V, f=1MHz
Kapazitatsverhaltnis (o] 165 | — 1,75 | —
Ve =2V,8V,f=1MHz C.8
Serienwiderstand rs — 0,2 04 Q
C; = 38 pF, f = 100 MHz
Gutefaktor Q 100 | 200 — —
C; = 38 pF, f = 100 MHz
Kapazitatsgruppen Cr
h=2V,f=1MHz
Gruppe: rot 42 — 43,5 | pF
gelb 43 — 445 | pF
weiB 44 — 45,5 | pF
grin 45 — 46,5 | pF
blau 46 — 475 | pF
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BB 304

Diodenkapazitat Ct = (V) Kapazitatshub Cr/ Cr = f(VR)
je Diode, f = 1 MHz je Diode; Vi = 1V,2V; f=1MHz
pF
80 25
cTref 7
&7 G P
z Gy A
60 \\ C, -
T /V A
w L1
50 15 P
/ Y
40 N A, S
N (T
30 AN ! b
N
20
0,5
10
[
0 ' 0
03 1 3 v 0 2 4 6 8 v
————— VR - VR

Temperaturkoeffizient der
Diodenkapazitat 7Cc = f(VR)
je Diode, f = 1 MHz

1

K
107 | :
| | IRl
TG, | ‘L
I - } .
T \\\ d |
i \\'
1074 \\
\\
- L1 +
1050 1 | ] L JJ LJ
10° 10! 102V
—> i
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Silizium-Zweifach-Abstimmdiode

BB 314

Vorlaufige Daten

e Fur FM-Tuner mit erweitertem
Frequenzbereich

e Spezielles Implantationsprofil
gewahrleistet hohen Kapazitatshub

e Besonders geeignet fur Auto-
empfanger

® Monolithische Konstruktion fir besten
Kapazitatsgleichlauf beider Teil-
dioden,
gemeinsamer KathodenanschluB

o Kapazitatsgruppierung auf Anfrage

Typ | BB 314
Best.-Nr. | Q62702-B397

Grenzdaten je Diode

Sperrspannung
Spitzensperrspannung
DurchlaB8strom

To< 60°C
Lagertemperatur

TO 92
*—’10,2—0 ot —
E 1
:Ii 047005
18 Vv
20 \Y
50 mA
—55...4100 °C
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BB 314

Kenndaten je Diode (7, = 25 °C)

min | typ max
Sperrstrom I
Va =16V - — 20 nA
16V, T, =60°C — — 0,2 A
Diodenkapazitat, f = 1 MHz Cr
Ve =2V — 4475 | — pF
8V — 203 | — pF
Kapagzitatsverhaltnis C:2 — 2,2 — —
Ve =2V,8V;f=1MHz C.8

Diodenkapazitat C; = f(VR)
je Diode, f = 1 MHz

80

- 10

G N

60

50 A\

40 N

30

20

03 1 3 10 20V
V.
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Silizium-Abstimmdiode BB 409
® Zur Abstimmung in VHF-TV-Tunern DO 35 DHD
der FCC- und OIRT-Norm
Kathode ®0,54
1,6
l—128,9 38 28,9
Typ BB 409
Best.-Nr. Q62702-B112
Farbe grin
Grenzdaten
Sperrspannung Vi 28 \
Spitzensperrspannung Vam 30 \%
DurchlaBstrom I 20 mA
T.< 60°C
Lagertemperatur T —55...+ 150 °C
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BB 409

Kenndaten (7, = 25 °C)

min typ max
Sperrstrom I
Vqg =28V — — 50 nA
28V, T, =60°C — — 0,5 A
Diodenkapazitat, f = 1 MHz Cr
Voe= 3V 26 — 32 pF
25V 45 — 5,6 pF
Kapazitatsverhaltnis C:3 5 — 6,5 —
Va=3V,25V; f=1MHz C:25
Kapazitatsgleichlauf AC; — — 3 %
in Bestlickungssatzen Cr
Ve=1V...28V
Serienwiderstand rs — 0,3 — Q
C; = 12 pF, f = 100 MHz
Gutefaktor Q
Va= 3V, f=50MHz — 280 - —
25V, 200 MHz — 600 — —
Serieninduktivitat Ls — 3 — nH
Temperaturkoeffizient der TC.
Diodenkapazitat, f = 1 MHz
Vo= 3V, 25-107* 1/K
25V, 0,8-107* 1/K
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BB 409

Sperrstrom Iy = f(VR)

Diodenkapazitat C; = 7 (VR)

nA F
101 20
5
IR fT 50 \
- O
o Ty= 60°C ,/ 0 \
I’ \
5
7 2 N\,
o — ,/ 20
y N\
5 25°C 5
10 N\
p’ N
A P
107 L 0
10° 5 10 5 10°V 03 1 3 10 30v
——V —W
Temperaturkoeffizient der Giitefaktor Q = 7 (f)
Diodenkapazitat 7TC; = f(VR) Vg = Parameter
%
K
10° 10"
5
TCc a
T . V=25V
10 t
5 N\ \
~ 0 LN
N
N 2V
-4 ™ S
10 D N AN
3 A\
N\
N3V
1° 10°
10° 5 10 5 v 10' 5 10° 5 10°MHz
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Silizium-Abstimmdioden

BB 505 B
BB 505 G

® Fur UHF- und VHF-Tuner

DO 35 DHD

Kathode 0,54

m1
[-—28,9—=138 8, 5

~N
0

Typ BB 505 B BB 505 G

Best.-Nr. Q62702-B37 Q62702-B270

Farbe orange

Grenzdaten

Sperrspannung Va 28 Y
Spitzensperrspannung Vam 30 Vv
DurchlaBstrom I 20 mA
T,.= €8¢°C

Betriebstemperatur Top | —55...+100 °C
Lagertemperatur Tt | —55...+150 |°C
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BB 505 B
BB 505 G

Kenndaten (7, = 25 °C)

min | typ max
Sperrstrom I
Ve =28V — — 20 [nA
28V, T,=60°C — - 05 |uA
Diodenkapazitét, f = 1 MHz o
BB505B: Vg = 1V — 175 | — pF
28V 1,85 | — 225 |pF
BB505G: Vo= 1V — 175 | — pF
28V 1,8 — 24 |pF
Kapazitatsverhaltnis C1
Ve =1V,28V;f=1MHz C.28
BB 505 B 77 — 9,4 —
BB 505 G 75 —_ 9,5 —
Kapazitatsgleichlauf AC; — - 3 %
in BestUckungssatzen Cr
Ve =05V...28V
Serienwiderstand re
Cr = 9pF, f= 470 MHz
BB 505 B — - 0,7 |Q
BB 505 G — — 1 Q
Serieninduktivitat Lg —_— 3 — nH
Temperaturkoeffizient
der Diodenkapazitat
Voe= 1V,f=1MHz TC.: - 480 - ppm/K
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BB 505 B
BB 505 G

Diodenkapazitat C; = f(Vg)

f=1MHz

pF
24

/V

Cr 20

(=i

03
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BB 515B

Silizium-Abstimmdioden BB 515 G
Vorlaufige Daten Mini-plast
e Fir UHF- und VHF-TV-Tuner Kathode w000
) —=1155015 = — M

o Hohe Gute und GroBsignalfestigkeit °,

durch speziell gefiihrte Implantation r =1/ Ji =
® Kunststoff-Miniaturgehiuse g <l

far Oberflachenmontage (SMD) pacs UE

| 1L
E 0,15
o 1,35max.

Typ ' BB515B , BB 515G
Best.-Nr. | Q62702-B398 | Q62702-B399
Grenzdaten
Sperrspannung Vi 28 \%
Spitzensperrspannung Viam 30 \%
DurchlaBstrom I 20 mA
T.< 60°C
Betriebstemperatur Top —55...+100 °C
Lagertemperatur stg —55...+100 °C
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BB 515 B
BB 515 G

Kenndaten (7, = 25 °C)

min | typ max
Sperrstrom I
Va =28V — — 20 nA
28V, T, =60°C — - 0,2 A
Diodenkapazitat, f = 1 MHz Cr
BB515B: Vg = 1V — 17,7 | — pF
28V 1,85 | — 225 | pF
BB515G: Vg = 1V — 17,7 | — pF
28V 1,8 — 2,4 pF
Kapazitatsverhaltnis (o]
Ve=1V,28V; f=1MHz Cc.28
BB 515B 8 — 9,5 —
BB 515G 75 — 9,5 —
Kapazitatsgleichlauf AC; - — 3 %
in Bestlickungssatzen Cr
Ve =05V...28V
Serienwiderstand rs
C; = 9pF, f= 470 MHz
BB 515B — 055 | — Q
BB 515G —_ - 1 Q
Serieninduktivitat Lg — 25 — nH
pF
24 Diodenkapazitat Cr = f(Vg)
A f=1MHz
N
Cr 20

03 1 3 10 30V
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Silizium-Abstimmdioden

BB 609 A
BB 609 B

e Fur die Durchstimmung
breiter Frequenzbereiche in
VHF- und CATV-Tunern

o In den Anwendungsgruppen
A und B lieferbar

DO 35 DHD
Kathode ®0,54

[=—ro28,9 38 28,9 J L‘l,S

Typ BB 609 A BB 609 B
Best.-Nr. Q62702-B196 Q62702-B197
Farbe weil

Grenzdaten

Spitzensperrspannung
DurchlaBstrom

T.< 60°C
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Vem 30 \)

I 20 mA
Top —55...+100 °C
Tsg —55...+150 °C
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BB 609 A
BB 609 B

Kenndaten (7, = 25 °C)

min | typ max
Sperrstrom Iy
Vp =30V — — 20 nA
30V, T,=60°C — — 200 | nA
Diodenkapazitat, f = 1 MHz Cr
BB609A: V= 1V 325 | — — pF
28V 25 — 3 pF
BB609B: Vs = 1V 335 | — — pF
28V 2,8 — 3,2 pF
Kapazitatsverhaltnis CH 12 — 15 —
Ve =1V,28V;f=1MHz C;28
Kapazitatsgleichlauf AC; - — 2,5 %
in Bestlickungssatzen C:
Ve=1V...28V,f=1MHz
Serienwiderstand rs — 0,7 1 Q
Cr = 12 pF, f = 100 MHz
Serieninduktivitat Lg — 3 — nH

Diodenkapazitat C; = 7 (VR)
f=1MHz
pF
60 —

G
50
N

40 < : ‘

30

|
20 i
i
|

0,3 1 3 10 0V
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Silizium-Abstimmdiode BB 610

Vorlaufige Daten DO 35 DHD
e Fir Hyperband-TV-Tuner, Bd | Kafhode 90,54
o Nutzbares Kapazitatsverhaltnis > 19 ,

re—r28,9 38 28,9 ﬁi
Typ i BB 610

Best.-Nr. | Q62702-B400

Grenzdaten

Sperrspannung Vi 30 \
DurchlaBstrom I 20 mA
To< 60°C

Betriebstemperatur Top —55...+100 °C
Lagertemperatur Taq —55...+ 150 °C
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BB 610

Kenndaten (7, = 25 °C)

min | typ max

Sperrstrom I
Ve =30V — - 20 |nA
30V, T, =60°C - — 200 |[nA

Diodenkapazitat, f = 1 MHz Cr
Ve= 1V — 69 — pF
28V - 335 | — |pF

Kapazitatsverhéltnis CH 19 - - —
Va=1V,28V;f=1MHz C:28

Kapazitatsgleichlauf AC; _— — 25 %
in Bestlckungssatzen Cr
Va=1V...28V,f= 1MHz

Serienwiderstand r. — 1,3 — Q

G

@
o
pd

70

60 \
50 N

40 \

30

—

20
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BB 619 A
Silizium-Abstimmdioden BB 619 B

Vorlaufige Daten

Mini-plast
o Fur VHF-TV-Tuner mit Kathode — _, 0.01
breitem Frequenzbereich —=1554015= —ul 1,1:015
e Kunststoff-Miniaturgehause n
fur Oberflachenmontage (SMD) &= J f j
e
ossar| 1 _Jloss
. 1,35max.
Typ | BB 619 A | BB 619B
Best.-Nr. | Q62702-B401 | Q62702-B402
Grenzdaten
Sperrspannung Vi 30 Y
DurchlaBstrom I 20 mA
TA< 80°C
Betriebstemperatur Top —55...+100 °C
Lagertemperatur stg —55...+100 °C
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BB619 A
BB 619B

Kenndaten (7, = 25 °C)

min | typ max
Sperrstrom I
Vo =30V — — 20 nA
30V, T, =60°C — — 200 |nA
Diodenkapazitat, f = 1 MHz Cr
BB619A: V= 1V — 375 | — pF
28V 2,5 — 3 pF
BB619B: V= 1V — 39 — pF
28V 2,8 — 3,2 pF
Kapazitatsverhéltnis C: 12 — — —
Va=1V,28V;f= 1MHz C:28
Kapazitatsgleichlauf AC: — — 2,5 %
in Bestlickungssatzen C:
Ve=1V...28V,f=1MHz
Serienwiderstand rs e 065 | — Q
Serienindukiivitat Ls — 2,5 — nH

Diodenkapazitat C; = (V)
f=1MHz
pF
60

G

50

40

30

20

0
03 1 3 10 30V
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Silizium-Abstimmdiode BB 620

Vorlaufige Daten Mini-plast
e Fir Hyperband-TV-Tuner, Bd | Kathode — _, 0..01
o Nutzbares Kapazitatsverhaltnis > 19 —={155+015 = —- el 12015
o Kunststoff-Miniaturgehause r '/ =
far Oberflachenmontage (SMD) v y

T_os

o 1,35max.
Typ [ BB 620
Best.-Nr. | Q62702-B403
Grenzdaten
Sperrspannung Vi 30 \%
DurchlaBstrom I 20 mA
T,.< 60°C
Betriebstemperatur Top —55...+100 °C
Lagertemperatur Tag —55...+100 °C
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BB 620

Kenndaten (7, = 25 °C)

min | typ max
Sperrstrom I
Ve =30V - - 20 nA
30V, T,=60°C — — 200 | nA
Diodenkapazitat, f = 1 MHz Cr
Va= 1V — 69 — pF
28V — 335 | — pF
Kapazitatsverhaltnis Ci1 19 — —_ —
Ve=1V,28V; f=1MHz C:28
Kapazitatsgleichlauf AC; — — 2,5 %
in Bestlickungssatzen Cr
Ve=1V...28V,f=1MHz
Serienwiderstand re - 1,3 - Q

Diodenkapazitat C; = f(Vg)
f = 1MHz

pF
100 —

90 —t-

o

80 \N

7
va

70 1

60

50 N
40 \

30

20

10 - T

0

03 1 3 10 30V
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Silizium-Abstimmdiode

BB 801

Vorlaufige Daten

o Fur Schwingkreisabstimmung
bis 2 GHz insbesondere in
TV-SAT-Tunern

o Niedrige Endkapazitat
@ Honher nutzbarer Kapazitatshub

o Kunststoff-Miniaturgehause
far Oberflachenmontage (SMD)

Typ BB 801

Best.-Nr. Schittgut: Q62702-B346

Stempel UF

Grenzdaten

Sperrspannung
Spitzensperrspannung
DurchlaBstrom

T,< 60°C
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

SOT 23
‘_32 ~4-{8] 015
o
—=1095] ]
icht \ g
glecschu(fef'- :H . Af] ! - f N 8) l
X5
,L +0,2 §- ‘g( i : :l
K 0,Ymax
0,48_
© TR i
[lo2sMiB [ .30
Vi | 28 |V
Viam 30 \%
e 20 mA
Ton 100 °C
T —65...+ 150 °C
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BB 801

Kenndaten (7, = 25 °C)

min | typ max
Sperrstrom Iy
V=28V — — 20 nA
28V, T, =60°C — — 500 |nA
Diodenkapazitat, f = 1 MHz C:
Vo= 1V - 9 - pF
28V — 1 — pF
Kapazitatsverhaltnis C — 9 — —
Ve =1V,28V; f= 1MHz C:28
Serienwiderstand rs — 1 — Q
C; = 9pF, f= 100 MHz
Gehéausekapazitat Ce - 0,1 — pF
f=1MHz

Diodenkapazitat C; = f(Vg)
f= 1MHz

pF
12

N
I
\
2 N
N
0
03 10 10 30V
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Silizium-Zweifach-Abstimmdiode BB 804

e Fir FM-Tuner SOT 23
e Monolithische Konstruktion mit . gg —}1{8] -
gemeinsamer Kathode gewéhrleistet . ‘
Gleichlauf beider Teildioden _J_’{ H—{c] ——loﬁ 9
&
o GleichmaBiger Kapazitatsverlauf At ﬂf:lE 7 EN
nach quadratischem Gesetz i <
|
o Geeignet flr verzerrungsfreie ;
Gegentaktschaltung in HiFi-Tunern K
Kapazitatsgruppen verfigbar 0,48_g,
e Kunststoff-Miniaturgehduse B EORE

far Oberflachenmontage (SMD)

Typ BB 804
Best-Nr. | Schittgut: Q62702-B328 | Gurt: Q62702-B356

Stempel SF (Kapazitatsgruppenkennung siehe néchste Seite)

Grenzdaten je Diode

Sperrspannung Vi 18 \
Spitzensperrspannung Viam 20 \Y
DurchlaBstrom I 50 mA
TA< 60°C

Betriebstemperatur Top 100 °C
Lagertemperatur Tog —65...+150 °C
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BB 804

Kenndaten je Diode (7, = 25 °C)

min | typ max

Sperrstrom I
Ve =16V - — 20 nA
16V, T, =60°C — — 200 (nA

Diodenkapazitat C: 42 — 47,5 | pF

Ve =2V, f=1MHz

Kapazitatsverhaltnis % 165 |17 — —

Ve =2V,8V;f=1MHz C.8

Serienwiderstand rs — 0,25 | — Q

C; = 38 pF, f = 100 MHz

Gutefaktor Q — 170 - —

C; = 38 pF, f = 100 MHz

Temperaturkoeffizient der TC: — 330 — ppm/K

Diodenkapazitat

Ve=2V,f=1MHz

Kapazitatsgruppen" C;

Va=2V,f=1MHz

Gruppe O 42 — 43,5 | pF
1 43 — 445 | pF
2 44 — 455 |pF
3 45 — 46,5 |pF
4 46 — 47,5 |pF

" Die Kapazitatsgruppe ist auf dem Bauelement durch Bestempelung mit der Gruppen-Nr. gekennzeich-
net und auf dem Packzettel vermerkt. Eine Verpackungseinheit (z. B. 8-mm-Gurt) enthilt nur Dioden
einer Sortiergruppe. Eine Bestellung einzelner Kapazitatsgruppen ist nur auf Anfrage méglich.
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BB 804

Diodenkapazitat C; = 7 (VR)

) c
je Diode, f = 1 MHz Kapazit'atshub.éle_' = f(Vp)

=
je Diode; Vigr = 1V,2V; f=1MHz

pF
80 3
5%
G
& ™ N Crer v ’[?—V!
G
A ! v AT
60 § / CT—ZL
~\ ) /| L '
50 /
\\ p
40 \\ 4
N /
30 N, 4
NN 1
N~\
20 -
10
0 0
03 10 0 20V 0 5 10 15 0V

" ——

Temperaturkoeffizient 7TC; = 7 (Vp)
je Diode, f = 1 MHz '

1

K
1073

TCc 5

1074 AN

1075
03 1 1° 30V
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Silizium-Zweifach-Abstimmdiode BB 814
Vorlaufige Daten SOT 23
e Mit groBem Kapazitatshub fir 30} (8]
FM-Tuner mit erweitertem Frequenz- ____4 oL
bereich | "M R
=53] s
e Besonders fir Gerate mit kleiner Hat1 A2|‘ZJ- ! TN &) L
Abstimmspannung, [ E ér 7
speziell fur Autoempfanger ! 02 s & HE-+/ 3
e Durch monolithische Konstruktion K 01max T
(gemeinsame Kathode) Gleichlauf 0,48_o,
beider Teildioden gewahrleistet £ - T Sl Jum._
- . [0.25(M) B [(] \l 2.30°
o Kapazitatsgruppierung auf Anfrage -

o Kunststoff-Miniaturgehéduse
fUr Oberflachenmontage (SMD)

Typ BB 814
Best.-Nr. Q62702-B404
Stempei SH

Grenzdaten je Diode

Sperrspannung
Spitzensperrspannung
DurchlaBstrom

To=< 60°C
Lagertemperatur

78

Vi 18 Vv
Vam 20 \'
I 50 mA
Teto —55...+100 °C



BB 814

Kenndaten je Diode (7, = 25°C)

min | typ max
Sperrstrom I
Vi =16V - — 20 nA
16V, 7, =60°C — — 0,2 pA
Diodenkapazitat, f = 1 MHz C:
Va=2V — 4475 | — pF
8V — 203 | — pF
Kapazitatsverhaltnis Cr2 - 2,2 — —
Ve =2V,8V;f=1MHz C.8

Diodenkapazitat C = f(Vg)
je Diode, f = 1 MHz
pF
100

90

&

80

70 N

60
50 AN

40 N\

30 N

20

03 1 3 10 20V
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Transistoren




Silizium-NPN-HF-Transistor BF 199

o Fur nicht geregelte TV-ZF-Verstarkerstu- TO 92
fen in Emitterschaltung

o Kileine Rickwirkungskapazitat
durch Schirmdiffusion
4,2 0,

i

25.05 }

!

4,5 4—=52_g2f=—

r‘” | N1
llo.6% N
O,A*Qii = N b.OA +0,05
Raster 2x 127 ter 127
Typ l BF 199 aster ,27 Raster 1,27
Best.-Nr. | Q62702-F355
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 25 \
Kollektor-Basis-Spannung Vieso 40 \'
Emitter-Basis-Spannung Veso 4 \Y
Kollektorstrom I 25 mA
Basisstrom Iy 2 mA
Gesamtverlustleistung Piot 500 mwW
(To< 25°C)
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Tstq —55...+150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Riua | =250 | K/W
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BF 199

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max
Kollektor-Basis-Reststrom Iego — — 100 | nA
Veg = 40V

Stromverstérkung Aee 38 85 — —

I, = 7mA, Ve = 10V

Basis-Emitterspannung Vae -_— 780 — mV
I.=7mA, V=10V

Wechselstromdaten

Transitfrequenz fr —_ 550 — MHz
I. = 5mA, Ve = 10V, f= 100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat Cep - 0,32 | — pF
Ve = 10V, Ve =0, f=1MHz

Optimale Leistungsverstarkung Gie opt — 43 — dB
I =7mA, Ve = 10V, f = 35 MHz

Y-Parameter, Emitterschaltung
I, =7mA, Ve = 10V, f = 35 MHz

Gite — 48 — mS
Cite — 45 — pF
|y1gel - 70 _— IJ.S
@ 12e — —-95 | — Grd
| Yotel — 175 — mS
Pote — —-25 | — Grd
G22e - 80 — uS
Caze - 1,7 - pF
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BF 199

Gesamtverlustleistung P, = f(T)

mw
600

Prot 300 N

T 400

300 \

200

0 50 100 150°C
A

Kollektorstrom I = f(Vge)

mA
16

% —
I

Tu

10

0 0,5 1,0V

— Ve

84

Unterer Streuwert der Kollektor-
Emitter-Durchbruchspannung
Viericer = f(Age)

v
50
V(BR)EER
40 N
N
30
N
LR =R I
20
10 o
0
107 10° 10’ 10? 10°kQ
RBE
Kollektorstrom I = f(Ig)
mA
30 o
20V AT LA
15V 7T A
Ie 10V /:',/ _
DA T
/r
20 //><)// >
1/ -
//// 1/
15 /
/{/
10 ffvcfzv
5
0
0 200 400 600  BOOpA

= Iy



BF 199

Ausgangskennlinien Io = f (V) Kollektor-Basis-Kapazitat ¢, = 7 (Vp)
f=1MHz
mA
25 001 08
v |
50
I, -1 o 07
T 20 L 300 ?
|
/ 250 0,6
// P el l ‘
15 /4 200 0,5
1
/ \
0,4
—— 150 — N\,
o A 03 ™
0 ‘4\\
100— T
r 0,2
5
15:50;:';;: 01
]
0 - 0
0 b 8 12 16 20 24V 0 10 20 30V
> Vie ——— V(8
KurzschluB-Vorwértssteilheit y,,, = 7 (1) Transitfrequenz fr = £ (Ig)
f = 35 MHz f= 100 MHz
MHz
?050y 700
f
A
I)’zul - T 600 // N
7/ ™
A NN 500/ NGN20V
A\VAN / )
200 NN ™\ NN
NN \o
N NN
N 300 ‘5V
Vee=2V
100 ] T
200 VCE:2V
-
/1 100 SN
0 L 0 A
0 10 20  24mA 0 10 20 26mA
—>I —I
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BF 240

Silizium-NPN-HF-Transistoren BF 241
e Fur den Einsatz in AM- und FM-Stufen TO 92
o Ruickwirkungsarm durch Schirmdiffusion
o Niedriger Ausgangsleitwert
‘ 4,2—0, e
R
i
_ Tf I bollwo,os
—— - |—-— ; -
Raster 2x1,27 Raster 1,2
Typ | BF 240 | BF 241
Best.-Nr. | Q62702-F302 | Q62702-F303
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 40 \Y
Kollektor-Basis-Spannung o 40 \Y
Emitter-Basis-Spannung Veeso 4 \Y
Kollektorstrom I 25 mA
Basisstrom Iy 2 mA
Gesamtverlustleistung Pior 250 mw
(To< 45°C)
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Tt —55...+150 °C
Wiarmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinia | =420 | K/W

86



BF 240

BF 241

Kenndaten (7, = 25°C)
Gleichstromdaten min | typ max
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Vigrceo 40 — — v
I, = 10 pA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung VisriEBO 4 — — \
I, = 10 pA
Kollektor-Basis-Reststrom Icgo — — 100 | nA
Vg = 20V
Basis-Emitter-Spannung Ve — 700 — mV
I.=1mA, Ve = 10V
Stromverstarkung Ree
I =1mA, Ve = 10V
BF 240 65 - 220 | —
BF 241 35 — 125 | —
Wechselstromdaten
Transitfrequenz fr — 400 — MHz
I.=1mA, Vi = 10V
Kollektor-Basis-Kapazitat Co —_ 0,3 - pF
Ve = 10V, Vge =0V, f=1MHz
Rauschzahl F - 1,7 - dB
Io. = 1mA, Ve = 10V, f = 100 kHz
Rs= 300Q
Ausgangsleitwert G2
I. = 1mA, Ve = 10V, f= 10,7 MHz — — 10,5 | uS

0,5 MHz — — 8,3 us
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BF 240
BF 241

Gesamtverlustleistung P,,, = (T)

mwW
300
P?ot
! AN
|
\
' 200 \
N\
\
I
1OOL T ! \
BERE \\
N\
\
NEEREE i
0 5 100
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BF 254

Silizium-NPN-HF-Transistoren BF 255
e FlUr AM-FM-Stufen TO 92
E
5 B C
4,29
5,202 = =
1@ ot
| JI 0,6'0'2 IT \/;
i 723 \ b\‘-f
0,400 e 0,4 +095
——] | j—— -
Raster 2x 1,27 Raster 1,27
Typ | BF 254 ‘ BF 255
Best.-Nr. ‘ Q62702-F201 | Q62702-F202
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 20 \%
Kollektor-Basis-Spannung Vies 30 \%
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 \%
Kollektorstrom I 30 mA
Gesamtverlustleistung Piot 250 mw
(To< 45°C)
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Tog —65...4+150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung BRinua | =420 | K/w
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BF 254

BF 255

Kenndaten (7, = 25°C)
Gleichstromdaten min | typ max
Stromverstérkung Pee
I. = 1mA, Vg =10V
BF 254 65 — 220 | —
BF 255 35 — 130 | —
Basis-Emitter-Spannung Ve — 0,68 | — \Y
I = 1mA, Ve = 10V
Wechselstromdaten
Transitfrequenz fr
I. = 1mA, Ve =10V, f= 100 MHz
BF 254 — 260 — MHz
BF 255 — 220 — MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat Cep — 0,6 — pF
Veg = 10V, Vg =0V, f=1MHz
Kollektor-Emitter-Kapazitat C.e — 0.6 — pF
Ve = 10V, Vge =0V, f=1MHz
Rauschzahl F
I. =1mA, Vi =10V
f= 1MHz g5 = 1,5mS" - 1,2 — dB

100 MHz, 10 mS" — 3,8 — dB

) gs = Generatorleitwert
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BF 254

BF 255
Wechselstromdaten (Fortsetzung)
Y-Parameter, typische Werte, I,=10V
f 91 by, Vil | @2 1Yorl | @2 922 by,
MHz mS mS us Grd. |mS Grd. | uS us
Emitterschaltung
0,45 BF 254 | 0,3 0,06 |17 —90 |38 0 3,2 3,4
BF 2551045 |008 |17 —90 |38 0 2,7 3,4
10,7 BF 254 | 0,4 15 41 -90 |37 —-10 |4 8,1
BF 255 | 0,5 1,75 |41 —-90 |37 —-10 | 3,8 8,1
Basisschaltung
100 BF 255 | 34 | —35 250 | —85 |33 | 150 |18 | 700

Gesamtverlustleistung P, = 7(T,)

mw
300 ———

' 200

100

I
{
| .
I || ‘
0 50 100 150°C

91



Silizium-PNP-HF-Transistor BF 414

@ FUr rauscharme groBsignalfeste TO 92
VHF- und UKW-Stufen in Basis-
schaltung

1,6-01
S
¢
] -
L
}

15.02

frn—
Fan
'

k,5_1—. 5,2_0’2 fn—
2

0 6.0,2
i -

0.10’00?_ -1 0,4 +005
—— - p—-— —— p——

Raster 2x1,27 Raster 1,27
Typ | BF 414
Best.-Nr. | Q62702-F517
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 30 \
Kollektor-Basis-Spannung Veso 40 \Y
Emitter-Basis-Spannung Veso 4 \'
Kollektorstrom e 25 mA
Basisstrom Iy 3 mA
Gesamtverlustleistung P 300 mw
(Toa< 45°C)
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Tt —55...4+150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinin | =350 | K/W
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BF 414

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vier) ceo 30 — — \Y
I.=2mA, L =0

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Vigriceo 40 — — Vv
I. = 10uA, I =

Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vieryeso 4 - — \%
I = 10 pA

Kollektor-Basis-Reststrom Icgo — — 60 nA
Vg = 20V

Stromverstarkung Pee 30 80 — —

I =4mA, Vge = 10V -

Wechselstromdaten

Transitfrequenz fr

I = 1mA, Ve = 10V, f = 100 MHz — 400 — MHz
5 mA, 10V, 100 MHz — 560 — MHz

Kollektor-Emitter-Kapazitat Cee — 0,1 — pF

Ve = 10V, Vge =0V, f=1MHz

Rauschzahl F — 3 — dB

Io =5mA, Ve = 10V, f= 100 MHz

Rs = 60Q
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BF 450

Silizium-PNP-HF-Transistoren BF 451
o Fir AM- und FM-Stufen TO 92
o Kleine Riuckwirkungskapazitat
in Emitterschaltung durch Schirmdiffusion
4,20,

Typ | BF 450

l BF 451

Best.-Nr. | Q62702-F312

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Basisstrom
Gesamtverlustleistung

(Th< 45°C)
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung

94

| @62702-F313

VCEO

Teg

H!hJA

N
3 g

j lo' 6.0,2
0, 1,+005

=3
+i
—

—— | f——
Raster 2x 1,27

40
40
4
25
5
250

150
—55...4+150

| <420

2o |

[0,'.").1"‘—> 5,2‘0 2
é] - <

0,1' +0,05

-

——
Raster 1,27

mA
mA
mw

°C
°C
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BF 450

BF 451
Kenndaten (7, = 25°C)
Gleichstromdaten min | typ max
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vier) ceo 40 - — v
I. = 2mA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Vier) ceo 40 — — \Y
I. =10 pA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vgries0 4 — — \%
I = 10 pA
Kollektor-Basis-Reststrom Iego — — 50 nA
Vg = 30V
Stromverstarkung Pee
I.=1mA, Vg = 10V
BF 450 65 — 220 | —
BF 451 35 — 125 | —
Basis-Emitter-DurchlaBspannung Ve — 0,72 — \%
I. =1mA, Vg = 10V
Wechselstromdaten
Transitfrequenz f,
I = 1mA, Vg = 10V, f= 100 MHz
BF 450 — 375 - MHz
BF 451 — 325 — MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat Cep — 0,32 - pF
Ve =10V, Vge =0V, f=1MHz
Rauschzahl, Ve = 10V F
I. = 1mA, f= 100 kHz, Rg = 300Q — 2 — dB
2mA, 100 MHz, 60 Q — 3 — dB
Y-Parameter, Emitterschaltung
I. =1mA, Vo =10V
f=045...10 MHz Gite
BF 450 — 0,5 — mS
BF 451 - 0,8 - mS
Cite
BF 450 - 17 — pF
BF 451 - 19 — pF
|}’21e| —_ 35 — mS
Coze - 1.4 — pF
f = 500 kHz G226 - - 8 us
10 MHz Jaoe — — 10 us
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BF 450

BF 451
Gesamtverlustleistung Py = f(7,) Eingangskennlinie Io = f(Vpgg)
Vee = 10V
mw mA
300 15
P
t;t | B IE
| \ T
|
' 200 \\ 10
\
| + | —
i Fl |
100 - ‘ 5
1 \
| i N\
R \ | |
T f T I
ol 111 Ll \ 0 >
0 50 100 150°C 0 0,5 1,0v

Ausgangskennlinien Io = f(Vg)

mA
15 "
350uAL T 300A
I pEE——
[/ 200uA
10 / - —
150 AT |
) 4
/
00 uA™ |
sH/ 4
Ig=50pA_| |
0
0 5 10V
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Kollektorstrom I = f(Ig)
mA

R/
RNy /A

/4

vy
=1

0 200 400 600 pA
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BF 450

BF 451
Transitfrequenz fr = f (Ig) Ausgangsleitwert gy, = £ (Ic)
f= 100 MHz Ve = 10V, f = 500 kHz
MHz us
600 20 — /
" 0 - Taze /
L~
T 15 [/
N 15 /
400 B N \10\ ! max. typ
FTTN /
N s Ny,
Ve=2V /
/
200 /
5 / /
100 /
0 0
0 5 10 15 mA 0 1 2 3 4 SmA
—»]c — - [C
Kollektor-Basis-Kapazitat c., = f(Vcg) KurzschluB-Vorwirtssteilheit |y, = 7 (1)
f=1MHz f=10,7 MHz
pF mS
08 [ 400
Cch \ lyﬂel 15
[ 06 \ 300 ~
\ o
\ VCE=5V
0 N 200 /
N\
- . /
0,2 100 %
0 0
0 [ 8 12 16 20V 0 5 10 1SmA

—> Vs
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BF 450

Eingangsleitwert y4;,
Vce = 10V

mS
40

bye

30

o
20 —fezImAZ ‘r/ﬂ* 200MHz—]
100 MHz

SmA
2mA
3mA

10 {35MH2

10MHz
o LWLL |
0 10 20 30mS

. g11e

Vorwértssteilheit y,,
Ve = 10V

‘—>|y21e,

0 50 100 150 200 mS
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BF 451
Ausgangsleitwert y,,,
Vee = 10V
uS
10°
b22e
10°
V4
Y, |
e
10 AI= 1mA
A F 2mA
11 ; i
HEH T 3mA
T SmA
1 11
1
0 10MHz
10° Ii
10° 10’ 102 10%u8



Silizium-PNP-HF-Transistor

BF 506

o Fir rauscharme groBsignalfeste
VHF-Misch- und Oszillatorstufen
in Basisschaltung

Typ | BF 506
Best.-Nr. | Q62702-F534

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung

W Aallalt D i Q
KoneKior-oasis-spannung

Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Basisstrom
Gesamtverlustleistung
(To< 45°C)
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung

VCEO
v CBO
VEBO

Tstg

RthJA

B
S ! a :
0,602
T 047905
—— - j——
Raster 2x1,27
35
40
4
30
5
300
150
—55...+ 150
| =350

TO 92

4,2,

1,

] f-—
Raster 1,27

\V)

mA
mw

°C

| K/W

I‘—1‘,5 R b 5,2 -02
=)
£
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BF 506

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vigr) ceo 35 — - \
I, =2mA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Visrcso 40 — — \
I. = 10 A

Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vieries0 4 — — Vv
I = 10 pA

Kollektor-Basis-Reststrom Ieso — — 100 | nA
Veg = 20V

Stromverstarkung Aee 25 — — -
I. = 3mA, Ve = 10V

Wechselstromdaten

Transitfrequenz f; - 850 — MHz
I, =2mA, Vg =10V, f= 100 MHz

Kollektor-Emitter-Kapazitét Ceo — 0,12 | — Y
Vg = 10V, Vge =0V, f=1MHz

Rauschzahl F — 3 — dB
I =2mA, Vg =10V, f= 200 MHz

Rs =600
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Silizium-NPN-HF-Transistor BF 517
Vorléaufige Daten SOT 23
30
e Fir Breitbandverstarker bis 1 GHz (8] 0,15
19 0,09
e Fur Oszillatoranwendungen L A98|— F I x
0. . A | 2
e Kunststoff-Miniaturgehause HE | B ’ LN &) L
fir Oberflaichenmontage (SMD) T | ' 8 é( T e
: 02 5% —
C 0,Imax 7 T
0,48_;
= jﬂmax
a C 2°..30°
zs@le [c] =
Typ BF 517
Best.-Nr. Schittgut: Q62702-F988 ] Gurt: Q62702-F78
Stempel LR
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 15 \
Kollektor-Basis-Spannung Veso 20 \Y
Emitter-Basis-Spannung Vego 3 \Y
Kollektorstrom I 25 mA
Basisstrom Iy 5 mA
Gesamtverlustleistung P 280 mwW
(TA< 25°C)
Sperrschichttemperatur T, 150 °C
Lagertemperatur Tetg —65...+150 °C
Wiarmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinia | =450 | K/w?

" Bei Montage auf AL,Os-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm
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BF 517

Kenndaten (TA = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung ViR ceo 15 — — \

I.=1mA, I =0

Kollektor-Basis-Reststrom Ipo — — 50 nA

Vee =15V, =0

Stromverstarkung Ree 25 — 250 | —

I. = 5mA, Vg =10V

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Ve sat — 0,1 0,5 \%

I. =10mA, I = 1TmA

Basis-Emitter-Sattigungsspannung Veesat —_ — 0,9 |V

I. =10mA, I = 1mA

Wechselstromdaten

Transitfreqguenz fr 1 2 - GHz

I. = 5mA, Vi = 10V, f = 200 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat Cop 0,3 0,5 0,75 | pF

Vg = 10V, Vge =0V, f=1MHz

Kollektor-Emitter-Kapazitat Cee - 0,26 |04 pF

Ve = 10V, Vge =0V, f=1MHz

Rauschzahl F

I. = 5mA, Vi = 10V, f = 100 MHz - 25 - dB
800 MHz _ 5 - dB
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BF 517

Gesamtverlustleistung Py, = 7(7T,)

mw
300
\
N
Ph)? \
! N
200
\\
\\
100 \\
\
\
0 |
0 50 100 150 °C
—_— 7;

Kollektor-Basis-Kapazitat ¢, = f(Vg)
f=1MHz

pF
10

i
|

06

04

02

— V%

Transitfrequenz f+ = (1)

Vee = 10V, f = 200 MHz

GHz
3
f,
7
/

2T
A

0

0 10 20 30 mA
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Silizium-PNP-HF-Transistor BF 550
® Fur Verstéarker in Emitterschaltung SOT 23
bis 300 MHz
e 30
e Fir Mischschaltungen in AM-FM- 2,8 0,15
Rundfunk- und VHF-TV-Anwendungen 95- H—{C] 009
T=[0I95]— . ®
o Niedrige Kollektor-Basis-Kapazitat £ B S §\1 L
durch Schirmdiffusion = : 55 "7
[ N
e Kontrollierter niedriger Ausgangsleitwert | +02 :—:5_ -
L . C 0‘|maxF t
o Kunststoff-Miniaturgehause B
fir Oberflachenmontage (SMD) 048.01 [=o2®@A] _J“"m
[eozsmB [ L
Typ BF 550
Best.-Nr. Schittgut: Q62702-F547 | Gurt: Q62702-F944
Stempel LA
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 40 \Y
Kollektor-Basis-Spannung Veso 40 \%
Emitter-Basis-Spannung Veso 4 Y
Kollektorstrom I 25 mA
Basisstrom Iy 5 mA
Gesamtverlustleistung Piot 280 mw
(Ta< 25°C)
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Tsg —65...+150 °C
Wiarmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinia | =450 | K/w?

" Bei Montage auf AL.O;-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm
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BF 550

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vigr) ceo 40 — — \Y

I.=1mA =0

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Vigriceo 40 — — \

I =10pA, =0

Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vigreso 4 — — \%

I =10upA I =0

Kollektor-Basis-Reststrom Icgo — — 100 nA

Ve =30V, =0

Stromverstarkung hee 50 — 250 | —

I. = 1mA, Ve = 10V

Basis-Emitter-Spannung Ve — 0,72 | — \

I. = 1mA, Ve = 10V

Wechselstromdaten

Transitfrequenz fr - 350 — MHz

I. = 1mA, Ve = 10V, f = 100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat Cep - 0,33 | — pF

Vg = 10V, Vge =0V, f=1MHz

Kollektor-Emitter-Kapazitat Cee — 067 | — pF

Vee = 10V, Vge =0V, f=1MHz

Rauschzahl Vg = 10V F

I, = 1mA, f= 100 kHz, R = 300Q - 2 — dB

2mA, 100 MHz, 60Q — 3,4 — dB

Y-Parameter, Emitterschaltung

I.=1mA, Ve = 10V

f=045...10 MHz Gite — 550 - us
Cite — 17 — pF
[ Yarel - 35 - mS
Cooe - 1,3 — pF

f = 500 kHz Gz — 5 8 us

10 MHz G2 — 5 10 usS
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BF 550

Gesamtverlustleistung P,,, = 7(T,) Stromverstéarkung hee = £ (Ig)
Vee = 10V
mw
300 “—‘ 103 T
s
N 5
h
tot FE
o \\ m
200 — 102 -
L | ; l[ N
\
N
100 N\ "
\
o wc H 1
0 50 100 150 °C 102 107 10° 10’ 102 mA
—1 I
Kollektorstrom I = f(Vgg) Séttigungsspannung Viggy = (1)
Vee = 10V heg = 10
mA mA
10? 102
5
I I >
10’
y & "
5 f 1
Il 10 Z
A v
5 i
10° £ |
5 I
I 100
-1
10 :. 5
5 i
F
Il
102 10"
06 07 08 09 0V 0 01 02 03 04
— Vg = Vesat
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BF 550

Reststrom Icgy = 7 (Ta) Transitfrequenz 71 = f (I¢)
Veg = 30V f= 100 MHz
nA MHz
10* 600
5
I ya f;
- 103 7 max. ! 500 P -
i = —
5 ” T
NN 15
'3 1000 \ N
10 et T °
5 - \\ S
300
/ T V(E=2V
10’ L
5 7 20
l’
) y
bl 4 100
5 v,
V4
/|
0 0
0 50 100 150 °C 0 5 10 15 mA
— =1
Kollektor-Basis-Kapazitat ¢, = f(Vcg) Ausgangsleitwert g, = f(1¢)
f=1MHz Vee = 10V, f = 500 kHz
pF us
! T /
Ceb 992e / y
max. // typ.
05 N\ 10 //
o
\\\ /
5 n
//
. ol L
0 10 20 V 0 1 2 3 4 SmA
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BF 550

KurzschluB-Vorwirtssteilheit | V210] = (1) KurzschluB-Vorwirtssteilheit y,
f= 10,7 MHz Vee = 10V

——V2el

0 50 100 150 200 mS

mS
400

Iyﬂel 350

T 300 /10

250 /
200 /‘

150

Q<
"

w
<
|

100

50 /

=
wn
s
<
v;
3
b=
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Silizium-NPN-HF-Transistor BF 554

e FUr aligemeine Kleinsignal-HF-Anwen- SOT 23
dungen bis 300 MHz in Verstéarker-,
i - i 30_
Misch- und Oszillatorschaltungen 28 —T 015
e Kunststoff-Miniaturgehiuse 1M1 09
fur Oberflachenmontage (SMD) =095 . g
i E B ! R i L‘ %3\1 J
T T X x
t 3 §§ L[ e
C (ﬁmax 7 T
0,48_;
> EM@ —-J11max
[¢lozsMIB [ ] \j 2..30°
po—"
Typ BF 554
Best.-Nr. Schuttgut: Q62702-F551 Gurt: Q62702-F1042
Stempel CcC
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 20 \
Kollektor-Basis-Spannung Veso 30 \
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 Y
Kollektorstrom I 30 mA
Gesamtverlustleistung Pt 280 mwW
(TA< 25°C)
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur T —65...+150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung R | =450 | K/W?

" Bei Montage auf AL.Os-Keramiksubstrat 16,7 mm x 156 mm x 0,7 mm
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BF 554

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vigr) ceo 20 — — Vv

I.=1mA, I =0

Kollektor-Basis-Reststrom Iego — — 100 |[nA

Vg =20V, . =0

Stromverstarkung hee 60 — 250 —

I =1mA, V. = 10V

Basis-Emitter-Spannung Vae — 0,7 — \Y

Io = 1mA, Vi = 10V

Wechselstromdaten

Transitfrequenz fr - 250 — MHz

I =1mA, Ve =10V, f = 100 MHz

Kollekior-Basis-Kapazitai Ceo — 0,6 — pF

Vee = 10V, Vge =0V, f=1MHz

Rauschzahl F

I =1mA, Vg =10V

f = 200kHz, gs = 2mS — 1,5 — dB

1 MHz, 1,5mS — 1,2 — dB

100 MHz, 10 mS — 3 — dB

Ausgangsleitwert J22e - 4 - us

Io =1mA, Ve =10V, f=0,5...10 MHz
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BF 554

Stromverstérkung hee = 7(1Ig)

|

Gesamtverlustleistung P, = 7 (7,)
W Vee = 10V
300 103 m

P \\ h 5

r \ fFE
200 =
5
N
\\
\
\ 5
0 100
0 50 100 150 °C 1072 10 100 10' 102 mA
—— IA —_— 1(
Kollektorstrom I = f(Vgg) Sittigungsspannung Viegar = (o)
Vee = 10V hee = 10
mA mA
10 10?
5
I I >
/ g
10’ +
v 4
5 Vi 10
J
I
/ s
100 ;= ’l
5
[ hi 100
10 § 5
5 —
10-2 10—1 (-
05 06 07 08 09 0V 0 01 02 03 04 05V
- VBE - VCEsat
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BF 554

Reststrom Icgo = f(T,)
Veg = 20V

nA

104

5

I(BO

i
-

10’

100 /

10»1 P4
0

Kollektorkapazitét ¢, = (V)

f=1MHz
pF
15
Ceb
10 (
\\
05
0
0 10

112

Transitfrequenz f; = 7 (Ig)
Vee = 10V, f = 100 MHz

MHz
500
fr
400
ya ~
300

~—

200

100

0 10 20 mA

I

Rauschzahl F = £ (f)

Ic =1mA, Vg =10V, A = 60Q
dB
5

0
07 510° 5% 51 5 10°MHz
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Silizium-PNP-HF-Transistor

BF 569

e Fur Oszillatoren, Mischer SOT 23
und selbstschwingende Mischstufen 30
in UHF-TV-Tunern ] 0,15
0,09
e Kunststoff-Miniaturgehause .1 95| ~— e I x
fir Oberflachenmontage (SMD) he | s — N £ t
T f 5 x
| \*o.z %gci_’r (/==
C 0,1max 7 T
0,48_
= Em —Jﬂmax
EYEQRE \/ .30
"
Typ BF 569
Best.-Nr. Schittgut: Q62702-F548 | Gurt: Q62702-F869
Stempel LH
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 35 \%
Kollektor-Basis-Spannung B0 40 Y
Emitter-Basis-Spannung £BO 3 Vv
Kollektorstrom I 30 mA
Basisstrom I 5 mA
Gesamtverlustleistung Pior 280 mwW
(To< 25°C)
Sperrschichttemperatur Ti 150 °C
Lagertemperatur Teg —55...4+150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinia | =450 | K/w?

" Bei Montage auf AL,Os-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm
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BF 569

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten

min

typ

max

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I.=1mA, I =0

Kollektor-Basis-Reststrom
Vie =20V, =0

Stromverstarkung
I. =3mA, Vi =10V

Wechselstromdaten

V(BR) CEO

ICBO

hiee

35

20

50

100

nA

Transitfrequenz
I. = 3mA, Ve = 10V, f= 100 MHz

- Kollektor-Basis-Kapazitat
Veg = 10V, Vge =0V, f= 1 MHz
Koiiektor-Emitier-Kapazitai
Ve = 10V, Vge =0V, f=1MHz
Rauschzahl

Io = 3mA, Vgg = 10V, f = 800 MHz
Rs=600Q

Leistungsverstarkung (Basisschaltung)
I. = 3mA, Vg = 10V, f = 800 MHz
R_= 500Q
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BF 569

Gesamtverlustleistung Py = f(Tp)

mw
300
P N
ti
ft \\
200
\
\
\
100 \\
N
0
0 50 100 150 °C

Kollektor-Basis-Kapazitat ¢, = f(Vcg)
f=1MHz
pF
1,0

Cep

Ve

Transitfrequenz f; = f(Ig)
Vee = 10V, f = 100 MHz

MHz
1200

£
XT 1000

800

600

|
/

]
[

200

0 5 10 mA
c
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Silizium-PNP-HF-Transistor

BF 579

o Fur VHF/UHF-Verstérker mit
geringer Verzerrung und
niedrigem Rauschen

® Fir UHF-Oszillatoranwendungen
in TV-Tunern

® Arbeitsstrom typ. 10 mA

o Kunststoff-Miniaturgehause
fur Oberflachenmontage (SMD)

+
o
N

0,48.9,
2s®[s [ ]
Typ BF 579
Best.-Nr. Schittgut: Q62702-F552 | Gurt: Q62702-F971
Stempel LJ
Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Basisstrom
Gesamtverlustleistung
(To< 25°C)
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung

VCEO
CBO
EBO

VoS

tot

b |

stg

RthJA

150

| <450

" Bei Montage auf AL,Os-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm
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BF 579

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vigr) ceo 20 —_ — \Y

I.=1mA, I; =0

Kollektor-Basis-Reststrom Igo — - 100 | nA

Ve =20V, =0

Stromverstarkung Pee 20 — — —

I. = 10mA, Vg = 10V

Wechselstromdaten

Transitfrequenz fr — 1,6 - GHz

I, = 10mA, Ve = 10V, f= 100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat Cop — 0,41 — pF

Vg = 10V, Vge =0V, f= 1MHz

Kollektor-Emitter-Kapazitat Cee — 0,16 | — pF

Ve = 10V, Vge =0V, f=1MHz

Rauschzahl F

I =10mA, Vg = 10V, A, = 60Q

f = 800 MHz — 4 — dB
200 MHz —_ 2,9 - dB

Leistungsverstéarkung (Basisschaltung) Ge — 16 — dB

I = 10mA, Vg = 10V, f = 800 MHz

R. = 5000
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BF 579

Gesamtverlustleistung Py, = f(T,)
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Silizium-NPN-HF-Transistor BF 599

o Fur ZF-HF-Anwendungen SOT 23
in Emitterschaltung 30
=35 18]
e Niedrige Kollektor-Basis- 28 015
o ; e 19} M) 0,09
Kapazitat durch Schirmdiffusion B ‘0195-_ﬁ i — 5
o Kunststoff-Miniaturgehause HE B ¥ F/4N & &
fur Oberflachenmontage (SMD) L i -1 é(
l E E - ~ N
: +0,2 ~ 23 -
C 0,1max i {
0,48 01
EMIE 1,imax
EYEQIRIE 2.30°
o
Typ BF 599
Best.-Nr. Schittgut: Q62702-F550 | Gurt: Q62702-F979
Stempel NB
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 25 \%
Kollektor-Basis-Spannung Veso 40 \%
Emitter-Basis-Spannung Veso 4 \%
Kollektorstrom I 25 mA
Basisstrom Iy 5 mA
Gesamtverlustleistung Pt 280 mw
(Ta=<25°C)
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tog —65...4+ 150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rihin | =450 | K/w?

" Bei Montage auf AL,O;-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm
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BF 599

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten

min

typ

max

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I.=1mA, =0

Kollektor-Basis-Reststrom
Vg =20V, I =0

Stromverstarkung
Io =7 mA, Ve = 10V

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
I. =10mA, I, = 1mA

Basis-Emitter-Spannung
I. =7mA, Ve = 10V

Wechselstromdaten

‘/(BR) CEO
I CBO

hee

VCE sat

VBE

25

38

70

0,15

0,78

100

nA

T-— ns Nﬁ-nn
a n cqucl 2

I = 5mA, Vee = 10V, f= 100 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Vg = 10V, Vge =0V, f=1MHz

Kollektor-Emitter-Kapazitat
Ve = 10V, Vge =0V, f=1MHz

Optimale Leistungsverstarkung
I. =7mA, Ve =10V, f= 35MHz

KurzschluB-Vorwartssteilheit
I.=7mA, Ve =10V, f= 35 MHz
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BF 599

Stromverstérkung Age
Vee = 10V

= (L)

Gesamtverlustleistung P, = 7(7,)
mw
300 103
\ 5 i
Rot N h{z f
T N\
200 10?
C 5 i
\
N I
100 \\ 0
\
\ 5
0 100
0 50 100 150 °C 1072 107! 10° 10’ 10?mA
—=1 -1
Kollektorstrom I = f(Vgg) Sattigungsspannung Vgeear = f(1g)
Vee = 10V hee = 10
mA mA
‘02 102
> 5
I I
. 7 |
5 f Lk /
/
/ 5
10°
5 ]
]
I 100
i
1072 0!
05 06 07 08 09 0V 0 01 0,2 03 04 0sVv
— Ve — Vesat
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BF 599

Reststrom Icgo = f(T)

Transitfrequenz fr = £ (1)

Veg = 20V f= 100 MHz

nA MHz

104 600

5

—

Iego ra f, / N

0 V1 | 500 -~

; | ARANN

= 7 max. 400 \ \\ N\

10? - ‘ \
° & 300 \ \ \

) )4 v \-2v—— 5V 10V
10 | e=
5 Y- 200
P A
Typ.
10° /.
. 100
y
107 0
0 50 100 150 °C 0 10 20 mA
'/ —I
Kollektor-Basis-Kapazitat c., = f(Vg) KurzschluB-Vorwértssteilheit | V21| = 7 (1)
f=1MHz
pF mS
1.0 300
Ceb I)'z1e| —
/| \
200} \ N
\EANR'S
\ N 10
05 N 5
N N\
N N
~ Vee=2V
S~ 100 £
=
0 0
0 10 20 24mA
0 10 20V L
—¥ks
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Silizium-PNP-HF-Transistor BF 606 A

o Fir VHF-Oszillatorstufen, speziell TO 92
zur Ansteuerung von MOSFET-Mischstufen
C
M 4,20,
[—-— *—’{ foe—
N A
X TAN VI RS |
7 iR
ogor L IIN
1 0,4+005 F M W’
A I 0,4 +005
I uy S
Raster 2x1,27 Raster 1,27
Typ | BF 606 A
Best-Nr. | Q62702-F535
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 30 \Y
Koilektor-Basis-Spannung Veso 40 Y
Emitter-Basis-Spannung Veso 4 \%
Kollektorstrom I 25 mA
Emitterstrom I 30 mA
Gesamtverlustleistung Piot 300 mwW
(T,< 45°C)
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Teto —55...+150 °C
Wiarmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinia | =350 | K/IW
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BF 606 A

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten

min | typ max
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vigryceo 30 - — \
I. = 2mA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Vier) ceo 40 — — \%
I = 10 pA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung V er)es0 4 — — \
I. = 10 pA
Kollektor-Basis-Reststrom Iego — — 60 nA
Vg = 20V
Stromverstéarkung hee 30 — — —
I. = 1mA, Vi =10V
Wechselstromdaten
Transitfrequenz fr — 700 — MHz
I. = 5mA, Vi =10V, f= 100 MHz
Kollektor-Emitter-Kapazitat Cee — 0,35 | — pF
Ve = 10V, Vge =0V, f=1MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat Cep — — 0,85 | pF

Ve = 10V, Vee = 0V, f= 1 MHz
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Silizium-PNP-HF-Transistor BF 660
o Fur VHF-Tuner-Oszillatoranwendungen SOT 23
o Kunststoff-Miniaturgehause 38 8] .
far Oberflachenmontage (SMD g
ar ge ( ) I——-——‘ M — 0,09 -
=095~ . ©
9e Lo B TN 5|
l 1 02 ‘%’_ oé\( :‘:\—“
C (ﬁmax 7 ?
0,48.01
ijaxF—-—
felas®@lB ] c] 2.30°
Typ BF 660
Best.-Nr. Schittgut: Q62702-F549 | Gurt: Q62702-F982
Stempel LE
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 30 \%
Kollektor-Basis-Spannung 'cB0 40 \%
Emitter-Basis-Spannung £B0O 4 \
Kollektorstrom c 25 mA
Emitterstrom I 30 mA
Gesamtverlustleistung Piot 280 mwW
(To< 25°C)
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Tog —65...+ 150 °C
Wiarmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rnoa | =450 | K/W?

" Bei Montage auf AL,Os-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm
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BF 660

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten

min

typ

max

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I.=1mA =0

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Io.=10pA, =0

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
I =10pA, ;=0

Kollektor-Basis-Reststrom
Veg =20V, I =0

Stromverstarkung
Io =3mA, Ve = 10V

Wechselstromdaten

V(BR)CEO
V(BR) CBO
|/(BR)EBO

ICBO

Pee

30

40

30

50

nA

Transitfrequenz
\7 £
1

r E e A 17 EVaY 4NN AALL
Ic = OSMA, Ve = 10V, 100

VU winz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Vg = 10V, Vge =0V, f=1MHz

Kollektor-Emitter-Kapazitat
Vee = 10V, Vge =0V, f=1MHz
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BF 660

Gesamtverlustleistung P, = 7(T,) Transitfrequenz fr = f(Ig)
Vee = 10V, f = 100 MHz
mw MHz
300 1200
N
Ptot \\ fT
\ | 1000
200 800
. /4 -
/ ™
N\ 600 7 N
N N
N
\ [
100 \ 400
\ [
\ 200
0 0
0 50 100 150 °C 0 10 20 mA
—=1 —L

Kollektor-Basis-Kapazitat ¢, = 7 (Vp)
f=1MHz

pF
1.5

Ceb

10

0.5 —
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Silizium-NPN-HF-Transistor

BF 763

@ FUr rauscharme Verstarker
und Oszillatoren bis 1 GHz

Typ | BF 763
Best.-Nr. | Q62702-F766

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Gesamtverlustleistung
(To< 25°C)
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung
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BF 763

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Visriceo 15 — — Vv

I = 1mA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Vier) cso 25 — — \Y

I, = 10 pA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vigr eso 3,56 — — \%

I. = 10 pA

Kollektor-Basis-Reststrom Icgo - — 50 nA

Vg = 15V

Stromverstarkung hee 25 —_ 250 —

I. =5mA, Ve = 10V

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Viesat — — 0,5 \%

I. =10mA, I = 1TmA

Wechselstromdaten

Transitfrequenz fr — 2000 | — MHz

I. = 5mA, Vi = 10V, f = 200 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat Ceo 0,3 - 0,9 pF

Veg =10V, Vge =0V, f= 1MHz

Rauschzahl F

I. =5mA, Ve =10V, R = 60Q

f = 200 MHz - 2,5 — dB
800 MHz - 5 — dB
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Silizium-NPN-HF-Transistor

BF 770 A

® Rauscharmer Breitbandtransistor SOT 23
im Frequenzbereich bis 2 GHz bei 30
Kollektorstromen bis 30 mA 8] 015
0,09
e Fir ZF-Verstérker in TV-Sat-Tunern 4 J095 f— - = x
. o H- N I E
und fiir VCR-Modulatoren te | s 7L &) l
e Kunststoff-Miniaturgehause T ] R
far Oberflachenmontage (SMD) | o3 «Eg( e
C 0,Imax 1,4 T
0,48.¢;
= = Em@l —Jﬂmax
[¢fo250[B [ (] \j z.30°
Typ BF 770 A
Best.-Nr. Schiittgut: Q62702-F1068 l Gurt: Q62702-F1080
Stempel LS
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Vieo 12 \%
Kollektor-Basis-Spannung Veso 15 \Y
Emitter-Basis-Spannung Veso 2 Y
Kollektorstrom 1. 50 mA
Basisstrom Iy 10 mA
Gesamtverlustleistung Pt 280 mw
(Ta< 25°C)
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur T —65...4+150 °C
Wiarmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung R | =450 | K/w?

" Bei Montage auf AL,Os-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm
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BF 770 A

Kenndaten (7T, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Viericeo 12 — — \%
I,=1mA, I, =0

Kollektor-Basis-Reststrom Icgo - — 50 nA
Vg =5V, =0

Stromverstarkung hee 40 90 — —
I =30mA, Vi =5V

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Veesat — 0,13 |05 \
I. =50mA, I = 5mA

Wechselstromdaten

Transitfrequenz fr — 55 - GHz
I. = 30mA, Ve = 5V, f = 200 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat Cop — 0,6 — pF
Vg =5V, Vge =0V, f=1MHz

Kollektor-Emitter-Kapazitat Coe — 0,3 — pF
Ve =5V, Vge =0V, f=1MHz

Rauschzahl F — 2 — dB

I, = 10mA, Vg = 5V, f = 800 MHz

Leistungsverstarkung G — 13 — dB
I. = 30mA, Vg =5V, f= 800 MHz
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BF 770 A

Gesamtverlustleistung P, = f(T,)

mwW
300
. N
t
f 1
200
\\
\\
100 \
\
\
[v}
0 50 100 150 °C
—— TA

Kollektor-Basis-Kapazitat c., = f(Vp)
f=1MHz

pF
10

[

04

0.2

— ks
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Transitfrequenz ;1 = f(1Ig)
Ve = 5V, f = 200 MHz

GHz
6
LT
f;
f 5
L

(<]
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Rauschzahl F = £ (1)
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dB
: 1]
Fo Rs=502) |
1
]
\—/’
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/"’/ |
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= =T | |
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Silizium-NPN-HF-Transistor BF 775

@ Fur breitbandige Kleinsignal- SOT 23
anwendungen bis 2 GHz

L
|

P
f

o Fur HF-Verstarker, Mischer und

Oszillatoren in TV-Sat-Tunern | — %
i I €
e Kunststoff-Miniaturgehéuse e | B F1 N &)\ i
fir Oberflachenmontage (SMD) f 1 Mk E é\f_ —P»‘t'\'-
! 40,2 e 09 —

C 0,1max f‘ ?
O,L&m
jumax

EYEQRN 2..30°
"

Typ BF 775
Best.-Nr. Schittgut: Q62702-F991 [ Gurt: Q62702-F102
Stempel LO
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 12 \
Kollektor-Basis-Spannung Veso 20 \)
Emitter-Basis-Spannung Veso 2,5 \Y
Kollektorstrom I 30 mA
Basisstrom I 4 mA
Gesamtverlustleistung Piot 280 mw
(Ta< 25°C)
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Tetg —65...4+150 °C
Waiarmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung BRinia | =450 | Krw?

1) Bei Montage auf AL,O;-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm
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BF 775

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung VieR) ceo 12 — — \%

I.=1mA, =0

Kollektor-Basis-Reststrom Icgo — — 50 nA

Veg =10V, I =0

Stromverstarkung, Ve = 6V hee

I. = 5mA 40 90 250 | —
20 mA 40 100 — —

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung ViEsat — 0,16 |05 \

I. =20mA, Iy = 2mA

Wechselstromdaten

Transitfrequenz fr

I. = 5mA, Vi =6V, f=200MHz — 35 — GHz
20 mA, 6V, 200 MHz — 4,5 — GHz

Kollektor-Basis-Kapazitat Cep — 0,58 — pF

Vg =6V, Vge =0V, f=1MHz

Kollektor-Emitter-Kapazitat Cee — 0,27 — pF

Vee = 10V, Vge =0V, f=1MHz

Rauschzahl F — 2.1 — dB

I. = 2mA, Vg =6V, f= 800MHz
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BF 775

Gesamtverlustleistung Py, = f(T,)

mw
300
P N\
tot \
200
\
\\
\\
100 \\
A\
\
0
0 50 100 150 °C
—

Kollektor-Basis-Kapazitat ¢, = f(Vp)
f=1MHz

pF
10

Ceb
08

0L

02

Transitfrequenz f; = £ (1)

Vee = 6V, f = 200 MHz

GHz
5

/'
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Silizium-NPN-HF-Transistor BF 799
e Fur breitbandige Verstarkeranwen- SOT 23
dungen bis 500 MHz bei hoher 30
Aussteuerung 28 8] 0,15
l-—-—" 0,09
e Fir die Ansteuerung von Oberflachen- [y ST e =~ x
wellenfiltern in TV-Tunern | E 5 ' 7L £ l
e Kunststoff-Miniaturgehause T T 5%
fir Oberflachenmontage (SMD) | 02 E £ — 7ﬁ-3
C 0,imax 7 1
0,48
= EAIAY e
EIFEQIEIE \] 2.30°
"

Typ BF 799

Best.-Nr. Schuttgut: Q62702-F788

Gurt: Q62702-F935

Stempel LK

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisspitzenstrom
Gesamtverlustleistung

(TA =< 25°C)
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung

VCEO

Piot

Tstg

RthJA

20 \
30 \
30 \

3 \
35 mA
50 mA
15 mA
280 mW
150 °C
—65...+150 °C

| =450 | K/W?

Y Bei Montage auf AL,Os-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm
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BF 799

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung VigR) ceo 20 — — \

I.=1mA, =0

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung V(gR) ceo 30 — — \%

Ic=10pA, =0

Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vier)ero 3 — — \

I = 10 pA

Kollektor-Basis-Reststrom Igo — — 100 nA

Vg = 20V

Stromverstarkung, Ve = 10V hee

I. = 5mA 35 95 — —
20 mA 40 100 250 | —

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Viesat — 0,15 |05 \%

I, =20 mA, I, = 2mA

Basis-Emitter-Sattigungsspannung Viaesat — — 0,9 |V
I.=20mA, I = 2mA

Wechselstromdaten

Transitfrequenz fr

I.= 5mA, Vi =10V, f= 100 MHz — 800 — MHz
20 mA, 8V, 100 MHz — 1100 | — MHz

Ausgangskapazitat Cop — 096 | — pF

Vs = 10V, f=1MHz, I, = 0

Kollektor-Basis-Kapazitat Cep - 0,7 — pF
Vg = 10V, Vge =0V, f=1MHz

Kollektor-Emitter-Kapazitat Cee — 0,28 — pF
Ve = 10V, Vge =0V, f=1MHz

Rauschzahl F — 3 — dB
I.= 5mA, Vg =10V, f= 100 MHz

Rs= 50Q

Ausgangsleitwert Oooe — 60 — us

I, = 20 mA, Vg = 10V, f = 35 MHz
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BF 799

Gesamtverlustleistung Py, = 7(7,)

mwW
300
\
t
to \\
200
\\
\\
100 \\
\
\
0
0 50 100 150 °C
R 7[;

Kollektor-Basis-Kapazitat c., = 7 (Vcp)
f=1MHz

pF
1,5
Ccb \\
1,0
0,5
0
0 10 20V
— Vs
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Silizium-NPN-HF-Transistor

BF 959

e Fir den Einsatz als leistungsfahiger
ZF-Verstarker in Verbindung mit
Oberflachenwellenfiltern

o Fur lineare Verstarkerstufen im
VHF-Bereich mit hohen Signalpegeln

e Fur Oszillatoranwendungen

Typ | BF 959
Best.-Nr. | Q62702-F640

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorspitzenstrom
Basisspitzenstrom
Gesamtverlustleistung

(Ta <25°C, Ve <15V)
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

Wiarmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung

l/CEO

Raster 2x127

LL:TF

100
30
500

150
—55...+ 150

| <250

TO 92

4,2 0,

1,

25.05 }

|
!
) "
[RYg
0,4y +095

{‘*14,5-1—“- 52.02

Raster 1,27
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BF 959

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten

min

typ

max

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I. = 1mA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
I. = 10 pA

Kollektor-Basis-Reststrom
V=20V

Stromverstéarkung, Ve = 10V
I. = 5mA
20 mA

Basis-Emitter-DurchlaBspannung
I = 20 mA, Ve =10V

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

I, = 30 mA, I = 2mA o

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
I. = 30mA, I =2mA

Wechselstromdaten

V(BR) CEO
V(BR) CBO
V(BR) EBO

ICBO

hee

VB E

V,

= CEsal

VB Esat

20

30

35
40

85
0,75

100

0,95

v

Transitfrequenz
I = 20 mA, Ve = 10V, f = 100 MHz
30 mA, 5V

Ausgangskapazitat
Veg =10V, [ =0, f=1MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Vee = 10V, Vge = 0, f= 1 MHz

Rauschzahl
Vee = 10V, f = 200 MHz, R = 60 Q
I.= 5mA

20 mA

KurzschluB-Ausgangsleitwert
I = 20mA, Ve = 10V, f= 35 MHz
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BF 959

Gesamtverlustleistung P, = 7(T,)

mw
600 =

F;M
4 500 \

400 -

/7

- \N
300 N

200

100 N

0 50 100 150 °C
— T

Kollektor-Basis-Kapazitéat c., = f(Vp)
f=1MHz

pF
1.5
Ccb |
1,0
\\
N
——
0,5
0
0 10 20 mV

— Vi

Transitfrequenz fr = f (1)

f= 100 MHz
MHz
1200
N
A /i R\
1000 ~ N
T |\ V=2V sv\\

0 BN
J \

600 \
|

400 l

/'

200

0 10 20 30 40 50mA

.——b.lc
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode

BF 960

® FUr Verstarker und Mischer bis 1 GHz
in UHF- und VHF-TV-Tunern

o Kleine Eingangs- und Ausgangs-
kapazitaten

Typ | BF 960
Best.-Nr. | Q62702-F499

Grenzdaten

Drain-Source-Spannung
Drainstrom

Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom
Gesamtverlustleistung

T,.< 60°C

Lagertemperatur

Kanaltemperatur

Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung
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Tst aq
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BF 960

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max
Drain-Source-Durchbruchspannung Vigr) os 20 — — Y
I, = 10pA, —Vgs = —Ves =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung * Vigrjaiss 8,5 — 17 \%
*lgis = 10MA, Vgos = Vps =0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung * Vigrazss 8,5 — 17 \'%
+lgs = 10MA, Vg = Vs =0

Gate 1-Reststrom =+ Igss — — 50 nA
£ Vais =5V, Vs = Vps =0

Gate 2-Reststrom * Igpss — — 50 nA
t Vs =5V, Vs = Vps =0

Drainstrom Ioss 2 — 20 mA
Vos = 15V, Vs = 0, Vg = 4V

Gate 1-Source-Abschnirspannung —Vaism — —_ 2,7 \%
Vos = 18V, Vg = 4V, I, = 20 uA

Gate 2-Source-Abschnirspannung — Vass (p) — - 2,7 \'%
Vos = 18V, Vg = 0, I, = 20 pA
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BF 960

Kenndaten (7, = 25°C)

Wechselstromdaten

min

typ

max

Vorwartssteilheit
Vos=15V, In =7 mA, Vgps =4V, f=1kHz

Gate 1-Eingangskapazitat
Vos=15V, In =7 mA, Vgps =4V, f=1MHz

Gate 2-Eingangskapazitat
Vos =15V, I =7 mA, Vg =4V, f=1MHz

Rickwirkungskapazitat

Vos = 16V, I = TmA, Vg = 4V, f=1MHz

Ausgangskapazitat
Vos=15V, Ip=7mA, Vgps=4V, f=1MHz

Leistungsverstarkung

Vos =15V, I, =7 mA,

f=200 MHz, Go=2mS, G_. =0,5mS
(MeBschaltung 1)

f=800 MHz, Gz =3,3mS, G_.=1mS
(MeBschaltung 2)

Rauschzahl

Vos =15V, I, =7 mA

f=200 MHz, G; =2mS, G_. =0,5mS
(MeBschaltung 1)

f=800 MHz, G; =3,3mS, G_.=1mS
(MeBschaltung 2)

Regelumfang
Vos =15V, Vg =4...—2 V, f= 800 MHz

Mischverstarkung

Vos =15V, Vs =4V, f=800 MHz

fir= 36 MHz, 2 Af =5 MHz, V,,, = 800 mV
(MeBschaltung 3)
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BF 960

Gesamtverlustleistung P, = F(T,) Ausgangskennlinienfeld I, = f(Vpg)
Vaes = 4V
mW mA
300 20 l [
L 08
tot ID ’L
+ 5 - 0.6 M
Nive I
200 0.4
A\ |
N 10 Hf = 0.2V
\
N\ |
\\ oV
100 \ A l
N /
) =0,2V—|
\ Pza L]
N\ / -0,4V
o -0.6V
. Vers=-0,8Y
0 0 ) S
0 50 100 150 °C 0 5 10 15 20V
—= = s
Gate 1-Steilheit gy = £ (V1s) Gate 1-Steilheit g, = £ (Vos)
Vos = 15V Vos = 15V
Ipss = 7MA, f = 1kHz Ioss = 7mA, f = 1 kHz
mS mS
15 “ T { I 15 T
Ve2s =4V 3= /oab"‘
g gfs1 / -~
fs1
i y/ETER oV __
T // —~\ / 1
10 / ZV\\ 10 ///
[l / / Vgis=-05V
f
AN M = al
i .
1l 05V %%
5 Ny 5 [
Yov \ !
NN
L N )4
i (05 /
0 - 0
-2 -1 0 1V -1 0 1 2 3 4 5V

> Veas
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BF 960

Drainstrom I = f(Vgg)

Vos = 15V
mA
30 T y
Vors=4V [ | f23v
/
I
=
' V|
A
2 / 4
/
/ / L =1V
)45
v
10
, |ttt =0V
7
— A
0 -‘m
-1 0 1 2 3
— Vs
Gate 2-Eingangskapazitét c . = £ (Vaos)
Vgis = OV, Vpg = 15V
Ipss = 7 mA, f = 1MHz
pF
20
Cg2ss
T 15 “
A
10 S
05
-1 0 1 2 3 A 5V

— Veas
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Gate 1-Eingangskapazitat Cgiss = (Vais)
Vaos = 4V, Vpg = 15V
Inss = 7mA, f=1MHz
pF
20

05

-1 0 1V

— Veis

Ausgangskapazitat c4 = f(Vpg)
Vais = 0V, Vgos = 4V
Ipss = 7 mA, f =1MHz
pF
20

Veos =4V
T 15

05

— Vos



BF 960

Gate 1-Eingangsleitwert y, Gate 1-Steilheit y,;¢
Vps = 15V, Vgos = 4V Vpos = 15V, Vgos = 4V
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung)

mS mS

10 I T O 7T T TT=1mA

100 = 15mA L £ =100 MHz

b 9 7 — 5 200MHzpmd]

s 3} £=800 MHz ns ) 1 ]| 1SmA
8

T !1 T LIUI‘)‘HJ N

7 15 600M+iz4 -

) 600 MHz ERN ™

11 800MHz Y\ | T™

'S N

400MHz \

7110

fl.u
|
I

w9

15

915 15
Z—I%—~200Ml'|lz
|
T 1
1—1E1OOMHZ
J | |
N ®

0 1 2 3 b 5mS 0 5 10 15mS

Ins 9as

-

Ausgangsleitwert y,o¢
Vpos = 16V, Vgps = 4V
(Sourceschaltung)

mS

7 10 15mA

800MHz

—_—
=
-
new

1 15
600MHz

0 01 0,2 03 04 05 mS

—_—
gZZs
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BF 960

Leistungsverstérkung G = f(Vgys)

Vbs = 15V, Vi = 0, Ipss = 7 mA

f = 200 MHz (s. MeBschaltung 1)
dB
40

Gy 30 ]

T 20 ey — 1

4 3 2 1 0 12V

’ VGZS

Leistungsverstérkung G, = (Vgog)
Vpos = 15V, Vgis = 0, Ipgs = 7 mA
f = 800 MHz, Rg = 0 (s. MeBschaltung 2)

dB
40 ]

Gps 30

T 20
. —

3
o
—
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RauschmaB F = f(Vgys)
Vps = 15V, Vgig = 0, Ipgg = 7 mA
f = 200 MHz (s. MeBschaltung 1)

dB
10

9

5 3 3 2 1 0 1V

— Vs

RauschmaB F = £ (Vgy5)
Vos = 16V, Vgis = 0, Ipgs = 7 mA
f = 800 MHz, AR5 = 0 (s. MeBschaltung 2)

dB
10

9

5 4 3 2 1 0 -1V

’ VGZS



BF 960

1%-KM-Storspannung Vine (1) = £ (find)? 1%-KM-Stérspannung Vin¢ (19, = f(AGps)“
Vps = 15V, Vgos = 4V, Vgig = 1V VDS 15V, Vgig = 1V, f = 800 M
f = 800 MHz (s. MeBschaltung 2) finy = 700 MHz (s. MeBschaltung 2)
mV mV
10’ 10° =
Vit 1% Viat 1%
T T . A )
M~~~
102 \‘\ 1’/ 102 \‘ / \ /
— 7z
N
10 10
10° 10°
700 800 900 MHz 0 -0 -20 -30dB
— fint — AG s
Mischverstérkung G,sc = 7 (Rs) Mischverstarkung G,sc = f(Voso)
f = 800 MHz, f s = 836 MHz, V ;. = 800 mV f = 800 MHz, f,s. = 836 MHz, Ag = 150 Q
Vos = 15V, Vgog = 4V, Ipss = 7 mA Vpos = 16V, Vgos = 4V, Ipgs = 7 mA
(s. MeBschaltung 3) (s. MeBschaltung 3)
dB dB
20 20
Gpsc Gpsc
— . P~
T 15 T 15 7 =
10 10
5 5
0 0 1
0 100 200 3009 0 05 1,0 15V
— R " Vosc

" FuBnote s. Seite 151
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BF 960

MeBschaltung 1 fiir Leistungsverstéarkung und Rauschen
f=200MHz, Gg=2mS, G. =05 mS

VGZS

270k

Hi

nF

150



BF 960

MeBschaltung 3 fiir Mischverstéarkung
f=2800/36 MHz

Voas
; T 270k N 2nF Output
02.3F x| Lo 600
Input nF l < || ’ ‘I f=36Mnz

oscillator 4‘
836M HZ_LO,SpF

Input 3 L Rs 5,6pF
60Q 3nF
aoommi ”I

Vos

) Vint (1) ist der Effektivwert der halben EMK (Klemmenspannung bei Anpassung) eines 100% sinusmodu-
lierten Fernsehtrigers bei einem Generator-Innenwiderstand von 60 Q, der auf dem Nutztrager 1% Am-
plituden-Modulation verursacht.
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode

BF 961

o Fur Vor- und Mischstufen in
UKW- und VHF-TV-Tunern

Typ | BF 961
Best.-Nr. | Q62702-F518

Grenzdaten

Drain-Source-Spannung
Drainstrom

Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom
Gesamtverlustleistung

TAo=< 60°C

Lagertemperatur

Kanaltemperatur

Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung
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BF 961

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max
Drain-Source-Durchbruchspannung Vigr) os 20 — — \%
I, = 10pA, — Vg = — Vs = 4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung + Vigrjaiss 8,5 —_ 17 \
+I5is = 10MA, Vs = Vs =0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung =+ Vigr)cess 8,5 — 17 \'%
*Ips = 10mMA, Vg = Vs =0

Gate 1-Reststrom =+ Isiss — — 50 nA
+ Ve =8V, Vos = Vos =0

Gate 2-Reststrom =+ Iooss — — 50 nA
+ Vs = 5V, Vgig = Vps = 0

Drainstrom Ings 4 — 20 mA
Vos = 15V, Vs = 0, Vigos = 4V

Gate 1-Source-Abschnirspannung — Vs — — 3,5 \
Vs = 15V, Vs = 4V, I, = 20 uA

Gate 2-Source-Abschniirspannung — Vaos — — 3,5 \
Vos = 15V, Vs = 0, Ip = 20 pA
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BF 961

Kenndaten (7, = 25°C)

Wechselstromdaten

min

typ

max

Vorwartssteilheit

Vos =15V, Ip =10 MA, Vs =4V, f=1kHz

Gate 1-Eingangskapazitat

Vos = 15V, Iy = 10 MA, Vs =4V, f=1 MHz

Gate 2-Eingangskapazitat

Vos =15V, Iy = 10 MA, Vggs =4V, f=1 MHz

Ruckwirkungskapazitat

Vos =15V, Ip = 10 mA, Vs =4V, f=1 MHz

Ausgangskapazitat

Vos =15V, Iy = 10 MA, Vs =4V, f=1 MHz

Leistungsverstarkung

Vos =15V, I, =10 mA

f=200 MHz, G;=2mS, G. =05mS
2Af=12 MHz (MeBschaltung 1)

Rauschzahl
f=200 MHz, G; =2mS, G.=0,5mS
(MeBschaltung 1)

Regelumfang
Vos=15V, Vgs=4... =2V, f=200 MHz
(MeBschaltung 1)

Mischverstarkung (additiv)

Vos= 15V, Vg =6V, Rg=2200Q
f= 200 MHz, f; = 36 MHz
2Afie=5MHz, V=05V
(MeBschaltung 2)

Mischverstarkung (multiplikativ)

Vos= 15V, V5is=17V, Vs =25V
Ry = 2209, f= 200 MHz, f;r = 36 MHz
2Afie=5MHz, V =2V
(MeBschaltung 3)
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BF 961

Gesamtverlustleistung Py, = 7(T,) Ausgangskennlinienfeld I, = f(Vpg)
Vs = 4V
mW mA
300 20 T
] Vars=0.6V 11
] [
Pot Io [ 1]
A A 04V
4
| RE I/
200 0,2
\ 10 oV
\\
100 N 0.2V
\\ 5 A 11 Lﬁ
\\ v -04V |
7’ -0,6Vi T
1A -08V
0 o L |
0 50 100 150 °C 0 5 10 15 20V
—1, — Vps
Gate 1-Steilheit gr; = 7 (Vg1s) Gate 1-Steilheit gy, = 7 (Vgos)
Vps = 15V Vos = 15V
Ioss = 10mA, f = 1kHz Ioss = 10mA, f = 1 kHz
ms ms
20 T 20
1 N
7 :A 7
Gts1 GZS" N gfs1
+—1 1 —1 V515s=0,5V
T EEEE y /7‘ T G1s - =
TN / oV
15 7/ 3V 15 A
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B WY JiVi
N
g
/ANEEN 1Y/
0 1y - 0 L
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— Vi1 VGZS
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BF 961

Drainstrom I, = f(Vg4s) Gate 1-Eingangskapazitét c s = f(Vg1g)

Vps = 15V Vaos = 4V, Vpg = 15V
Ipss = 10mA, f = 1 MHz
mA PF
P VarslV =3V A =2V >
ID H fg1ss
L Y, L ]
/ Lt
- — |
20 e
3 7
/ <=1V
//

/ :

10
1
nuny//; =0V
P T
T 11
o L | 0
-1 0 i z 3V -1 0 iV
— Vs — Vais
Gate 2-Eingangskapazitat cgps = f(Vgos) Ausgangskapazitét ¢, = f(Vpg)

Vgis = 0V, Vpg = 15V

Vais = 0V, Vgos = 4V
Ipss = 10 MA, f = 1 MHz

Ibss = 10mA, f = 1 MHz

pF pF
Sr 5
Cg2ss Cdss
T . - , T .
3 3
2 \\\ 2 N
N ™~
- T
1 1
0 0
-1 0 1 2 3 [A 5V 0 10 20V

— Vaas — Vps
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BF 961

Gate 1-Eingangsleitwert y Gate 1-Steilheit y,q
Vos = 15V, Vo = 4V Vps = 15V, Vg = 4V
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung)
ms ms
o ® I
Ip=1mA |
bus S 5f—800Mkz~ bas 1 ety 315 [770[15
AT { 1 if =100 MHz
A IOIN ]
15 1.{ -5 N 5
1 PNGT 110415
W AL
3£ 600 MHz PO0MHz
4 3 3
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R \ Ji
7 4,00 MHZ AL \ [ [ z0omMH2RN0 A
3
| 14
b 7600M Z
- 3
> 17 200 MHz 15 N
1 N800 MHz
5— T 1
L1?o MHz
|
0 1 20
0 5 10 ms -5 0 5 10 15 20 ms
Gus ™ gas

Ausgangsleitwert y,,¢
Vpos = 15V, Vgog = 4V
(Sourceschaltung)
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bazs
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1 feet—t
100 MHz
0 11

0 01 02 03 04 05 06ms
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BF 961

Leistungsverstérkung G, = f(Vgos)
Vbos = 15V, Vg1s = 0V, Ipgg = 10mA
f = 200 MHz (s. MeBschaltung 1)

dB

40

Gps 30

.

-2 -1 0 1 2 3
— Va5

LV

1%-KM-Stérspannung Vi, (19, = f(AGpsc)”

Vbs = 15V, Vg5 = 0, f = 200 MH
fint = 221 MHz (s. MeBschaltung 1)
mV

10°

Vinm%15

i ]

—

(=]

10’
0 5 10 15 20
— 4Gy
" FuBnote s. Seite 161
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25 dB

Rauschzahl F = f (Vgg)
Vos = 18V, V515 = 0V, Ipgs = 10 mA
f = 200 MHz (s. MeBschaltung 1)
dB
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F O
\

\

T 8

-1 0 1 2 3 4 5V
— Vous

1%-KM-Stérspannung Vin (19,) = (finy)?
Vbs = 15V, Vgps = 4V, Vg5 =0
f = 200 MHz (s. MeBschaltung 1)

mV

10° 1 [

Vint(1%) 5 EEREE

i o

A
T

160 180 200 220 240 MHz
—> fint




BF 961

Mischverstéarkung (additiv) G = 7 (Vose)
Vo =15V, Vg5 =0, Vgos = BV

Rs = 220Q, Ipss = 10 MA, f = 200 MHz
fir = 36 MHz (s. MeBschaltung 2)

dB

20

et
Eps(
P
°q
-10
20
0 05 10 15V
—_— V

oscC
Mischverstérkung (additiv) Gosc = f(Rg)
Vo =156V, Vgis =0, Vgos = 6V

Vosc = 0,5V, f = 200 MHz

fir = 36 MHz (s. MeBschaltung 2)

8
20
. L
Gpsc Inss = 5mA [ LU
T n 0ss Lt "'/ s\l
v
15 0mA#T 14 Ml
/ 1
L _ /'é I
RLLG A ] I
10 /»-, |
A il RERR
5 L 441 {
0 - L
10" 10°? 103 Q
—DR

Mischverstérkung (additiv) G,sc = f(Vgos)
Vp =15V, Vgis = 0, Rg = 220Q
Vose = 05V, Ings = 10 MA, f = 200 MHz
fir = 36 MHz (s. MeBschaltung 2)

dB
20 I

I

Gpsc L1

—~—

——

-20

2 1 0 1 2 & 5 6V
VG 2s
Mischverstérkung (multiplikativ) Gosc = f(Vgos)
Vo =15V, Vg5 = 1,7V, Ag = 200Q

Ipss = 10 mA, f = 200 MHz

fir = 36 MHz (s. MeBschaltung 3)

dB
25
Gopse 2 Vosc= 2,5V //,:/ %\
15 ! ‘ [ /] // o e o
LaovA Y N |
o LA 1
A5V
/. 1.0V
5 =L —4 4+ A
iy /
0 / /
5: 7 )
10 i, H
A
15 =4
-20

321 01 2 3 4 5 6V

» VGZS
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BF 961

MeBschaltung 1 fiir Leistungsverstarkung, Rauschen und Kreuzmodulation
f=200MHz, Go =2mS, G_ = 05mS

VGZS

270k

Ve1s Yiun
MeRBschaltung 2 fiir Mischverstérkung (additiv)
f = 200 MHz, f,sc = 236 MHz, 2 Afye = 5 MHz

Veas
100k
nF
68 Q2 I
33pF
Osc. input ,
60 2 -[ 1nF
7‘.—.

Input [] R —=10nF

60Q -[ 1nF

160

IF output
609



BF 961

MeBschaltung 3 fiir Mischverstarkung (multiplikativ)
f = 200 MHz, fysc = 236 MHz, 2 Af =5 MHz

Veas
68Q 100k
1nF

Osc.input ) il 1

60Q j k '
nF
7

Inpuf Rs 10nF
609 -[
100k

ﬁ Foufput

Y Vit ist der Effektivwert der halben EMK (Klemmenspannung bei Anpassung) eines 100% sinus-
modulierten Fernsehtragers bei einem Generator-Innenwiderstand von 60 Q, der auf dem Nutztrager

1% Amplituden-Modulation verursacht.
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode

BF 963

@ Fur Vor- und Mischstufen in
UKW- und VHF-TV-Tunern

o Hohe Aussteuerféhigkeit
o Hohe Steilheit

Typ | BF 963
Best.-Nr. | Q62702-F904

Grenzdaten

Drain-Source-Spannung
Drainstrom

Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom
Gesamtveriustieistung

To< 60°C

Lagertemperatur

Kanaltemperatur

Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung
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BF 963

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten

min

typ

max

Drain-Source-Durchbruchspannung
I,=10pA, —Vgg= —Vgs =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung
+ Il =10mA, Ve = V=0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung
+ Igos =10 MA, Vg = Vps=0

Gate 1-Reststrom
+ VG1S =5V, Vezs = Vps=0

Gate 2-Reststrom
EVos =5V, Vgis=Vps=0

Drainstrom
Vos =15V, Vais =0, Ves =4V

Gate 1-Source-Abschnirspannung
Vos =15V, Vs =4V, I, =20 yA

Gate 2-Source-Abschnirspannung
Vos=15V, V45 =0, I, =20 pA

Wechselstromdaten

V(BR) Dbs
* V(BR) G1SS

* Vignyazss
* Isiss

+ Jopss
Ioss

- VG1S(p)

— Vaes (3]

20

8,5

8,5

17

17

50

50

40

35

3,0

nA

nA

mA

Vorwartssteilheit
Vos =15V, I, =10 mA, Vs =4V, f=1kHz

Gate 1-Eingangskapazitat
Vps =15V, I =10 mA, Vs =4V, f=1MHz

Gate 2-Eingangskapazitat
Vos =15V, Ip = 10 MA, Vo5 = 4V, f= 1 MHz

Ruckwirkungskapazitat
Vos =15V, I, =10 mA, Vge =4V, f=1MHz

askanazitat
U"""’l""'_"""

Au n
Vos = 15V, Iy = 10 MA, Vps =4V, f= 1 MHz

Leustungsverstarkung

Vpos =15V, I, = 10 mA,

f=200 MHz, G, =2mS, G_=0,5mS
2Af=12 MHz

(MeBschaltung)

sQal
o™

Rauschzahl

Vps=15V, I =10 mA

f=200MHz, Go=2mS, G_.=0,5mS
(MeBschaltung)

cg1ss

chss

cdg1

C...
~dss

ps

16

1,5

mS

pF

pF

fF

dB

dB
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BF 963

Gesamtverlustleistung Py, = f(T,)

mw
300
P?o'
200
\
\\
N
N
100 \
\‘\
0
0 50 100 150 °C
_>]A
Gate 1-Steilheit gy = f (Vg1s)
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Ausgangskennlinienfeld I, = f(Vpg)
Vaas = 4V

mA
25 — —
VG1S= O,LV——m
Iy
20 1
0,2v ]
Y
1sHH
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10 i
0.2v
5 /‘
04V
d T
o 06V
0 5 10 15 20V
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Gate 1-Steilheit gy = f(Vgos)

Vos = 15V
Ioss = 10MA, f = 1 kHz
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Drainstrom Iy = f(Vg1s)

Vos = 15V
mA
0 VoV [0
I /
I/ L =2v
T 40 o
// /
2 //
//
Vil
/ =1V
2 ”/ '//
" i/,
] =0V
o |
-1 0 1 2 3V

VG1S

Gate 2-Eingangskapazitét c o = f(Va2s)
Vgis =0V, Vpg = 15V
Ings = 10mA, f = 1MHz

Cgoss

pF
5

=Vaas

5V

Gate 1-Eingangskapazitét ¢y = f(Vgg)
Vaos = 4V, Vpg = 15V
Ipss = 10mA, f = 1 MHz

Cqtss

Ausgangskapazitét ¢y = £ (Vps)

pF

8

0

v

e
VG]S

Vais = 0V, Vgos = 4V
Inss = 10mA, f = 1 MHz

Cdss

pF
10

10

20V

VDS

165



BF 963

Gate 1-Eingangsleitwert y Gate 1-Steilheit y;
Vos = 15V, Vgps = 4V Vos = 15V, Vips = 4V
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung)
mS mS
30 0 TTTTTT T T
L R 5 [ i o
IR 2 Iy =1mAHH F=100MHz | 1]
b a3 ST 0 b oA
115 f=800 MHz ) MRl 5 10
» 107 ; b TS
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153—600MHZ 10 NG il
20 FHHY 3 | N0
115 3 3 [ 200MHz
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151415 -20 5 i 7
V> 400MH
! i 7l > %10
e
; 15 -
10 s | 7 i
10 - 400MHz
200 MHz ) 10 |
5 30 ¥
ST | 10
s E T g |
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o O <o LU L
0 5 10 15 20 25 30mS -30 -20 -10 0 10 20 30mS
—*gns T ™ Gns
Ausgangsleitwert y,,,

Vps = 15V, Vgos = 4V
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15 e
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10 atan
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5 15,
End
10, Lo Mz
5_5115
l |
l‘e}s*zopMHz
1575 | 100MHz
JCLATT]
0 01 0,2 03ms
=225
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Leistungsverstéarkung G,s = f(Vgos)
Vos = 15V, Vg5 = 0V

Ings = 10 mA, f = 200 MHz

(s. MeBschaltung)

Rauschzahl F = f(Vgas)
Vps = 15V, Vg = 0V
Ihss = 10mA, f = 200 MHz
(s. MeBschaltung)

dB dB
30 10
Gps //.——- F
20
| /
10 \
T
: // ] |
l 4
-10
/ \
-20 2 T
-30 0
-1 0 1 2 3 LV -1 0 1 2 3 LV
" V55 = Vs
MeBschaltung fiir Leistungsverstarkung und Rauschen
f =200 MHz, Gg =2mS, G_ = 05mS
VGZS
270k
InF |j 1nF
r—T—‘|15pF 1 15pF F— output
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Input )—{
60Q
BB50S BB505 ¢ }
nE 270k 270k T I iDr
270K !
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 964 S

o Fir Anwendungen in VHF-Vor- X-plast
und Mischstufen mit groBem

[ +05,
Abstimmbereich (CATV-Tuner) +6-02=8

2,5:02
——

-G,

.

?\J
1.2max

09 024005

L
?
i

Typ | BF 964
Best.-Nr. | Q62702-F446

Grenzdaten

Drain-Source-Spannung Vs 20 \
Nraimatrams 4 fela) —— A
wianiouwvin ‘D v i
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom =+ L1 /0sm 10 mA
Gesamtverlustleistung Pt 200 mwW
T.< 60°C

Lagertemperatur Taq —55...+150 °C
Kanaltemperatur Ten 150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rinia | =450 | K/IW
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Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max
Drain-Source-Durchbruchspannung Vier) bs 20 — - \
I, =10pA, — Vo= — Vs =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung + Vigrjerss | 8.5 — 17 \%
+ Igis =10 mA, Vs = Vs =0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung + Vigrjgess | 8.5 — 17 \%
+ Ips = 10MA, Vgis= Vps=0

Gate 1-Reststrom =+ Isiss — - 50 nA
Ve =5V, Vs = Vps =0

Gate 2-Reststrom =+ Isoss — — 50 nA
+Ves =5V, Vgig= Vps=0

Drainstrom Iogs 2 — 20 mA
Vos =15V, V45 =0, Vgs =4V

Gate 1-Source-Abschnurspannung —Vaisp — — 25 \%
Vos =15V, Vs =4V, I, =20 A

Gate 2-Source-Abschnirspannung — Vs ) — — 2,0 \%
Vos =15V, V45 =0, I, = 20 pA

Wechselstromdaten

Vorwartssteilheit [e/8 15 18 — mS
Vos =15V, In = 10 mA, Vs =4V, f=1kHz

Gate 1-Eingangskapazitat Cytss — 2,5 - pF
Vos=15V, I, =10 mA, Vs =4V, f=1MHz

Gate 2-Eingangskapazitat Cgoss - 1,2 — pF
Vos =15V, Iy =10 mA, Vs =4V, f=1MHz

Ruckwirkungskapazitat Cagt _ 25 — fF
Vos =15V, In =10 MA, Vs =4V, f=1MHz

Ausgangskapazitat Cass — 1 - pF
Vos =15V, In =10 mA, Vs =4V, f=1MHz

Leistungsverstéarkung Gos — 25 — dB

Vs =15V, I = 10 mA,

f=200 MHz, G =2mS, G_=05mS
(MeBschaltung)

Rauschzahl F - 1 - dB
Vos =15V, Iy =10 mA

f=200 MHz, G, =2mS, G_=0,5mS
(MeBschaltung)

Regelumfang AG,, 50 — — dB
Ves =15V, Vs =4...—2 V, =200 MHz
(MeBschaltung)
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Gesamtverlustleistung P, = f(T,)

mw
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Gate 1-Steilheit gy = (V1)
Vps = 15V
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Ausgangskennlinienfeld I = f(Vps)
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BF 964 S

Drainstrom I = f(Vg1s) Gate 1-Eingangskapazitat ¢, = f(Vg1s)

Vps = 15V Vaos = 4V, Vpg = 15V
Ioss = 10mMA, f = 1 MHz
mA pF
0TI I Y w 25
ERRRCESCT/ CEUNDRY ]
T : =
b e - |
NEEE / | Pl
T I/ T 2,0 7 T
\ / -
‘)’5 _— —
1,0 t —
0,5
T
0 T L
v -1 0 1y
VGWS
Gate 2-Eingangskapazitat ¢ 5. = 7 (Vips) Ausgangskapazitédt ¢y = 1 (Vpg)
Vgis =0V, Vpg =15V Vgis = 0V, Vgos = 4V
Inss = 10mA, f = 1 MHz Ings = 10mA, f = 1 MHz
pF pF
2,0 S
Cg2ss Cdss
! in
- i 4
1SN EENNEEE
N L EESSSASEAS
AN ( { RN
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1 ] INNEN
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Gate 1-Eingangsleitwert y, ¢

Vps = 18V, Vgos = 4V
(Sourceschaltung)

mS
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bﬂs 10
Lo15)
7
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10 l;s | ,._Pd
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8 3F—
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P
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é 15 f
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v VARIINY
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Vps = 15V, Vgog = 4V
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—*07s

~Gate 1-Steilheit y,,
Vos = 15V, Vgos = 4V

(Sourceschaltung)
mS
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Leistungsverstérkung G,; = (V) Rauschzahl F = £ (Vo5)
Vps = 15V, Vgig = 0V Vps = 15V, Vgis = 0V
Ipss = 10 mA, f = 200 MHz Ipss = 10mMA, f = 200 MHz
(s. MeBschaltung) (s. MeBschaltung)
dB dB
30 10 [ T
F ‘ |
6;5 " 9 '
20 yau ? | 5
/ | 8 \l I _
10 7 \
o : —
II ;
-10 | |
| ] g i L
2 S
-30 N
/ ;
-L0 0 ! -
-1 0 1 2 3 LV 0 1 2 3 LV
—=Vgs Ve

MeBschaltung fiir Leistungsverstarkung und Rauschen
f=200MHz, Gg =2mS, G_ = 05mS

VGZS

173



BF 965

o Mit integriertem Dampfungs-
netzwerk zur Unterdrickung
parasitérer Schwingungen im
GHz-Bereich

e Fiur Anwendungen in VHF-Vor-
und Mischstufen mit groBem
Abstimmbereich bis etwa
500 MHz (CATV-Tuner)

Typ | BF 965
Best.-Nr. | Q62702-F660

Grenzdaten

Drain-Source-Spannung
Drainstrom

Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom
Gesamtverlustleistung

To< 60°C

Lagertemperatur

Kanaltemperatur

Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung

174

VDS
“D
* IG1/2SM

tot

7-stg
7-Ch

RthJA

X-plast

5102

20 \Y
20 mA
10 mA
200 mwW
—55...+150 °C
150 °C

| =450 | K/IW



BF 965

Kenndaten (7, = 25°C)
Gleichstromdaten

min

typ

max

Drain-Source-Durchbruchspannung
I, =10pA, —Vgg= — Vg =4V
Gate 1-Source-Durchbruchspannung
* Igis = 10MA, Vs = Vpg =0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung
+Ios = 10mMA, Vgs= Vps=0

Gate 1-Reststrom

tVais =5V, Vs = Vps=0

Gate 2-Reststrom

T Vas =5V, Voig= Vps=0
Drainstrom

Vos =15V, V4is=0, Vgs =4V
Gate 1-Source-Abschnirspannung
Vos=15V, Vs =4V, I, =20 pA
Gate 2-Source-Abschnlrspannung
Vos =15V, V45 =0, I, = 20 pA

Wechselstromdaten

Vigr) ps

* Vigryarss
* Vignjaess
t Ioiss

=+ Tooss
Inss

- VG1S (p)

- VGZS (9]

20
8,5

8,5

17
17
50
50
20
25

2,0

nA

nA

mA

Vorwartssteilheit

Vos =15V, I =10 mA, Vgs= 4V, f=1kHz
Gate 1-Eingangskapazitat

Vos =15V, I, =10 mA, Vgs=4V,f=1MHz
Gate 2-Eingangskapazitat

Vos =15V, In =10 mA, Vigos=4V,f=1MHz
Ruckwirkungskapazitat

Vos =15V, I, =10 mA, Vgs=4V,f=1MHz
Ausgangskapazitat

Vos =15V, I, =10 mA, Vgs=4V,f=1MHz
Leistungsverstarkung

Vos =15V, I, =10 mA,

f=200 MHz, G; =2mS, G_=0,5mS
(MeBschaltung)

Rauschzahl

Vos =15V, In =10 mA

f=200 MHz, Gz =2mS, G, =0,5mS
(MeBschaltung)

Regelumfang

Vos =15V, Vg =4...—2V, f= 200 MHz
(MeBschaltung)

Gss
Cg155
Cngs
cdg1

Cass

Gos

AG

ps

15

50

18
2,5
1,2

25

25

mS
pF
pF
fF
pF

dB

dB

dB
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Gesamtverlustleistung Py, = 7(T,)
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Ausgangskennlinienfeld I, = f(Vpg)
Vaos = 4V
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BF 965

Drainstrom I = f(Vgs) Gate 1-Eingangskapazitét c s = (Vg1g)

Vps = 15V Vaas = 4V, Vpg = 15V
Ingss = 10mMA, f = 1 MHz
mA pF
30 . T v 2,5
Vass=bV [Jf=3V [ 422V
7 —
ID }' Cytss —
/ P
2,0 e
/ r —
20 B
=1V
/ pE=e .
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T
/
/ / 1,0
10
& =0¥ 0,5
1 1
aay/ §zd i
0 0
-1 0 1 2 3V -1 0 v
= Veis Vs
Gate 2-Eingangskapazitat ¢, = 1 (Vgs) Ausgangskapazitat c . = f(Vpg)
Vais = 0V, Vpg = 15V Vais = 0V, Vgos = 4V
Inss = 10mA, f = 1 MHz Inss = 10mA, f = 1 MHz
pF pF
2,0 S ‘[ j T
Cq2ss Cd’ss T -
= |
N Ll
1,5 N 1 [ |
\\
N 3 | T
10 \ i
N ) T
- 2 T ——
05 HEEE
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BF 965

Gate 1-Eingangsleitwert y;
VDS =15V, Vs = 4V, Vais = ov
Inss = 10 mA (Sourceschaltung)

mS
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bys 12
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/

T T
800 MHz _|

/

/
A 600MHz

400MHz

/
/

%200 Mrliz
|

B £ =100 MHz
T T

L]

0 1

Ausgangsleitwert y,o¢
Vbs = 15V, Vgps = 4V, Vgig = OV
Ipss = 10 mA (Sourceschaltung)

2 3

= G11s

4mS

mS
6
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3 ./
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2 /
200 MHz
1 00 ¥
f =100 Mz
0 I
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=925

10mS

Gate 1-Steilheit y,,
Vos = 15V, Vgos = 4V, Vgis = 0V
Iphss = 10 mA (Sourceschaltung)

mS
0
[ T T
7=100 MAz d
b21s
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-15
—§ 600MHz
v
g
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_p0 Lo 1800 MHz
10 15 20mS
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BF 965

Leistungsverstérkung Gps = f(V2s) Rauschzahl F = (Vs
Vpos = 15V, Vgis = 0V, Ipgs = 10 mA Vps = 15V, Vgig = 0V, Ipgs = 10 MA
= 200 MHz (s. MeBschaltung) f = 200 MHz (s. MeBschaltung)
dB dB
30 10 T
P
Gos // 9 ‘
20 A
t / i)
B \
7 { e
6
0

=~
j——
-

,30 l ‘r \ i -
/ B s
-40 0 | ]
-1 0 1 2 3 A% 0 1 2 3 LV
Vs Vs

MeBschaltung fiir Leistungsverstarkung und Rauschen
f=200MHz, Gg =2mS, G =05mS

Vaas
270k
]
InF 1 nF
15p£'-—_| . 15pF| H Output

tun
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 966 S
o Fur Vorstufen in UHF- X-plast
TV-Tunern . e 8405 2502

@ Hohe Steilheit - "

o Kleine Rauschzahl

Typ | BF 9665
Best.-Nr. | Q62702-F438

Grenzdaten

Drain-Source-Spannung
Drainstrom

Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom
Gesamtveriustieistung

T.< 60°C

Lagertemperatur

Kanaltemperatur

Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung

180

Vos
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v
% IG 1/2SM
’Jtot
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stg
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Rth JA
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— el Tl e—
l 20 \Y
30 mA
| 10 | mA
200 mw
—55...+150 °C
150 °C
| <450 | KW



BF 966 S

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min typ max
Drain-Source-Durchbruchspannung Vier) 0s 20 — — \
Iy =10pA, —Vgis= — Vg =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung * Vigrjgiss | 85 — 17 \
+ Igis =10 MA, Vgos = Vps =0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung * Vigrygess | 8.5 — 17 \
+ Igs = 10 MA, Vs = Vps =0

Gate 1-Reststrom * Igiss — — 50 nA
+Vais =5V, Vas = Vpos =0

Gate 2-Reststrom *+ Igoss — — 50 nA
+Ves =5V, Vgig= Vps=0

Drainstrom Ioss 2 — 20 mA
VDS =15 V, VG1S = 0, VG2S =4V

Gate 1-Source-Abschnurspannung —Veisp) —_ - 2,5 \
Vos =15V, Vs =4V, In =20 pA

Gate 2-Source-Abschniirspannung — Vios ) — — 2 \
Vos =15V, V55 =0, I = 20 pA

Wechseistromdaten

Vorwartssteilheit
Vos =15V, Ip =10 mA, Vs =4V, f=1kHz

Gate 1-Eingangskapazitat Cgtss — 2,3 — pF
Vps =15V, I =10 mA, Vg =4V, f=1MHz

Gate 2-Eingangskapazitat Cgoss — 1.1 - pF
Vpos =15V, I =10 mA, Vs =4V, f=1MHz

Ruckwirkungskapazitat Cagt — 25 — fF
Vos =15V, I =10 mA, Vg =4V, f=1MHz

Ausgangskapazitat Cass — 0,8 — pF
Vos =15V, Ip =10 mA, Vg =4V, f=1MHz

Leistungsverstarkung G
Vos =15V, I, = 10 mA

f=200 MHz, Go =2 mS, G =0,6mS — 25 - dB
(MeBschaltung 1)
f=800MHz, G;=33mS, G_.=1mS — 18 — dB
(MeBschaltung 2)

Rauschzahl F
Vos=15V, Ip =10 mA

f=200 MHz, Go=2mS, G, =05mS — 1 — dB
(MeBschaltung 1)
f=800 MHz, Go=3,3mS, G_.=1mS — 1,8 — dB
(MeBschaltung 2)

Regelumfang AG
Vos =15V, Vs =4...—2 V, =800 MHz
(MeBschaltung 2)

Grs 15 18 — mS

ps

40 - - dB

ps
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Gesamtverlustleistung P, = 7(T,)

mW
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Ausgangskennlinienfeld Ip = f(Vpg)
Vaos = 4V
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BF 966 S

Drainstrom Iy = f(Vg;s)

Vos = 15V
mA
RRRARACZ=T)/ EURRRNEY
! ol 7 i
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Gate 2-Eingangskapazitét c o, = £ (Vgos)
Vgis =0V, Vpg = 15V
Ioss = 10mA, f = 1 MHz
pF
2,0
[

,.;

Cg2ss

05

Gate 1-Eingangskapazitét c s = f(Vg1g)
Vaos = 4V, Vpg = 15V
Inss = 10mMA, f = 1 MHz
pF
2,5

L
Cyiss ]

2,0

1.0

0,5

VG'(S

Ausgangskapazitéat ¢y = (Vpg)
Vais = 0V, Vgos = 4V
Inss = 10mMA, f = 1 MHz

pF
> EEEEEEE|
Cdss i
* T
-
| L | - -
3 EEREN 1]
\ . —
N BRI T
2 —
1 T
0 it 1 Ll
0 5 10 15 20V
VDS
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BF 966 S

Leistungsverstérkung G,s = f(Vgos)
Vos = 15V, Vgyg = OV, Ipgs = 10MA
f = 200 MHz (s. MeBschaltung 1)
dB
30

20 4
/

-10

P—
T ———

-20

=30 /

-40
-1 0 1 2 3 LV

VGZS

Leistungsverstérkung G, = f(Vos)
Vbs = 15V, Vgis = 0V, Ipgs = 10 mA
f = 800 MHz (s. MeBschaltung 2)
dB
20

f o /.

ol

-40
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Rauschzahl F = f (Vgy5)
Vps = 15V, Vgis = 0V, Ipgg = 10 mA
f = 200 MHz (s. MeBschaltung 1)

dB

10

9

[
‘1
.
[

|

w
"
|

0 1 2 3 LV

VGZS

Rauschzahl F = f (Vgo5)
Vos = 15V, Vgis = 0V, Ipgs = 10 mA
f = 800 MHz (s. MeBschaltung 2)
dB
10

-
et

9

o
e

0 1 2 3 4v

VG 2s



BF 966 S

Gate 1-Eingangsleitwert y, Gate 1-Steilheit y,;
Vps = 15V, Vgos = 4V Vps = 15V, Vgps = 4V
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung)
mS mS
14 0 Ty
=100 MHz 15+—
bys 10,015 -2 1 e .
12 =1 b | \""0~-0. 15
! k3 21s T
éﬁﬂ -4 A 200MHz _|
! Ip=1mAP F=800MHz ] 1 3 [
| o 5 7T
10 pa 6 o= IMASNC 1015 —
1001 ] 3 /
y . N3 400MHz
5 8
8 1 600mi %
z N
-10 N 10
651 2 AN
?[’ 12 Y 600MHz |
L LOl’OMHz " A ]
N e ——
! ' -16 N>
2 1 200 MHz 800MHz ||
-18
2P To0Mrz
0 -20
0 1 2 mS 0 10 20mS
—9s =0

Ausgangsieitwert y,,,
Vos = 16V, Vgos = 4V
(Sourceschaltung)

mS
I: n Of
To=Im AT =0T s
bays f= 800MHz
4
1 15
000 600MHz
3
F 15 _—L
000 400MHZ
2
L@ZOOMHZ
1‘|5T W
oo 100MHz
0 J J L
0 01 0,2mS

=225
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BF 966 S

MeBschaltung 1 fiir Leistungsverstarkung und Rauschen
f=200 MHz, Gg =2mS, G =05 mS

VGZS

H

Veis Yiun

MeBschaltung 2 fiir Leistungsverstarkung, Rauschen und Kreuzmodulation
f=800MHz, GG =33mS, G =10mS

Vs
\
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Silizium-PNP-HF-Transistor BF 970

® Fur UHF-Misch- und Oszillatorstufen

Typ | BF 970
Best.-Nr. | Q62702-F611

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 35 \
Kollektor-Basis-Spannung Veeo 40 \'
Emitter-Basis-Spannung Veso 3 v
Kollektorstrom I 30 mA
Basisstrom Ig 5 mA
Gesamtverlustleistung Pior 160 mw
(T,< 50°C)

Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Tetg —50...4+ 150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rinoa | =600 | KIW

187



BF 970

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten

min

typ

max

Kollektor-Basis-Reststrom
Vg = 20V

Stromverstarkung
I. = 3mA, Vi =10V

Wechselstromdaten

ICBO

25

50

100

nA

Transitfrequenz
I. = 3mA, Vg =10V, f= 100 MHz

Ausgangskapazitat
Vg = 10V, . =0, f=1MHz

Kollektor-Emitter-Kapazitat
Vg =1V, Vge =0, f=1MHz

Rauschzanhl
I. = 3mA, Vg =10V, f= 800 MHz
Rs = 60Q

Leistungsverstarkung, Basisschaltung
I. = 3mA, Vg =10V, f= 800 MHz
R_ = 500Q

Kollektorstrom flr G 5 max

Vee = 12V, Rge = 1KQ, f = 800 MHz
R, = 500Q
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I CGmax

950

0,45

0,1

4.5

14,8

4,5

MHZz

pF

pF

dB

dB

mA




Silizium-PNP-HF-Transistor BF 979 S

e FUr nichtgeregelte kreuzmodulations-
arme UHF-Vorstufen und UHF-
Oszillatoren

Typ | BF979S
Best.-Nr. | Q62702-F610

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 25 \%
Kollektor-Basis-Spannung Veso 30 \%
Emitter-Basis-Spannung Veso 3 \
Kollektorspitzenstrom Ioy 50 mA
Gesamtverlustleistung Pt 160 mw
(TAa=< 50°C)

Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Toq —50...+ 150 °C
Wiéarmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rinia | =600 | K/W
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BF 979 S

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max
Kollektor-Basis-Reststrom Igo — — 100 | nA
Vg = 20V

Stromverstéarkung hee 20 — — —

I, = 10mA, Ve = 10V

Wechselstromdaten

Transitfrequenz fr — 1,6 — GHz

I. = 10mA, Vg, = 10V, f= 100 MHz

Ausgangskapazitat Cobo - 0,55 — pF

Veg = 10V, f=1MHz

Kollektor-Emitter-Kapazitat Cee — 0,09 — pF

Veg =1V, Vge =0, f=1MHz

Rauschzah! F

I. =10mA, Vg =10V, Ry = 600

f = 200 MHz — 3 — dB
800 MHz — 3,5 45 dB

Leistungsverstarkung Gpo 16,5 dB

I, = 10mA, Vg = 10V, f = 800 MHz

R_= 500Q

Stérspannung” Vi — 230 - mV

I. = 10 mA, Vg = 10V, f = 200 MHz

Rs =75Q

Kollektorstrom fir G jomax Toomax 10 — — mA

Veg = 10V, f = 800 MHz, R, = 500 Q

1 Vi ist der Effektivwert der halben EMK eines 100% sinusmodulierten Fernsehtrégers mit As = 75 Ohm,
der auf dem Nutztrager 1% AM verursacht.
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 989

e Fir Verstarker und Mischer bis 1 GHz SOT 143
in UHF- und VHF-TV-Tunern
3 2°..30°
e Kleine Eingangs- und Ausgangs- N 28 - ~<

015

kapazitaten foot) 5
. A '
o Kunststoff-Miniaturgehause Fo1  G2[% 7S \
T

fiir Oberflachenmontage (SMD) + X -7
E g '~
! +0’2 (\2_ S;( ’7 :“—‘

10°ma;

i

sl== 0 0lmax
| e o] 104805 . 1,imax.
08891
L_,I F0.2@]A]
0,25M[B
Typ BF 989 L2
Best.-Nr. Schittgut: Q62702-F874 Gurt: Q62702-F969
Stempel MA
Grenzdaten
Drain-Source-Spannung Vps 20 Y
Drainstrom I 30 mA
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom * Igy0m 10 mA
Gesamtverlustleistung P\t 200 mwW
TA,< 60°C
Lagertemperatur Teg —55...+ 150 °C
Kanaltemperatur Ten 150 °C
Wérmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Riin | =450 | K/W
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BF 989

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten

typ

max

Drain-Source-Durchbruchspannung
I, =10pA, —Vgs= — Vo =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung
+ Igis =10 mA, Vs = Vps =0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung
* Igps = 10 MA, Vs = Vps =0

Gate 1-Reststrom
* Vais = 5V, Vas = Vps = 0

Gate 2-Reststrom
+ Vs =5V, Vois=Vps=0

Drainstrom
Vos =15V, V515 =0, Vs =4V

Gate 1-Source-Abschnirspannung
Vos =15V, Vs =4V, I =20 pA

Gate 2-Source-Abschniirspannung
Voe=18V, Vo =0, I, =20 uA

YDS T '™ Yy Y@GIS >~y 2D
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V(BR) Ds

* Vigrjatss
* Vigreass
+ Ioiss

+ Iopss
Ipss

- VG1S (P)

- VG2S (p)

20

8,6

8,5

17

17

50

50

20

2,7

2,7

nA

nA

mA




BF 989

Kenndaten (7,=25°C)

Wechselstromdaten min | typ max

Vorwartssteilheit e 9,5 12 — mS
Vos =15V, Ip =7 mA, Vg =4V, f=1kHz

Gate 1-Eingangskapazitat Cyiss - 1,8 — pF
Vos =15V, In =7 mA, Vg =4V, f=1MHz

Gate 2-Eingangskapazitat Cyass — 1 — pF
Vos=15V, Ip=7mA, Vs =4V, f=1MHz

Ruckwirkungskapazitat Cugt — 25 - fF
Vos =15V, I =7TmA, Vs =4V, f=1MHz

Ausgangskapazitat Css - 0,8 - pF
Vos =15V, Ip =7mA, Vgs =4V, f=1MHz

Leistungsverstarkung G
Vos =15V, I, =7 mA

f=200MHz, G =2mS, G_=0,5mS — 23 — dB
(MeBschaltung 1)
f=800MHz, G;=3,3mS, G_.=1mS — 16,5 | — dB
(MeBschaltung 2)

hi
Rauschzah!

Vos =15V, I, =7 mA
f=200MHz, Go=2mS, G_=0,5mS — 1,6 — dB
(MeBschaltung 1)
f=800 MHz, G;=3,3mS, G_.=1mS — 2,8 — dB
(MeBschaltung 2)

ps

m

Regelumfang AG, 40 — — dB
Vos =15V, Vgs =4...—2V, f= 800 MHz

Mischverstérkung Gosc - 16 — dB
Vos= 15V, Vgs=4V, f= 800 MHz
fir =36 MHz, 2 Afi = 5 MHz

Vose = 800 mV

(MeBschaltung 3)
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BF 989

Gesamtverlustleistung Py = f(T4)

mw
300
P?of
200
N
\\
N\
100 N
N
N
0!
0 50 100 150 °C
_.»7;
Gate 1-Steilheit gy = f(Vg1s)
Vos = 15V
Inss = 7 MA, f = 1 kHz
mS
15 TTT] J
1 Vozs =4V 3
gfs1
1o / 3V
T / ™\
/43R
10 \\
{// /
l//f\ M
L 5
5 ——
Y
\ov \
\\ N
N
{05
0 t
-2 -1 0 1V
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Ausgangskennlinienfeld I, = f(Vpg)
Vgos = 4V

mA
» 08
I, !
- 0,6
15 -
T iV 4 ;
A O,IoTV ) 1
T
10 = 0,2V
I [
Y
/ |
s A =0,2V
Bad L
V.4 -0,4V]
ap= 0 6]V
A Vors= 08V
v
0 5 10 15 20V

Gate 1-Steilheit gy = f(Vgos)
VDS - 15V
IDSS =7mA f=1 kHz

mS
15 T
0.5V
4]
gfs1 // oV
T ARs
/
10 //
/7 Vgis=-05V
/ L
e
LA
/
|
/
/Y
Y
0




BF 989

Drainstrom Ip = f(Vgs)

Vos = 15V
mA
30 o r
Veos=V [ | 123V
I i
A =2V
20 d
//V
/
§ =1V
/ L 1
V1
10 ,/ 4 -+
|
/.
/ L =0V
0 b
-1 0 1 2 3V
— Vs
Gate 2-Eingangskapazitét ¢ = f(Vgog)
Vais = OV, Vpg = 15V
Inss = 7mA, f=1MHz
pF
20
Cqlss
P
10 1
05
-1 0 1 2 3 4 SV

— Veis

Gate 1-Eingangskapazitét c 5, = f(Vg1s)
Vaos = 4V, Vpg = 15V
Ihss = 7mA, f=1MHz

pF
20

10

05

-1 0 1V

— Vgis

Ausgangskapazitét ¢y = £ (Vpg)
Veis = 0V, Vgog = 4V
Inss = 7mA, f = 1 MHz

pF -
20
Edss
TR Vezs =4V
T 15
\
AV
10 - \\
I
T—
05
0
0 10 20V
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BF 989

Gate 1-Eingangsleitwert y,
Vps = 15V, Vgas = 4V

(Sourceschaltung)
mS
10 | T
07 lo="15mA
by 9 ¥) t t
'S 3f =800 MHz
8
7 15
.
6 #1 600MHz
]
5 5
4
L ] 00MHz
3
e
2 «L———ZO‘OMTZ
1
1 ;‘5100MH2
A i | I
N 1

0 1 2 3 [ 5mS
> Jns
Ausgangsleitwert y,,,
Vps = 16V, Vgps = 4V
(Sourceschaltung)
mS
5
b ]
2s =t 3 7 10 15mA
4 of
f =800MHz
1 15
3
6?0MH2
|
1 15
2
4L00MHz
|
y
1 ! +200 MHz
n 15 | |
100 MHz
AN
0 01 0,2 03 04 05 mS

gZZs
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Gate 1-Steilheit ¥y,

Vpg = 15V, Vgas = 4V

(Sourceschaltung)

b21s

mS

0

-5

‘ I I]D:1mA 3
f =100 MHz 17110
200MHzpm] T
1 ~p] mA
1 Mol |
LOOMHZ N b
601])M£124 N
| 1;\ N ™
800MHz \ 15
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BF 989

Leistungsverstérkung G, = (Vo)
Vos = 15V, Vg5 = 0, Ipgg = 7 mA
f = 200 MHz (s. MeBschaltung 1)

dB
40

G,, 30

ps
Tzo T~

10

/,

o
o
-
et

4 3 2 1 0 -1 2V

> VGZS

Leistungsverstérkung G; = f(Vgps)
Vos = 15V, V545 = 0, Ipgs = 7 mA
f = 800 MHz, R = 0 (s. MeBschaltung 2)

dB
40

Gps 30

T 20
I —

3
=
//

-30

i

-40

RauschmaB F = f(Vg,5)
Vos = 15V, Vgis = 0, Ipgg = 7 mA
f = 200 MHz (s. MeBschaltung 1)

dB
10

9

w
N

5 [ 3 2 1 0 1V

VGZS

RauschmaB F = f (Vps)
Vos = 15V, V545 = 0, Ipgs = 7 mA
f = 800 MHz, Rg = 0 (s. MeBschaltung 2)

dB

9
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BF 989

1%-KM-Stdrspannung Vi 1) = f(fin)"
Vos = 15V, Vaps = 4V, Vgyg = 1V
f = 800 MHz (s. MeBschaltung 2)

mV
10°

——

Vit 1%
T P~
107 T //___
7
10' L
10°
700 800 900 MHz

—_— finf
Mischverstarkung Gosc = f(As)
f = 800 MHz, . = 836 MHz, V5. = 800 mV
Vps = 16V, Vgos = 4V, Ipgs = 7 MA
(s. MeBschaltung 3)
dB
20

Gpsc

=T Pt
| s

10

0 100 200 300 Q
—_— RS

1 FuBnote s. Seite 200
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1%-KM-Stérspannung Vo, (19,) = f (AG)"
Vos = 15V, Vgig = 1V, f = 800 MHz
fint = 700 MHz (s. MeBschaltung 2)

mV

10’

Vint 1%

T A )
NN

10°

N
L

10’
0

-10 -20 -30dB
— AG s
Mischverstéarkung Gpsc = £ (V,s)
f = 800 MHz, f,s = 836 MHz, Ag = 150 Q
Vbos = 15V, Vgog = 4V, Ipgs = 7mA
(s. MeBschaltung 3)
dB
20

Gpsc

T 15 P -

10

0 05 10 15V

VGSC.



BF 989

MeBschaltung 1 fiir Leistungsverstarkung und Rauschen
f=200MHz, Gz =2mS, G_=0,5mS

VGZS

270k

H

H H

Yiun Viun Vbs

MeBschaitung 2 fiir Leistungsverstarkung, Rauschen und Kreuzmodulation
f=800MHz, Gz =33mS, G_. =10mS

Vaas

nF

‘Fﬁ et
Dr
2..6pF

Viis Vos
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BF 989

MeBschaltung 3 fiir Mischverstarkung
f=800/36 MHz

VGZS
270k
P L
02..3pF H-—— - —C 609
s/ f=36MHz

Input nF o 1 )
oscillaforH | l
B36MHz_| 05pF i {or

Input e |5.60F \

609 3nF ST

800MHz "T

D Vint (1%) ist der Effektivwert der halben EMK (Klemmenspannung bei Anpassung) eines 100% sinusmodu-

lierten Fernsehtragers bei einem Generator-Innenwiderstand von 60 Q, der auf dem Nutztrager 1% Am-
plituden-Modulation verursacht.
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 993

@ Fir Vor- und Mischstufen in SOT 143
UKW- und VHF-TV-Tunern

e Hohe Aussteuerfahigkeit 18 =L

e Hohe Steilheit 009 g

o Kunststoff-Miniaturgehause 761 62 i —E % J ol I
flr Oberflachenmontage (SMD) : +0,2 fé( 7 j‘F

si== 0 N 0lmax.
| . 110,68 01 . 1.1max.
08801 @[A]
17 .1 =lo2¢
$[0,25M[B

Typ BF 993
Best.-Nr. Schittgut: Q62702-F899 Gurt: Q62702-F1018
Stempel ME
Grenzdaten
Drain-Source-Spannung Vos 20 \
Drainstrom I 50 mA
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom * Isism 10 mA
Gesamtverlustleistung ot 200 mw
To< 60°C
Lagertemperatur Tog —55...4+150 °C
Kanaltemperatur Ten 150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinia | =450 | K/w?

" Bei Montage auf AL,O;-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm
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BF 993

Kenndaten (7, =25°C)

Gleichstromdaten min | typ max
Drain-Source-Durchbruchspannung Vigr) os 20 — — \Y
I, =10pA, —Vgis= — Vs =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung * Vigraiss 8,5 — 17 \%
+ Iy =10 MA, Vs = Vps =0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung * Vigr)aoss 8,5 — 17 Y
+ Inps = 10 MA, Vgig= Vps=0

Gate 1-Reststrom * Igiss - - 50 nA
+Vas=5V, Vgs= Vps=0

Gate 2-Reststrom =+ Iooss - — 50 nA
F Vs =5V, Vgis= Vo =0

Drainstrom Inss 6 - 40 mA
Vos = 15V, Viis=0, Vg =4V

Gate 1-Source-Abschniirspannung — Vaisp - - 3,5 Vv
Vos =15V, Vg =4V, I, =20 pA

Gate 2-Source-Abschnilrspannung — Veas ) — — 3,0 \Y
Vos =15V, V5 =0, I, =20 pA
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode

BF 993

Kenndaten (7,=25°C)

Wechselstromdaten

min

typ

max

Vorwartssteilheit
Vos= 15V, I =10mA, Vg =4V, f=1kHz

Gate 1-Eingangskapazitat
Vos =15V, I; =10 mA, Vs =4V, f=1MHz

Gate 2-Eingangskapazitat
Vos =15V, I; =10 mA, Vs =4V, f=1MHz

Ruckwirkungskapazitat
Vos=15V, I; =10 mA, Vs =4V, f=1MHz

Ausgangskapazitat
Vos =15V, I, =10 mA, Vs =4V, f=1MHz

Leistungsverstarkung

Vos=15V, I, = 10 mA

f=200MHz, Gs =2mS, G.=0,5mS
2Af=12 MHz

(MeBschaltung)

Rauschzahl

Vos=15V, I, =10 mA

f=200 MHz, Go=2mS, G,=0,56mS
(MeBschaltung)

Cg1ss

Cooss

Cgt

Cdss

ps

16

25

25

50

2,5

25

1,5

mS

pF

pF

fF

pF

dB

dB
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BF 993

Gesamtverlustleistung P, = (T4)

mw
300
Rt
200
\
\\
N\
100 \\
A
\
0
0 50 100 150 °C
—eT

A

Gate 1-Stellheit g, = f(Vg1s)
Vps = 15V, Ipgs = 10mA, f = 1 kHz

mS
40
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30 ) ':“ Wops= bV ]
/4B RN
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20 Iy
N A\ \
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\ \ \3
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|| WERNUAN 2y
\ N |
| N\ <~y
— A= 05V
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204

Ausgangskennlinienfeld Ip = f(Vpg)
Vgos = 4V

mA
25 e
Vg1s= 0,4V
Iy
® / 0,2V |
7 2V |
15
oV
10
0,2v
7
S
y P -0LV
P 1
oL 06V
0 5 10 15 20V

VDS

Gate 1-Steilheit g, = f(Vgos)
Vpos = 16V, Ipgs = 10 mA, f = 1 kHz

mS
40
[TT1
g Vo505V |
fs1 A
30 ~Tov|
,/
20 /]
/1]
[ 1] -0,5V_|
A
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10 I’ / vd
/ !
0 ~
-1 0 1 2 3 L 5 6V



BF 993

Drainstrom Iy = f(Vgs) Gate 1-Eingangskapazitéat cg,sc = 7 (V1)
Vos = 15V Vass = 4V, Vpg = 15V
Ioss = 10mMA, f = 1 MHz
mA pF
50 TTTTTT TT 8
Vips=bV //— 3v [
I ( | Cqtss —1
e i 12V T |
[ 11 6 P
/ yd A
1/
30 //
1/ .
/
/ Lt =1V
L+
20 ( >
/ Y
1/ 2

10 /
B =0V
L i

0
-1 0 1 2 3V -1 0 v
Vs ey
Gate 2-Eingangskapazitat ¢ o = f(Vgps) Ausgangskapazitat c o = f(Vpg)
Veis =0V, Vpg = 15V Vais = 0V, Vgos = 4V
Ihss = 10mA, f = 1 MHz Inss = 10mA, f = 1 MHz
pF pF
5 10
N
Cg2ss / \ Cdss
o T :
3 - 6 t
2+ A
\
1 2
0
-1 0 1 2 3 8 5V 0 10 20V

™ Voss T Ves
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BF 993

Gate 1-Eingangsleitwert y, Gate 1-Steilheit y;
Vos = 15V, Vgog = 4V Vps = 15V, Vgos = 4V
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung)
mS mS
30 0 TTTTTT TTTTTTTTT
, TR T fy A =000 1T
s Iy =1mA: 3 by ! INEEYNENE
M =800 MHz RS 7
25 10 i 1N o
5 7 | ‘\\ 3 J;S
31-600MHz -0 51T
20 M—'ﬂi i 3 | ﬂ@i‘s
s , 5, [ | 200MHZY |
-;‘ 10 ’ 5 [r
15 20 S { 7
¥ 1 4O0MH:
. ; i ? %10
10 1’ l ﬂﬁ- |
S 7 400MHzZ
5 1200 MHz -30 10 |
difiienny (R
P50 o, IS
T z 1800 MH
| LT oot
o LTI -0 LLLLELH [
0 5 10 15 20 25 30mS -30 -20 10 0 0 20 30mS
—*™0ns I21s
Ausgangsleitwert y,,,

Vos = 15V, Vgos = 4V
(Sourceschaltung)

mS
20
bZZs
I,=1mA5 15
15 RRER
=B00MHz
1 LR, soomH
5 15, i
ml
19 Lo0MH:
5_'3115
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o LTI
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BF 993

Leistungsverstérkung G, = f(Vios)
Vps = 15V, Vg1 = 0V, Ipgs = 10 mA
f = 200 MHz (s. MeBschaltung 1)

Rauschzahl F = f(Vgyg)
Vos = 15V, Vgis = OV, Ipgs = 10 mA
f = 200 MHz (s. MeBschaltung 1)

dB dB
30 10
Gps //J F
20
b
10 / \
Hnl
: // |
I 4
-10
[ \
2
-20 —
-30 0
-1 0 1 2 3 LV -1 0 1 2 3 LV
" V55 — Vazs
MeBschaltung fiir Leistungsverstéarkung und Rauschen
f=200MHz, Gg =2mS, G_ = 056mS
Vaas
270k
InF InF
15&?"_' 15pF F—C output
1nF T T j 609
Input )—1" _1 I
609
BB 505 BB505 |
2D “11InF
nF 270k 270k lor
270k |
L
Veis Viun Viun Vos
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 994 S
e Fir Anwendungen in VHF-Vor- und SOT 143

Mischstufen mit groBem Abstimm-

bereich (CATV-Tuner 3 2°..30°

( ) 18] =L

o Kunststoff-Miniaturgehéuse 8'(1)3 %

fur Oberflachenmontage (SMD) " E

e G2 PN 2y

17
$[0,25M)[B

Typ BF 994 S
Best.-Nr. Schuttgut: Q62702-F963 Gurt: Q62702-F1020
Stempel MG
Grenzdaten
Drain-Source-Spannung Vos 20
Drainstrom I 30
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom =+ I1/00m 10
Gesamtverlustleistung Pyt 200
T,.< 60°C
Lagertemperatur Tog —55...+150
Kanaltemperatur Ten 150
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Riyua | =450

" Bei Montage auf AL,Os-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm
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BF 994 S

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max
Drain-Source-Durchbruchspannung Ve os 20 -_ — \%
I =10pA, —Vois= —Vgs =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung * Vigmyeiss | 8.5 - 17 \%
+ I =10mA, Vg = Vg =0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung + Vigryoess | 8.5 — 17 \%
+los =10 mMA, Vgg= Vps=0

Gate 1-Reststrom + s — — 50 nA
+ Vexs =5V, Vezs = Vps = 0

Gate 2-Reststrom * Igpss — — 50 nA
T Ve =5V, Vg = Vps=0

Drainstrom Ioss 2 — 20 mA
Vos =15V, Vgis =0, Vgs =4V

Gate 1-Source-Abschnirspannung —Vaisp) - — 2,5 \%
Vos =18V, Vs =4V, I, =20 pA

Gate 2-Source-Abschnirspannung — Vias o) — — 2,0 \%

Vos =15V, Vs =0, I =20 pA

Wechselstromdaten

Vorwartssteilheit Oss 15 18 — mS
Vos =15V, Iy = 10 mA, Vg =4V, f=1kHz

Gate 1-Eingangskapazitat Cyiss — 2,5 — pF
Vos =15V, Iy =10 mA, Vs=4V,f=1MHz

Gate 2-Eingangskapazitat Cgoss — 1,2 - pF
Vos =15V, Iy = 10 mA, Vg,s=4V, f=1MHz
Ruckwirkungskapazitat Cagt — 25 — fF
Vos =15V, I, =10 mA, Vgs=4V,f=1MHz

Ausgangskapazitat Cass — 1 _ pF
Vos =15V, I, =10 mA, Vgos=4V,f=1MHz

f=200MHz, G;=2mS, G_.=0,5mS
(MeBschaltung)

Rauschzahl F — 1 — dB
Vos =15V, I, =10 mA

f=200 MHz, G; =2mS, G =0,5mS
(MeBschaltung)

Regelumfang AG,, 50 - - dB
Vos =15V, Vs = 4... =2V, f= 200 MHz
(MeBschaltung)
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BF 994 S

Gesamtverlustleistung P,,; = 7(T,)

mw
300
Pfuf
200
N
\\
\\
100 \\
\
\\
0
0 50 100 150 °C
_>7A'
Gate 1-Steilheit gio; = £ (Vg1s)
Vos = 15V
Ioss = 10mA, f = 1kHz
mS
20
[TTT]
gfs’l V\GZS=AV_
N
\
/
A\
A
i0 i, ‘ b
N
T\ \
\
. N[ Yv
\\ 4
N \‘ N1V |
NN N0V
0 -05V NS mm()
-2 -1 0 1 2V
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Ausgangskennlinienfeld I = f(Vpg)
Vaes = 4V

mA
5 T
I LT
A Vi15=0,6V
y, [
20 - H
y 0,4V
[/

15 i O,iz\/‘l‘
0V_|
1|

10 i I

-0,2V
/ — |
AT I
// ~0.4V
Bl 14 FHH
1-0,6V7]
™71
4 ‘-0,8\{‘
0 L LI
0 5 10 15 20V
VDS
Gate 1-Steilheit gy = f(Vas)
Vos = 15V
Ioss = 10 MA, f = 1 kHz
mS
20
gfs1
Vg1 =0V ]
15 615 s
/I
LA LA/
/// /O,SV“
10 / /
/ ..
/ / —05V_|
y/
5 /]
/ )4
yavi
/1 Y 1/
/ /1

0 /.

-2 -1 0 1 2 3 LV
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BF 994 S

Drainstrom Iy = f(Vgs) Gate 1-Eingangskapazitét ¢ 155 = 7 (Vgys)
Vps = 15V Vaas = 4V, Vpg = 15V
Inss = 10mMA, f = 1 MHz
mA BF 994S,BF 996 DF
BF996S
30 " — 2,5
Vops=bV //=3V -2y
T 1
T T i
! ‘ | | 20 LA
I e RRRRAT ] Z
20
/ = 1V4
/] g 15 .
! 1,0
| : / i '
10 T ( , t 1
| /A ,.
| /f L—=0V
| 1 T 0,5
Lr /| '
/7
r i
o ML 0
-1 0 1 2 3y -1 0 v
— Vs —=Vsis
Gate 2-Eingangskapazitat ¢, = f(Vgos) Ausgangskapazitéat c4s = f(Vpsg)
Vgis =0V, Vpg = 15V Veis =0V, Vgos = 4V
Ipss = 10mA, f = 1 MHz Ioss = 10mA, f = 1 MHz
pF pF
2,0 5T ]
Cgoss Cdss
~ | |
15TN EENEEED
\\ T
N .
g 3
10 B
/ \C
2 =
05
1
5
0 0 [ [T
-1 0 1 2 3 A 5V 0 5 10 15 20V
—.VGZS —_—-
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BF 994 S

Gate 1-Eingangsleitwert y Gate 1-Steilheit y,;
Vos = 15V, Vgos = 4V Vos = 15V, Vgog = 4V
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung)
mS mS
14 O3
by, b £=100 MHZ ooty 15T
s - 1
712})15 z ! ool |15
12 B} by 1
p}f?’ ] - 1 200MHz _|
110=‘|mA 7=800 MHz T 1 ~3s 7 -
10 ,"5 ~61lp =’ImAD\\\ 1015““
10071 3 f
57 ] -8 NaL 400MHz
8 34— 5
16 600MHz NG
-10 !\ 10
6t Ne NBF]
?[ 12 7 600MHz
A
. 1 OiOMHz " 0
N
15 T -16 \1-\5
2 1 200 MHz 800MHz ||
5 | 1
1 100MHz
0 -20
0 1 2 mS 0 10 20mS
0 —=02s

Ausgangsleitwert y,,,
Vos = 15V, Vgos = 4V
(Sourceschaltung)
mS
5

To=1mACTS L8 1%
bas f= 800MHz

T
!

600MHz

000 LOOMHz

0=6 200MHz

oo 100MHz

0 01 0,2mS

=0
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BF 994 S

Leistungsverstérkung G,; = f(Vgos)
Vps = 15V, Vg1 = 0V

Ipss = 10 mA, f = 200 MHz

(s. MeBschaltung)

Rauschzahl F = £ (V)
Vos = 15V, Vgig = OV
Ipss = 10mA, f = 200 MHz
(s. MeBschaltung)

) )
30 10
G \ JY —
S "1
1 20 )t ’ H\ ‘
/ s
10 7
6
0
II :
-10 [ o \ 47
-20 I 3 l’ \ ] | | B
- 2 Fﬁ_\ | | R
TR S 2 3 4V % 1 2 3 4y
V2

G2s

MeBschaltung fiir Leistungsverstarkung und Rauschen

f=200MHz, Gg =2mS, G_. = 05mS

Vaas
270k
1nF
1
1nF
Input )——-|
60Q
BB50S
InF 270k
"°I L

Va1s Viun

15pF| H Output

608
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 995
@ Fur Vor- und Mischstufen in SOT 143
UKW- und VHF-TV-Tunern
3 e 20..30°

o Kunststoff-Miniaturgehause
fur Oberflachenmontage (SMD)

%
F),O‘) 55’
NS

015

2\
7 2

i

sie= + Oimax. i
0,481 . 1,\max.
088-91
J E[0.2 @A
$]0,25M)[B

Typ BF 995
Best.-Nr. Schittgut: Q62702-F872 Gurt: Q62702-F936
Stempel MB
Grenzdaten
Drain-Source-Spannung Vos 20 \'
Drainstrom I 30 mA
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom =+ Is1/00m 10 mA
Gesamtverlustleistung Pyt 200 mwW
T.<60°C
Lagertemperatur Tsg —55...4+150 °C
Kanaltemperatur Ten 150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Ryia | =450 | K/w?

" Bei Montage auf AL,Os-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm
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BF 995

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max
Drain-Source-Durchbruchspannung Vigr) 0s 20 — — \
I, =10pA, — Vs = — Vs =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung =+ Vigr)aiss 8,5 — 17 \
*+lgs = 10mMA, Vg = Vps =0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung * Vigr)aass 8,5 — 17 \%
*+lps = 10mA, Vg = Vs =0

Gate 1-Reststrom + Igiss — — 50 nA
tVas = 5V, Vaos = Vos =0

Gate 2-Reststrom * Igoes — — 50 nA
T Vs =5V, Vs = Vps =0

Drainstrom Ioss 4 — 20 mA
Vos = 15V, Vs =0, Vs = 4V

Gate 1-Source-Abschnirspannung — Vaisp) — — 3,5 \Y
Vos =15V, Vs =4V, I, = 2OP-A

Gate 2-Source-Abschnirspannung — Vs ) — — 3,5 \%)
Vos =15V, Vs =0, I, = 20 pA
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BF 995

Kenndaten (7, = 25°C)

Wechselstromdaten

min

typ

max

Vorwartssteilheit
Vos = 15V, Iy = 10 MA, Vgs=4V,f=1kHz

Gate 1-Eingangskapazitat
Vos = 15V, Iy = 10 mA, Vgps=4V,f=1MHz

Gate 2-Eingangskapazitat
Vos = 15V, Iy = 10 MA, Vg =4V, f=1MHz

Rickwirkungskapazitat
Vos = 15V, Iy = 10 mA, Vis=4V,f=1MHz

Ausgangskapagzitat
Vos = 15V, I = 10 MA, V=4V, f=1MHz

Leistungsverstéarkung

Vos = 15V, I, = 10 mA

f=200MHz, Gs =2mS, G_. = 05mS
2Af=12 MHz

(MeBschaitung 1)

Rauschzahi

Vos = 15V, Iy = 10 mA

f= 200 MHz, G; =2mS, G_. = 0,5mS
(MeBschaltung 1)

Regelumfang
Vos = 15V, Vg = 4... =2V, f = 200 MHz
(MeBschaltung 1)

Mischverstarkung (additiv)

Vos = 15V, Vg = 6V, Ry = 2200Q
f = 200 MHz, f; = 36 MHz

2Af = 5MHz, V., =05V
(MeBschaltung 2)

Mischverstarkung (multiplikativ)

Vos = 15V, Vgis = 1,7V, Vs = 25V
Rs = 220Q, f = 200 MHz, f;y = 36 MHz
2Af = 5MHz, V., = 2V
(MeBschaltung 3)
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BF 995

Gesamtverlustleistung P, = 7(T,) Ausgangskennlinienfeld I, = f(Vpg)
Vaos = 4V
mw mA
300 20 T
H Ve15= 0.6V
L Lyl
Pot o 1]
A A H 04V I
! 15 ’ /
200 m 0,2
\\ 10 ov
C o
\ jai I
\ [y
\\ . 1 B 1
\ ¥ S04V ]
7 -0,6Vi
A -OngV
0 o L L1
0 50 100 150 °C 0 5 10 15 20V
—T — Vs
Gate 1-Steilheit g, = (V1) Gate 1-Steilheit gig; = 7 (Vgas)
Vos = 15V, Ipgs = 10 MA, f = 1 kHz Vos = 15V, Ipss = 10 mA, f = 1 kHz
ms ms
20 - 20
[T
|
Veas =4V 7
Stat AT Ften Vors=0,5V]
T M - 7 ™
AT T Z oV
15 15 Attt 4T OV AN
A 1 BVN
// A Y //
IRy 74 N )& |~
/14 / " T-05\_|
10 /IEN 10 z :
WA 1Y \ I
ARNANEA [
- LN B}
] ‘ /
AN [1//
05V 1Y/
05V IS
] v\‘r&f\ 0V 0 T
0
-2 -1 0 1V -1 0 1 2 3 b SV
— Vais — Ves
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BF 995

Drainstrom Iy = f(Vg1s) Gate 1-Eingangskapazitét c i, = f(Vg1s)
Vos = 15V Vgos = 4V, Vps = 15V
Inss = 10mA, f = 1 MHz
mA PF
30 Vs =tV JII=3V A T=2v 5
I / Cgtss
/
A
l/ T //‘//—-
, 3 P
| =1V d
1/iiPzs
/ 2
10
1
. / =0V
II‘//’
, L1 .
-1 0 1 2 3V -1 0 1V
— Vs Va1s
Gate 2-Eingangskapazitit c ., = f(Vgos) Ausgangskapazitét ¢4 = f(Vps)
Vais = OV, Vpg = 15V Vais = 0V, Vgos = 4V
Ipss = 10mA, f = 1 MHz Ipss = 10 mMA, f = 1 MHz
pF pF
5 5
Cg2ss T Cdss
3 3
\
2 \\\ 2 \\
N NS
~_ \\\‘,*
1 1
0 0
-1 0 1 2 3 4 5V 0 10 20V
— Veas —— Vps
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BF 995

Gate 1-Eingangsleitwert y Gate 1-Steilheit y,
Vos = 15V, Vgos = 4V Vos = 15V, Vgos = 4V
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung)
ms ms
0 To=isnA 0 ENNAN
10 JARRORN
< =1mA{
bys Zl | bays 1 Do-.. 315]710(15
/3? f=800MHz JHRAR ~100 MiHz
T 15 1{/ -5 S J
s N2 70415 HH
5 el 01
3o 600 MHz POOMHz
/ 3 3
10 -10 )
Lot \ i
777 LO0 MHZ ,00MHRIO
b4 %5 15
B TN dob Mz
15 0
5 ) -5 |
{ 200MHz e i
! 800 MHz] |
T |
100 MHz 3
L |
ol L1 20 I
0 5 10 ms -5 0 S 10 15 20 ms
™ Gys ™ gns

Ausgangsleitwert y,,¢
Vos = 15V, Vgog = 4V

(Sourceschaltung)
ms
10
bas s
8 Ip=1mAS| o | 15mA
T f=800 MHz
7
6 1l [519] 15
00MHz
5
4 s
400MHz
3
2 1Ligrs
00 MHz
1 psl ]
100 MHz
0 11

0 01 02 03 04t 05 06ms

— ™ gns
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BF 995

Leistungsverstarkung G,; = f (Vo)
Vbs = 18V, Vg1 = 0V, Ipgs = 10mA
f = 200 MHz (s. MeBschaltung 1)

dB
40

G, 30

T 20 ]

-20

——

-30

-40 Ny
-2 -1 0 1 2 3 LV

— V25

1%-KM-Stérspannung me%) = f(AGps)”
vDs =15V, Vg5 = 0, f = 200 MH
finr = 221 MHz (s. MeBschaltung 1)
mV
10°

Vint(1%)5

. il

10

10'
0 5 10 15 20 25 dB
—— 4Gy

" FuBnote s. Seite 223
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Rauschzahl F = f (V)
Vbos = 15V, Vg1 = 0V, Ipgg = 10 mA
f = 200 MHz (s. MeBschaltung 1)

dB
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i
‘™
\

v
-
1"

-1 0 1 2 3 A 5V
— Vs
1%-KM-Stérspannung Ving (1o = £ (fing)"

Vos = 15V, Vgos = 4V, Vg5 =0
f = 200 MHz (s. MeBschaltung 1)
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T IRARRRNSZ
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\ -
5 -
|
10‘ [_L L ,
160 180 200 220 24,0 MHz
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BF 995

Mischverstérkung (additiv) Gpec = £ (Vsc)
Vo =15V, Vgig = 0, Vgps = BV
Rs = 2209, Ings = 10 mA, f = 200 MHz
fir = 36 MHz (s. MeBschaltung 2)
dB
20

10 7

20
0 05 10 15V
— Vosc;
Mischverstérkung (additiv) Gpsc = f(Rsg)
Vo =15V, Vgis =0, Vgos = 6V
Vose = 0,5V, f = 200 MHz
fir = 36 MHz (s. MeBschaltung 2)

d8
20
G f_f'z - 5m A — LI
psc 0SS m_ N
N L
H—
.
HH
R T
g NERY
T jill
N naniil il
10° 102 103 Q
—>R

Mischverstérkung (additiv) Gpsc = f(Vgps)
Vp =15V, Vgis = 0, Ag = 220Q
Vose = 05V, Ings = 10 mA, f = 200 MHz
fir = 36 MHz (s. MeBschaltung 2)
dB
20

Gpsc ]

10

T ———

-20

20 0 1 2 A 5 6V
Va2s
Mischverstarkung (multiplikativ) Gpsc = f(Vgos)
Vo =15V, Vg5 = 1,7V, Ag = 200Q

Ipss = 10mA, f = 200 MHz

fie = 36 MHz (s. MeBschaltung 3)

dB
25
T
Gosc 2 Vosc = 2,5\/ /,: N
L1 S
T 5 VAL /ﬁ/ N
SRS T
5 ?Ll I 1.0V as
Nrdva
—_<7A,
g A / L — -
unyey
10 / 144
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BF 995

MeBschaltung 1 fiir Leistungsverstarkung, Rauschen und Kreuzmodulation
f =200 MHz, Gg =2mS, G_. = 0,5mS

VGZS

270k

H-

MeBschaltung 2 fiir Mischverstarkung (additiv)
f = 200 MHz, fosc = 236 MHz, 2 Afyr =5 MHz

Vaas

100k
1nF
68
33pF
Osc lnpuf
S 1.6pF
__L_ IF output
Input )——| repf [JRs o ' oo
609 \
10nF
- L

1nF

g N
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BF 995

MeBschaltung 3 fiir Mischverstarkung (multiplikativ)
f = 200 MHz, f,sc = 236 MHz, 2 Afye = 5 MHz

Vsas

H
—=—
g
I
L

Osc.input 1
60Q 1l L
i
1

1nF

12k 100k

I Foutput
608

Y Vint(1) ist der Effektivwert der halben EMK (Klemmenspannung bei Anpassung) eines 100% sinus-
modulierten Fernsehtrégers bei einem Generator-Innenwiderstand von 60 Q, der auf dem Nutztrager

1% Amplituden-Modulation verursacht.
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 996 S
e Fur Vorstufen in UHF- und TV-Tunern SOT 143
® Hohe Steilheit o a0
238 22530
o Kleine Rauschzahl 015 .
. : 009 g
o Kunststoff-Miniaturgehéduse 61 G2 8 gz\‘
fiir Oberflachenmontage (SMD) ; E Lt r
| == o~
[z 5 g( 7 =3
sl== D Tl 01max. =
| e ol ]10:48-0 . 1,/max.
088-
_J E[02®IA
’ $10,25M B
Typ BF 996 S
Best.-Nr. Schittgut: Q62702-F964 Gurt: Q62702-F1021
Stempel MH
Grenzdaten
Drain-Source-Spannung Vs 20 \
Drainstrom I 30 mA
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom =+ I1/08m 10 mA
Gesamtverlustleistung Pioy 200 mwW
T.< 60°C
Lagertemperatur Tog —55...+150 °C
Kanaltemperatur Ten 150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinia | =450 | K/wo

" Bei Montage auf AL,Os-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm
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BF 996 S

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max
Drain-Source-Durchbruchspannung Vigr) bs 20 — — \%
I,=10pA, —Vgs= — Vs =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung * Vigrjaiss 8,5 — 17 \Y
+ Iis =10 mA, Vs = Vs =0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung * Vigrjazss 8,5 — 17 \%
+ Ioos =10 mMA, Vs = Vs =0

Gate 1-Reststrom + Igss — — 50 nA

+ VG1S =5V, Vezs = VDS =0

Gate 2-Reststrom + Ioss — - 50 nA
+ Vezs =5V, VG1S = VDS =0

Drainstrom Ioss 2 — 20 mA
VDS =15V, VG1S =0, Vezs =4V

Gate 1-Source-Abschnurspannung — Vs - —_ 25 \
Vos =15V, Vg =4V, I, =20 pA

Gate 2-Source-Abschnurspannung — Veos ) — — 2,0 \%
Vos =15V, V5s=0, I, =20 pA
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BF 996 S

Kenndaten (7,=25°C)

Wechselstromdaten min | typ max

Vorwartssteilheit Ots 15 18 — mS
Vos =15V, I, = 10mA, Vg =4V, f=1kHz

Gate 1-Eingangskapazitat Cyiss — 2,3 — pF
Vos =15V, I =10mA, Vs =4V, f=1MHz

Gate 2-Eingangskapazitat Cgss - 1.1 - pF
Vos =15V, In =10 mA, Vg =4V, f=1MHz

Ruckwirkungskapazitat Cagt - 25 — fF
Vos =15V, Ip = 10 mA, Vg =4V, f=1 MHz

Ausgangskapazitat Cass — 0,8 — pF
Vos =15V, Ip =10 mA, Vg =4V, f=1MHz

Leistungsverstarkung G
Vos =15V, I, = 10 mA

f=200MHz, Go;=2mS, G_.=05mS — 25 — dB
(MeBschaltung 1)
f=800 MHz, G;=33mS, G,=1mS — 18 — dB
(MeBschaitung 2)

Rauschzahl F
Vos =15V, I = 10 mA

f=200 MHz, Go =2mS, G_.=0,5mS — 1 — dB
(MeBschaltung 1)
f=800 MHz, G;=33mS, G.=1mS — 1,8 — dB
(MeBschaltung 2)

Regelumfang AG,, 40 — — dB
Vos = 15V, Vgps = 4..—2V, f= 800 MHz
(MeBschaltung 2)

ps
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BF 996 S

Gesamtverlustleistung Py, = f(7,) Ausgangskennlinienfeld Ip = 7 (Vpg)
Vgos = 4V
mw mA
300 2 REBEE!
b ]v‘ | “ojs[
=0,6V
Prot D 617>
2 us
/, 04VTT
200
\ 15 1 0,2V
[ 1]
\ ov_]
1|
\ 0 Hf H
\ 0.2V
100 AV 1
\ A L]
N /1 -04V |
N S¥Y 1+
-0,6V7]
T
r ra : - 08V
0 o kAT [T
0 50 100 150 °C 0 5 10 15 20V
A Vos
Gate 1-Steilheit g¢; = (V1) Gate 1-Steilheit g1 = f(Vgos)
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BF 996 S

Drainstrom I, = f(Vgys) Gate 1-Eingangskapazitét ¢y = f(V1s)
Vpg = 15V Vaes = 4V, Vpg = 15V
Ipss = 10mA, f = 1 MHz
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Leistungsverstéarkung G, = f(Vgos) Rauschzahl F = f(Vgzg)
Vps = 15V, Vgis = 0, Ipgs = 10 mA Vps = 15V, Vgis = OV, Ipgs = 10 mA
f = 200 MHz (s. MeBschaltung 1) f = 200 MHz (s. MeBschaltung 1)
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Gate 1-Eingangsleitwert ys Gate 1-Steilheit y,
Vps = 15V, Vgos = 4V Vps = 15V, Vgps = 4V
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung)
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BF 996 S

MeBschaltung 1 fiir Leistungsverstarkung und Rauschen
f=200MHz, Gg=2mS, G_. =05mS

VGZS

270k

Ve1s Yiun Viun Vos

Mefschaltung 2 fiir Leistungsverstarkung, Rauschen und Kreuzmodulation
f=800MHz, GG =33mS, G_.=10mS

Vaas

1nf LJ270k nF

nF
Input
sn 71

Ve1s
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Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 997
o Mit integriertem Dampfungsnetzwerk SOT 143
zur Unterdrickung parasitérer
Schwingungen im GHz-Bereich 238 1<2°..30°
e Fir Anwendungen in VHF-Vor- und '8'33 .
Mischstufen mit groBem Abstimm- | €
bereich bis etwa 500 MHz o162 1 VAR =)
(CATV-Tuner) ' g :é( <r_“\‘_
e Kunststoff-Miniaturgehause —— L 02 ‘\"Of i
fir Oberflachenmontage (SMD) S D max.
| e ol |08 . 1,max.
088-91 =02 ®
$[0,25M][B
Typ BF 997
Best.-Nr. Schittgut: Q62702-F993 Q62702-F1055
Stempel MK
Grenzdaten
Drain-Source-Spannung Vs 20 \Y
Drainstrom I 30 mA
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom =+ L1 /osm 10 mA
Gesamtverlustleistung P 200 mwW
T,<60°C
Lagertemperatur Teq —55...+150 °C
Kanaltemperatur Ten 150 °C
Wérmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Ry ia | =450 | K/wW

" Bei Montage auf AL,O;-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm x 0,7 mm
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BF 997

Kenndaten (7, = 25°C)

Gleichstromdaten min | typ max
Drain-Source-Durchbruchspannung Vigr) os 20 — — \%
I=10pA, —Vgs= — Vs =4V

Gate 1-Source-Durchbruchspannung * Vigryaiss 8,5 — 17 \Y
+ Iis =10 mA, Vg = Vs =0

Gate 2-Source-Durchbruchspannung =+ Vigr)cass 8,5 — 17 \
+ Ios =10 mMA, Vgis= Vps=0

Gate 1-Reststrom * Igiss - - 50 nA
T Veis=5V, Vo= Vps =0

Gate 2-Reststrom * Igpss — - 50 nA
+ Vees =5V, Ve1s = VDS =0

Drainstrom Ioss 2 — 20 mA
Vos =15V, V5 =0, Vg =4V

Gate 1-Source-Abschnirspannung — Vs - —_ 2,5 \%
Vos =15V, Vs =4V, I, = 20 pA

Gate 2-Source-Abschnurspannung — Veos ) - — 2 \
VDS = 15 V, VG1S = 0, ID = 20 uA
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BF 997

Kenndaten (7,=25°C)

Wechselstromdaten

min

typ

max

Vorwartssteilheit
Vos =15V, Ip = 10mA, Vs =4V, f=1kHz

Gate 1-Eingangskapazitat
Vos =15V, I, =10mA, Vs =4V, f=1MHz

Gate 2-Eingangskapazitat
Vos =16V, In =10 mA, Vs =4V, f=1MHz

Ruckwirkungskapazitat
Vos =15V, I; =10 mA, Vs =4V, f=1MHz

Ausgangskapazitat
Vos =15V, I; =10 mA, Vs =4V, f=1MHz

Leistungsverstarkung

Vos =15V, I, = 10 mA

f=200 MHz, G =2mS, G, =0,5mS
(MeBschaltung)

Rauschzani

e =15V, I, = 10 mA
f=200 MHz, G =2mS, G, =05mS
(MeBschaltung)

Regelumfang
Vos = 15V, Vs = 4...—2V, f= 800 MHz
(MeBschaltung)
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BF 997

Gesamtverlustleistung Py, = (Tp) Ausgangskennlinienfeld Iy = f(Vpg)
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BF 997

Drainstrom I, = f(Vg1g) Gate 1-Eingangskapazitét ¢ s = f(Va1s)
Vos = 15V Vaos = 4V, Vpg = 15V
Inss = 10mA, f = 1 MHz
mA pF
30 ™ v 25
Vess=av [Jf=3V [ f 22V ’ i
v
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Gate 2-Eingangskapazitét c s = f(Vgos) Ausgangskapazitat ¢y = f(Vps)
Vgis =0V, Vpg =15V Vgis = 0V, Vgos = 4V
Ipss = 10mA, f = 1 MHz Ipss = 10mA, f = 1 MHz
PF bF
2,0 5 T 1]
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BF 997

Gate 1-Eingangsleitwert y, Gate 1-Steilheit y,
Vog = 15V, Vgos = 4V Vos = 15V, Vags = 4V
(Sourceschaltung) (Sourceschaltung)
mS mS
* - 0 [T
800 MHz__| F=100 MAzZ
bys 12 b ars
/ /
10 ,/ -5 200 MHz
A600MHz
/ /
8 ]/
10 —T400 MHz f
6 400MHz /
L
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2 L v
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Ausgangsleitwert y,o,
Vps = 15V, Vgos = 4V
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BF 997

Leistungsverstérkung G, = f (Vo) Rauschzahl F = f(Vg,s)
Vbs =15V, Vgis=0V Vbs =15V, Vgigs =0V
Inss = 10 mA, =200 MHz Ipss = 10 mA, f = 200 MHz
(s. MeBschaltung) (s. MeBschaltung)
dB dB
30 10
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MeBschaltung fiir Leistungsverstarkung und Rauschen
f= 200 MHz, Gg =2mS, G_ = 0,5mS
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Siemens in lhrer Ndhe
(Anschriftenverzeichnis)




Siemens AG, Bereich Bauelemente
BalanstraBe 73, Postfach 8017 09, D-8000 Miinchen 80
= (089) 4144-0 [Tx 52108-0 FAX (089) 4144-2689

Siemens in lhrer Nahe

Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

Siemens AG

Salzufer 6-8

1000 Berlin 10

2 (030) 3939-1, Tx 1810-278
FAX (030) 3939-2630

Ttx 308190 = sieznb

Siemens AG

Schweriner StraBe 1
Postfach 7820

4800 Bielefeld 1

2 (0521) 291-1, Tx 932805
FAX (0521) 291-375

Siemens AG

Contrescarpe 72

Postfach 107827

2800 Bremen

2 (0421) 364-0, Tx1 245451
FAX (0421) 364-2687

Siemens AG

Lahnweg 10

Postfach 1115

4000 Diisseldorf 1

2 (0211) 399-0, Tx 8581301
FAX (0211) 399-2506

Siemens AG

Rodelheimer LandstraBe 5-9
Postfach 111733

6000 Frankfurt 1

= (069) 797-0, 71X 414131-0
FAX (069) 797-2253

240

Siemens AG
HabsburgerstraBe 132
Postfach 1380

7800 Freiburg 1

= (0761) 27121

x| 772842

FAX (0761) 2712-234

Siemens AG

Lindenplatz 2

Postfach 105609

2000 Hamburg 1

2 (040) 282-1, Tx] 215584-0
FAX (040) 282-2210

Siemens AG

Am Maschpark 1

Postfach 56329

3000 Hannover 1

2 (0511) 129-0, Tx 922333
FAX (0511) 129-2799

Siemens AG

Wittland 2-4
Postfach 4049

2300 Kiel 1

@ (0431) 5860-0

Tx 292814

FAX (0431) 5860-420

Siemens AG
Richard-Strauss-Strae 76
Postfach 202109

8000 Miinchen

 (089) 9221-0

Tx 529421-01

FAX (089) 9221-4499

Siemens AG
Von-der-Tann-StraBe 30
Postfach 4844

8500 Niirnberg 1

2 (0911) 654-0, Tx1 622251
FAX (0911) 654-4064

Siemens AG
Geschwister-Scholl-StraBe 24
Postfach 120

7000 Stuttgart 1

@ (0711) 2076-0, Tx/ 723941-0
FAX (0711) 2076-3706

Siemens AG
Nicolaus-Otto-StraBe 4
Postfach 3606

7900 Uim 1

2 (0731) 499-1

Tx} 712826

FAX (0731) 499-267

Siemens AG
Andreas-Grieser-Str. 30
Postfach 3280

8700 Wiirzburg 21

2 (0931) 801-0

(Tx) 68844

FAX (0931) 801-348



Siemens in Europa

Belgien

Siemens S.A.

chaussée de Charleroi 116
B-1060 Bruxelles

2 (02) 536-2111, 7x/ 21347

Danemark

Siemens A/S

Borupvang 3

DK-2750 Ballerup

= (02) 656565, Tx 35313

Finnland
Siemens Osakeyhtio
PL 8

SF-00101 Helsinki 10
@ (0) 1626-1, Tx 124465

Frankreich
Siemens S.A.

B.P. 109

F-93203 Saint-Denis CEDEX 1
= (1) 48206120, Tx 620853

Griechenland

Siemens AE

Voulis 7

PO.B. 3601

GR-10247 Athen

= (01) 3293-1, Tx 216291

GroBbritannien

Siemens Lid.

Siemens House

Windmill Road

Sunbury-on- Thames

Middlesex TW 16 7

@ (09327) 85691, m 8951091

Irland

Siemens Ltd.

Unit 8-11 Slaney Road
Dublin Industrial Estate
Finglas Road

Dublin 11

= (01) 302855, [T1x 24129

Italien
Siemens Elettra S p.A.

\fin Faleio Filoi
Via Fabio Filzi, 29

Casella Postale 10388
1-20100 Milano
= (02) 67661, (Tx 330261

Niederlande
Siemens Nederland NV,
Postb. 16068
NL 2500 BB Den Haag
@ (070) 782782, 1x 31373

Norwegen

Siemens A/S

Jstre Aker vei 90
Postboks 10, Veitvet
N-0518 Oslo 5

2 (02) 153090, T/ 18477

Osterreich

Siemens Aktiengesellschaft
Osterreich

Postfach 326

A-1031 Wien

@ (0222) 7293-0, 7x11372-0

Portugal

Siemens S.A.R.L.

Avenida Almirante Reis, 65
Apartado 1380

P-1100 Lisboa-1

= (01) 538805, Tx/ 12563

Schweden

Siemens AB

Halsingegatan 40

Box 23141

S-10435 Stockholm

= (08) 161-100, Tx/ 19880

Schweiz
Siemens-Albis AG
FreilagerstraBe 28
Postfach

2 (01) 495- 3111 T 558911

Spanien

Siemens S.A.

Orense, 2

Apartado 155

E-28080 Madrid

= (01) 4552500, Tx 27247

Tirkei

ETMAS Elektrik Tesisati ve
Muhendislik A.S.

Meclisi Mebusan Caddesi 55/35
Findikli

PK. 1001 Karakoey

Istanbul

@ (01)1452090,Tx 24233

d 7/86
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